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Résumé

Du fait des récents progrés liés a leur intégration (hybridation, collage direct, TSV...), les
composants électroniques deviennent de plus en plus complexes. Dans ce contexte d’évolution
des composants, les principaux composants concernés sont les composants de type optoélectro-
niques. La complexité de ces composants optoélectroniques a des conséquences sur 'étude de
leur fiabilité, notamment au travers du nombre de tests & réaliser et du temps nécessaire a leur
réalisation. A cela viennent se rajouter de nouvelles problématiques telles que les interactions
existantes entre différents éléments (ex. diode laser, photodiode) du composant. L’objectif prin-
cipal de cette thése est donc de développer une méthodologie (générique) d’optimisation de plan
de test accéléré pour ’évaluation de la fiabilité de composants optoélectroniques. Cet objectif
repose sur trois verrous scientifiques majeurs. Le premier verrou s’inscrit en regard du défi d’op-
timisation du plan de test accéléré pour I'évaluation de la fiabilité des composants. Les deux
derniers verrous scientifiques concernent plus spécifiquement la modélisation du processus de
dégradation de I’élément en prenant compte des différents facteurs d’influence, et le calcul de la
fiabilité d’un composant optoélectronique en prenant en compte 'interaction entre ses éléments.
Pour répondre de ces verrous, nous avons proposé quatre contributions principales : (1) Investi-
gation et formulation d’impacts de facteurs d’influence (I’auto-échauffement au niveau élément
et interaction d’états au niveau composant) sur le processus de dégradation des éléments (diode
laser, photodiode) d’un composant optoélectronique ; (2) Développement de modéles de dégrada-
tion permettant de tenir compte de I'impact de ces facteurs d’influence (auto-échauffement) pour
chacun des éléments; (3) Extension de chacun des modéles de dégradation proposés au niveau
composant pour calculer la fiabilité d’un composant optoélectronique constitué a partir de ses
éléements ; (4) Développement d’un plan optimisé de tests accélérés pour chacun des composants
optoélectroniques étudiés. Enfin, ces contributions ont été validées par les expérimentations sur
des composants optoélectroniques étudiées au sein du CEA LETI de Grenoble.

Mots-clés: Fiabilité, Test accéléré, Optimisation, Processus stochastiques, Optoélectronique



Abstract

Increasing progress in feature integration (by hybridization, direct bonding, TSV...) leads
to more and more complex electronic components. In this context of the evolution of components,
the main components concerned are optoelectronic components. The complexity of these opto-
electronic components has consequences on the study of their reliability, particularly through the
number of tests to be performed and the time required for their realization. In addition, the ex-
isting interactions between different elements (e.g., laser diode, photodiode) of an optoelectronic
component is also challenging. Therefore, the main objective of this PhD project is to develop a
(generic) methodology for optimizing accelerated test plans to evaluate the reliability of complex
optoelectronic components. This objective leads to three major scientific issues to be solved. The
first one is related to the challenge of optimizing the accelerated test plan for evaluating the
reliability of optoelectronic components. The last two scientific issues are more specific to the
modeling of the degradation processes of an optoelectronic component’s elements by considering
different influencing factors and the calculation of the reliability of a whole optoelectronic com-
ponent by considering the interaction between its elements. For this purpose, we proposed four
main contributions : (1) Investigation and formulation of impacts of influence factors (self-heating
at the element level and states-interaction at the component level) on the degradation process
of optoelectronic elements (laser diode, photodiode); (2) Development of degradation models
considering the impact of studied influencing factors (self-heating) for each of the elements; (3)
Extension of each of the proposed degradation models at the component level to calculate the
reliability of a whole optoelectronic component ; (4) Development of an optimal accelerated test
plan for each studied optoelectronic component. Finally, these contributions have been validated
by real experimental data on optoelectronic components at CEA LETI- Grenoble.

Keywords: Reliability, Accelerated test, Optimisation, Stochastic process, Optoelectronics
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Introduction générale

Depuis de nombreuses années, les composants électroniques, (et plus spécifiquement ceux de
la microélectronique) sont utilisés dans de nombreuses applications présentes dans les systémes
militaires, les systémes de controle d’accés, les télécommunications, les équipements médicaux,
etc. Ces applications requérant de plus en plus de fonctionnalités avec des exigences de perfor-
mance accrues, elles ont pour conséquence une véritable évolution dans le développement de ces
composants, c’est-a-dire proner la nécessaire progression de composants simples (ex. une diode
utilisée dans les postes de radio) a des composants complexes apportant de réels services. Vis-
a-vis de ces composants, la notion de complexe est & rapprocher de la définition d’un systéme
complexe, c.a.d. un ensemble d’éléments en interaction pour délivrer le service global attendu.
Cette notion d’interaction entre éléments se construit sur différents types de dépendances qui
sont, soit présents dés la conception (ex. topologique, fonctionnel, physique), soit émergents en
regard du fonctionnement de ces composants (ex. propagation de dégradations, rayonnement).

Au global, au sein de ces composants complexes, il est possible de retrouver trois fonctions
principales, a savoir la conversion optoélectronique, le traitement des signaux électroniques et
le traitement des signaux optiques [19]. Ces fonctions sont supportées au sein d’une structure
en puce comportant des interfaces a l'intérieur de chaque élément et entre les éléments. Dans
ce cas, un composant complexe se construit a partir d’éléments discrets (éléments optiques et
électriques) ou intégrés tels que des émetteurs, des détecteurs, des circuits intégrés électroniques
(ICs), des circuits intégrés photoniques (Ples) ou des circuits intégrés optoélectroniques [3].

Dans ce contexte d’évolution des composants, les principaux composants concernés sont les
composants de type optoélectroniques. En effet, ces composants ont un statut particulier du fait
de leur double aspect électronique et photonique. Des exemples de ce type de composant sont :
des capteurs ou photodiodes qui permettent la conversion de photons en charges électriques ; des
émetteurs (diode laser ou DEL) qui réalisent la conversion inverse ; des amplificateurs, modula-
teurs, etc.

Cette complexité des composants optoélectroniques est fortement présente dans les compo-
sants étudiés au sein du CEA LETI de Grenoble, organisme initiateur de cette thése. En effet le
CEA se focalise, suite aux récents progres faits sur les modalités d’intégration (monolithique, hy-
bridation, collage direct, TSV...), sur des composants optoélectroniques intégrant, par exemple,
une diode laser DBR III-V/silicium et un modulateur Mach-Zehnder (MZM) sur silicium [6].
L’intégration permet donc de connecter des fonctions de base (photo détection, émission de
lumiére, modulation de lumiére) grace aux guides d’ondes optiques. Ces composants optoélec-
troniques sont les "objets de recherche" étudiés dans cette thése, objets congus et fournis en
expérimentation par le CEA LETI.

Ces composants complexes, étant utilisés dans de nombreuses applications a risques (ex.
systémes militaires), une de leurs caractéristiques essentielles est leur fiabilité. La fiabilité est
définie comme la performance d’un composant, a accomplir une fonction requise, dans des condi-
tions données, pour une "période de temps donnée" [20]. De plus, cette performance de fiabilité
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du composant est & relier a la performance de chacun des éléments constituant ce composant
(puisque complexe). L’étude de cette fiabilité est donc une problématique majeure a résoudre et
par voie de conséquence la question scientifique clé abordée dans cette thése. Sur cette dualité,
objet de recherche (composant optoélectronique du CEA) et problématique scientifique (fiabilité
du composant optoélectronique complexe) s’est construite cette thése a travers une collaboration
forte entre le Laboratoire d’Assemblage et Intégration Photonique (LAIP), CEA TECH Grenoble
et le département de recherche en Ingénierie des Systémes Eco-Techniques complexes (ISET) du
CRAN UMR CNRS 7039 - Université de Lorraine. Le CEA vient apporter sa compétence dans la
conception de ces composants mais aussi le contexte de leur expérimentation ; le CRAN venant
apporter ses compétences en fiabilité des systémes.

En regard de ce besoin de maitriser la fiabilité du composant complexe, le challenge essentiel
est de disposer des outils nécessaires & son évaluation principalement & partir des informations
de durée de vie ou de durée de vie résiduelle (RUL - remaining useful lifetime). Vis-a-vis de
ces outils/méthodes d’évaluation de la fiabilité d’un composant, il est possible de distinguer des
méthodes fondées sur les données (ou data-driven en anglais) [21], des méthodes fondées sur la
physique (ou physics-based en anglais) [22], voire des méthodes hybrides [21]. Les méthodes basées
sur la physique, principalement celles utilisées au CEA, ont pour objet de modéliser les différents
mécanismes de dégradation du composant et permettent ainsi de mieux comprendre les causes
réelles pouvant amener (a partir de la dégradation) a la défaillance et par voie de conséquence,
en anticipation, de mieux concevoir le composant. Dans tous les cas, ces approches sont un
outil majeur pour évaluer efficacement la fiabilité a long terme du composant en identifiant les
localisations de défaut et ses mécanismes de défaillance.

Cependant, la phase d’élaboration de ces modéles de dégradation doit se prolonger, par une
phase d’acquisition de données sur un composant "test" afin de pouvoir définir de fagon pertinente
les valeurs "réelles" des parameétres du modéle. Cette acquisition est réalisée lors d’expérimenta-
tions grandeur nature du composant. Le modéle ainsi paramétré est beaucoup plus représentatif
du comportement réel de dégradation du composant. Cependant, les tests expérimentaux menés
sur le composant sont assez compliqués & mener a la fois en regard des conditions du contexte
du test mais surtout de leur durée puisque dans certains cas une dégradation n’est observable
qu’apreés plusieurs milliers d’heures de fonctionnement (e.g. 10000h pour la LED) [22]. Face a ce
probléme, il est possible de faire des tests accélérés ot les composants sont soumis a une condition
de stress plus élevée que normal. Les tests accélérés ont 'objectif de réduire la durée de vie du
composant en réduisant aussi la durée de test, bien que ce dernier peut rester relativement long
dans certains cas (e.g. 5000h pour la LED) [22].

Dans le test accéléré, les données peuvent étre divisées en deux types, en lien avec la durée
de vie et en lien avec la dégradation [22]. Le test accéléré ne va donc pas porter directement sur
le calcul de la durée de vie du composant mais plutét sur la mesure de la performance liée au
test de durée de vie accélérée (ALT) et/ou de test de dégradation accélérée (ADT) en sachant
que 'ADT est généralement plus approprié que l'alternative ALT [23]|. Ensuite, 'indicateur de
dégradation pour 'ADT est lié & la détérioration de performance du composant. En regard de
cet objectif, un plan de test accéléré est défini comme la conception des profils de contrainte
(stress constant, stress échelonné), la répartition des échantillons, la durée des tests, la fréquence
des mesures, les contraintes budgétaires, etc. [24].

A partir de cette double orientation "modéles de dégradation" et "test accéléré", plusieurs
constats généraux, genése de cette thése, sont & mettre en évidence en lien avec les objets de
recherche étudiés :

— L’évaluation de la fiabilité de composants optoélectroniques dit complexes est difficile

a appréhender a partir des modéles de la physique [3, 25]. En effet, I’établissement de
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modéles nécessite une compréhension suffisante des processus physiques conduisant a la
défaillance/ dégradation du composant. En particulier, il est difficile d’établir un modéle
dynamique de I’ensemble composant représentatif des multiples processus de dégradation
de chacun des éléments constituants. Ce modéle "global" doit résulter des influences qui
sont des facteurs de stress et des interactions de différents types entre les éléments en
sachant que ces interactions sont présentes a la conception et/ou lors du fonctionnement.

— Dans la plupart des cas, le test accéléré considére que le composant a une fonction unique.
La complexité des composants ameéne a évaluer la fiabilité des éléments constituants [26].
Par conséquence, il est nécessaire de faire de nombreux tests pour chaque élément et le test
est trés long pour évaluer la durée de vie de ces composants et le profil des dégradations.
En outre, les tests accélérés pour chaque élément ne sont pas efficaces dans une vision
composant car il existe des influences entre éléments du composant.

En complément & ces constats généraux, des constats spécifiques, au contexte CEA de la

thése sont aussi a considérer :

— Les composants optoélectroniques étudiés sont des composants en R&D, il n’y a pas donc
de REX relatif, par exemple, a I'exploitation d’une flotte de ces composants (les résultats
d’expérimentations antérieures sont peu nombreux).

— Les composants étant de type R&D, un composant complexe (ou un de ses éléments) par
rapport & un autre composant de méme type n’a pas un comportement strictement iden-
tique (maturité dans le développement) et peut donc présenter une variabilité importante.
Ceci implique de définir des modéles de dégradation par rapport & chaque occurrence de
composant afin qu’ils soient pertinents et proches de la réalité.

— Il n’existe qu'un nombre limité des composants disponibles.

Face a ces constats généraux et particuliers, la thése a donc pour objectif d’apporter des
contributions scientifiques qui ont & étre validées ensuite sur des cas applicatifs CEA. En ce sens,
la contribution majeure de la thése est de développer une méthodologie (générique)
d’optimisation de plan de test accéléré pour I’évaluation de la fiabilité de composants
optoélectroniques complexes.

Cette méthodologie est structurée autour de deux orientations clés s’articulant sur 3 verrous
scientifiques & traiter en regard des constats avérés. La premier verrou s’inscrit en regard du
défi d’optimisation du plan de test accéléré pour ’évaluation de la fiabilité des composants. A
ce verrou, nous proposons une contribution autour de la construction d’un plan de test accéléré
défini & partir d’'une combinaison de type de stress/niveau de stress & appliquer en test accéléré
puis sur son optimisation (plan de test accéléré optimal). L’optimisation est recherchée, pour le
plan de test, par la minimisation de la variance de tous les paramétres des modéles de dégradation
des composants du systéme étudié tout en respectant les contraintes des ressources disponibles
(nombre total de composants ; durée de test). Cette optimisation fait donc appel a des modéles de
dégradations pertinents et robustes. En ce sens, deux autres verrous scientifiques sont abordés : la
modélisation du processus de dégradation de I’élément en prenant compte des facteurs d’influence,
et le calcul de la fiabilité d’'un composant complexe en prenant en compte l'interaction entre
éléments. Ces verrous s’inscrivent dans le défi de développement d’un modéle de dégradation
pertinent et robuste, d’'un composant complexe & des fins de calcul de sa fiabilité. Face a ces
deux verrous, et en proénant une vision systéme, nous proposons de développer des modéles de
fiabilité de niveau composant complexe, a partir des connaissances disponibles et des processus
de dégradation élaborés (au niveau des éléments), afin d’offrir un moyen pour calculer/vérifier la
durée de vie du composant étudié avec un certain niveau de confiance.

Plus précisément, les trois contributions globales précédentes se déclinent en 4 contributions
particuliéres :
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— Investigation et formulation d’impacts de facteurs d’influence (I’auto-échauffement au ni-
veau élément et I'interaction d’états au niveau composant) sur le processus de dégradation
des éléments (ex. diode laser, photodiode) d’'un composant optoélectronique (contribution
Cl);

— Développement de modéles de dégradation permettant de tenir compte de I'impact de ces
facteurs d’influence (auto-échauffement) pour chacun des éléments (contribution C2);

— Extension de chacun des modéles de dégradation proposé au niveau élément pour calculer
la fiabilité d’un composant optoélectronique complexe constitué a partir de ses éléments
(contribution C3);

— Développement d’un plan optimisé de tests accélérés pour chacun des composants opto-
électroniques étudié (Contribution C4).

La proposition et la validation de ces 4 contributions sont issues d’un protocole de recherche
mélant développement scientifique et expérimentation. Plus spécifiquement ’expérimentation
consiste a appliquer les contributions a des éléments optoélectroniques tel que des émetteurs
(diode électroluminescence ou LED - Light emetting diode en anglais, diode laser ou LD - la-
ser diode) et puis des récepteurs (photodiode -PD) vis-a-vis des composants optoélectroniques
complexes (ce composant complexe pouvant s’appeler un véhicule de test en regard de la phase
d’expérimentation).

Ces 4 contributions sont défendues, présentées et argumentées au sein du manuscrit organisé
de la maniére suivante :

Le premier chapitre a pour objet de définir le contexte de la thése principalement en regard
de l'objet de recherche étudié mais aussi des problématiques qui s’y rapportent en lien avec
la fiabilité. En ce sens sont introduits les notions de composant électronique, de composant
optoélectronique en général puis dans le cas particulier CEA, en se référant & la nécessaire
évolution des composants simples vers des composants complexes (puces ou system-on-chip SoC)
pour répondre aux nouvelles applications. La notion de complexe est référencée en lien avec les
différents types de dépendances entre éléments du composant qui sont, soit maitrisées dés la
conception ou soit émergentes dans le fonctionnement. Cette notion de dépendance améne a se
poser, d'un point de vue scientifique, la question de la fiabilité de ces composants complexes et
surtout de son évaluation. De ce questionnement sont isolés 3 verrous non résolus dans ce contexte
précis. Il est dans un premier temps présenté la notion de tests accélérés comme une solution
alternative pour le test de fiabilité de ces composants. Cependant, le test accéléré doit étre évalué
a partir des éléments constituants. De plus, I'assurance d’un niveau de fiabilité donné requiert
une taille d’échantillon spécifique, indépendamment de la complexité inhérente de 1’élément de
base. Dans le cas ou il faut vérifier chaque élément, cela requiert un grand nombre d’éléments a
tester avec un nombre de tests important conduisant & un temps de test trés long. Le probléme
d’optimisation d’'un plan de test accéléré est ainsi introduit correspondant au premier verrou
scientifique auquel la thése doit s’attaquer. Ensuite, ce chapitre met en évidence, I'importance,
pour résoudre l'optimalité, de disposer de modéle de dégradation d’un composant complexe
afin de calculer sa fiabilité ce qui correspond au second verrou. Cependant, pour modéliser la
dégradation d’un composant complexe, il est nécessaire d’avoir les connaissances a priori des
processus de dégradation de chacun des éléments. Dong, le troisiéme verrou identifié se référe a
la modélisation de la dégradation d’éléments. Ces trois verrous étant définis, des contributions
vont étre proposés dans les chapitres suivants pour y répondre.

Le deuxiéme chapitre, avant les chapitres de contributions, décrit I’ensemble des outils et
moyens mis en oeuvre dans cette thése pour mener les expérimentations portant sur des éléments
optoélectroniques et composants complexes. Cette étape essentielle du protocole de recherche
suivi dans la thése, a pour objet la caractérisation et le suivi des paramétres de performances des
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composants choisis et étudiés, en donnant aussi des informations sur les facteurs d’influence des
dégradations et 'indicateur de dégradation. Le chapitre présente ainsi les éléments étudiés, tout
d’abord, des composants de base de type émetteur (diode électroluminescence ou LED, diode
laser ou LD) et puis ceux récepteurs (photodiode -PD). Ensuite le chapitre apporte des éléments
sur un composant "complexe" (assimilable & la notion de véhicule de test), qui est composé
d’une diode laser III-V, une photodiode PIN germanium et un guide d’onde silicium, le tout
ayant été intégré a un masque de fabrication par le laboratoire LIPS- CEA LETI. Enfin, toute
la plateforme d’expérimentation (I'infrastructure dans son ensemble), spécifiquement développée
pour la thése (tests des éléments et du composant complexe), est détaillée et la métrologique
des mesures implantées sur ce banc est présentée. Un argumentaire sur la dispersion statistique
des parameétres électro-optiques et thermiques avant le test accéléré des éléments/composants est
aussi donné sous contraintes de la température et du courant. Ces études ont pour but de définir
les marges opérationnelles de fonctionnement des éléments. Ces marges permettent d’ajuster les
niveaux de contraintes au test accéléré afin d’éviter 'apparition de mécanismes de dégradation
non représentatifs.

Le troisiéme chapitre est principalement un chapitre d’état de ’art pour argumenter la cré-
dibilité du choix initial des trois verrous scientifiques isolés globalement dans le chapitre 1. Ces
trois verrous portent sur 'optimisation de plan de test accéléré pour I’évaluation de la fiabilité de
composants complexes. En ce sens, le chapitre 3 aborde tout d’abord la problématique d’un mo-
dele de dégradation pour des éléments optoélectroniques (LED, LD, PD). Ensuite, un composant
complexe est introduit & travers la relation de décomposition en éléments. Cette relation met
en évidence clairement qu'un dysfonctionnement de I’élément peut impacter le fonctionnement
global du composant "complexe". Cela améne a justifier une premiére question liée & "Comment
modéliser le processus de dégradation d’éléments en prenant compte des influences ¢ ". De plus,
sur une vision "systéme" du composant complexe, il existe des interactions entre éléments. Sur
cette base et suite & un état de I’art autour de cette notion d’interactions dans 1’étude de fiabilité,
est introduit la seconde question liée & "Comment calculer la fiabilité d’un composant complexe
en prenant compte linteraction entre éléments ?". Cette notion de complexité est enfin référée a
la qualité/quantité des tests a faire pour évaluer expérimentalement la fiabilité du dit composant.
Ceci conduit & isoler une troisiéme question & attaquer : "Comment optimiser les plans de test
accéléré tout en assurant la bonne précision sur le calcul de fiabilité 2.

Le quatriéme chapitre a pour objet de présenter deux contributions (Contributions C1 et C3)
en lien avec le verrou sur la modélisation des modéles de dégradation pour un élément prenant en
compte des facteur d’influences. Pour illustrer et valider expérimentalement ces propositions, une
LED Cree EZ1000 a été choisie. Pour I’étude de I'impact des dépendances, une analyse a priori du
composant est réalisée. Tout d’abord, la structure de I’élément est présentée afin d’identifier des
paramétres de performance. Ensuite, la focalisation sur le flux d’énergie transformé par élément
permet d’analyser 'impact de dépendance sur cet élément. Ces travaux sont réalisés par une
modélisation multi-physique (avec I'outil COMSOL) et bien évidemment en duale une partie
expérimentale est menée. Pour la modélisation de dégradation, lorsque 'impact de dépendance
est quantifié, cela permet de le formuler sur le taux de dégradation modifié. Un modéle intégrant
I'impact de dépendance sur le processus de dégradation de I’élément est ensuite développé. La
formulation de la fiabilité de 1’élément est finalement dérivée.

Le cinquiéme chapitre traite de ’extension du modéle de dégradation proposé dans le cha-
pitre 4 (contribution C2) pour calculer la fiabilité d’un composant optoélectronique "complexe".
Ce chapitre propose par conséquent deux contributions scientifiques (extension de la contribu-
tion C1, contribution C3) cherchant a modéliser I'impact des interactions entre éléments d’un
composant "complexe" et & étendre des modéles de dégradation considérant I'impact de I'interac-
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tion. Pour souligner I'existence de I'influence d’un élément sur un autre, la notion de composant
optoélectronique "complexe" est décrite. La compréhension des propriétés du composant opto-
électronique, sur la base des études du flux d’énergie et des interactions possibles entre éléments
du composant étudié, aide & modéliser et a quantifier 'effet des interactions sur la dégradation
d’autre éléments. Ensuite, un modéle de dégradation prenant en compte les interactions sto-
chastiques entre éléments est développé pour chaque élément. Enfin, le modéle de calcul de la
fiabilité pour les deux niveaux d’éléments et de composant "complexe" est étudié, ce qui permet
d’aborder une contribution en regard du deuxiéme verrou scientifique.

Le sixiéme chapitre se référe au dernier verrou scientifique relatif & 'optimisation d’un plan
de test accéléré permettant de prendre en compte les impacts de la dépendance sur des éléments
optoélectroniques. Ceci permet de présenter et argumenter la contribution C4. Tout d’abord, un
rappel sur le plan de test accéléré et des constats du contexte CEA est présenté. Ceci a pour
objet de formuler mathématiquement le probléme d’optimisation. Ainsi, une approche permet-
tant d’obtenir un plan de test optimal est proposée en référence aux limitations des méthodes
actuelles :

— Le critére d’optimisation est formulé a I’aide du modéle de dégradation proposé dans les

chapitres 4 et 5;
— Une procédure de construction de plan de tests utilisant la simulation de Monte-Carlo et
I'inférence Bayésienne est justifiée ;

— L’algorithme de recherche d’un plan de test optimal est développé.

Enfin, pour clore cette thése, un résumé de la démarche scientifique et des conclusions/perspectives
sont énoncés dans la Conclusion générale et perspectives .
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1.1 Introduction

Ce chapitre a pour objet de définir le contexte de la thése principalement en regard de I'objet
de recherche étudié, mais aussi des problématiques qui s’y rapportent en lien avec la fiabilité.
En ce sens, dans la section 1.2, sont introduites les notions de composant électronique, de com-
posant optoélectronique en général puis dans le cas particulier CEA, contexte de la thése. Plus
précisément, ces notions se référent & la nécessaire évolution des composants simples vers des
composants complexes (puces ou system-on-chip SoC) pour répondre aux nouvelles applications
plus exigeantes en termes de services et de performances. La notion de composant complexe est
& comprendre comme des éléments en interaction pour délivrer le service global attendu. Par
rapport a ce contexte de composant complexe, les caractéristiques des composants optoélectro-
niques (composant complexe particulier) sont définies et précisées car ces composants sont ceux
étudiés dans le cadre de cette thése (objet de recherche). Ensuite, en section 1.3 est mis en évi-
dence I'impact de la complexité du composant optoélectronique sur I’évaluation de sa fiabilité.
En effet, dans cette évaluation sont a considérer les différents types de dépendances qui sont, soit
maitrisées dés la conception ou soit émergentes dans le fonctionnement, les facteurs de stress,
les conditions de fonctionnement ... Un focus particulier est fait sur les méthodes fondées sur
la physique du composant qui soulévent la question des tests & mener sur les composants pour
obtenir les données nécessaires & la paramétrisation du modéle de la physique élaboré. En ce
sens, est repositionné le principe de tests accélérés comme une solution alternative pour le test
de fiabilité de ces composants. Cependant, le test accéléré doit étre évalué a partir des éléments
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constituants. De plus, I’évaluation de la fiabilité requiert une taille d’échantillon spécifique, in-
dépendamment de la complexité inhérente de I’élément de base. Dans le cas ou il faut vérifier
chaque élément, cela requiert un grand nombre d’éléments & tester avec un nombre de tests im-
portant conduisant & un temps de test trés long. Le probléme d’optimisation d’un plan de test
accéléré pour un composant complexe est ainsi isolé comme un premier verrou scientifique auquel
la thése doit s’attaquer. Ensuite, est mise en évidence, I'importance, pour résoudre ’optimalité,
de disposer de modéles de dégradations d’un composant complexe afin de calculer sa fiabilité,
ce qui correspond au second verrou scientifique. Cependant, pour modéliser la dégradation d’un
composant complexe, il est nécessaire d’avoir au préalable les connaissances a priori des proces-
sus de dégradation de chacun des éléments. Ceci constitue le 3iéme verrou mis en avant pour la
thése. Enfin, les conclusions du chapitre sont données dans la section 1.4.

1.2 Evolution des composants électroniques

Depuis de nombreuses années, les composants électroniques (et plus spécifiquement ceux de
la microélectronique) sont utilisés dans de nombreuses applications présentes dans les systémes
militaires, les systémes de controle d’accés, les télécommunications, les équipements médicaux,
etc. Ces applications requérant de plus en plus de fonctionnalités avec des exigences de perfor-
mance accrues, elles ont pour conséquence une véritable évolution dans le développement de ces
composants, c¢’est-a-dire proner la nécessaire progression de composants simples (ex. une diode
utilisée dans les postes de radio) a des composants complexes apportant de réels services. Vis-
a-vis de ces composants, la notion de complexe est & rapprocher de la définition d’un systéme
complexe, c.-a-d. un ensemble d’éléments en interaction pour délivrer le service global attendu
[19]. Cette notion d’interaction entre éléments se construit sur différents types de dépendances
qui sont, soit présents dés la conception (ex. topologique, fonctionnel, physique), soit émergents
en regard du fonctionnement de ces composants (ex. propagation de dégradations, rayonnement).

La Figure 1.1 présente ’évolution d’un transistor simple vers un composant complexe - une
puce a éléments multiples. Dans ce cas, un transistor métal-oxyde-semiconducteur (ou MOS -
metal-oxide-semiconductor) simple, voir Figure 1.1.a), est constitué d’une source et d’'un drain
a travers lesquels les électrons peuvent circuler via un canal conducteur. Ce canal agit comme
un interrupteur, en fonction de la charge électrique de la grille. Selon la polarité de la grille, le
canal conducteur est ouvert ou fermé. La fiabilité du transistor est calculée assez simplement
grace a la dégradation d’un paramétre électrique [27]. Compte tenu des exigences des nouvelles
applications, ce composant se doit d’évoluer. Il doit étre combiné avec des éléments tels que des
transistors, diodes laser, photodiode, résistances, etc., voir Figure 1.1.b). Ce composant devient
donc un composant complexe. L’évaluation de la fiabilité est donc plus difficile a formuler en
considérant des dégradations des éléments électriques, optiques, etc. [26].

a) b)

FIGURE 1.1 — Exemple d’une évolution du composant électronique ; a) Un transistor simple; b)
Un composant complexe sur puce |1, 2]
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Au global, au sein de ces composants complexes, il est possible de retrouver trois fonctions
principales, a savoir la conversion optoélectronique, le traitement des signaux électroniques et le
traitement des signaux optiques [19], comme l'illustre la Figure 1.2. Ces fonctions sont suppor-
tées au sein d’une structure en puce comportant des interfaces a l'intérieur de chaque élément
et entre les éléments d’un tel composant optoélectronique. Dans ce cas, un composant complexe
se construit a partir d’éléments discrets (éléments optiques et électriques) ou intégrés tels que
des émetteurs, des détecteurs, des circuits intégrés électroniques (ICs), des circuits intégrés pho-
toniques (Ples) ou des circuits intégrés optoélectroniques [3]. En particulier, les circuits intégrés
optoélectroniques (OEIC) combinent des dispositifs de conversion optoélectronique, a savoir des
émetteurs et des détecteurs de lumiére, avec des circuits électroniques pour la mise en ceuvre des
fonctions de traitement du signal. Le matériau du substrat est choisi parmi les semi-conducteurs
de sorte que les dispositifs optoélectroniques ayant des longueurs d’onde utiles et les dispositifs
électroniques peuvent étre facilement fabriqués sur un substrat commun. Les formes des signaux
d’entrée et de sortie sont différentes dans les OEICs; I'une est optique et I’autre électronique.

Optoelectronic

conversion
- | \
(=i O/E/O }:7'.:“ Lasers and
0 I-A |0 photodetectors o
. | |
\_Integrated opn‘calA ? - (o’
functional devices ke
QEICs —
Integrated optics L1 e
— and PICs > Electronic signal
' d f Electronic :
|' . - circuits processing
@ °° &
o o Optical waveguides
and micro-optics
Optical signal
processing

FIGURE 1.2 — Trois grandes catégories d’intégration optoélectronique [3|

Cette caractérisation de structure du composant est montrée dans la Figure 1.3 qui illustre une
hiérarchie de structure en puce comportant des interfaces a I'intérieur de chaque puce et entre les
puces. Cette structure se compose d’un niveau "composant", puis d’un niveau de module. Comme
le module peut contenir les nombreux composants actifs ou passifs, optiques ou électroniques cités
ci-dessus, il s’agit véritablement d’un module multi-technologique ou le module peut contenir
plusieurs circuits intégrés ainsi que des composants électriques passifs, tous reliés par un substrat
multi-couche. Cette approche de 'intégration hybride est connue sous le nom de module multi-
puce (ou MCM - Multi-chip-module en anglais). Pour les niveaux restants, il s’agit d’un niveau
de carte et d’une communication électrique/optique entre les cartes.
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[ Component Level I

ICs, OEICs, discrete devices
I Platform Level |
Substrate:laminate, metal, ceramic, silicon
I Module Level I

Multichip package
I Board Level I

Printed wiring board

l Frame Level l

Rack, cabinet

FIGURE 1.3 — Hiérarchie de ’emballage pour les systémes multipuces [3]

Par conséquent, cette évolution des composants est nécessaire pour offrir des services plus
importants en fonction des besoins des applications. En effet, des composants complexes comme
le composant optoélectronique ont un statut particulier du fait de leur double aspect électro-
nique et photonique. Ils sont constitués par des éléments tels que : des capteurs ou photodiodes
qui permettent la conversion de photons en charges électriques; des émetteurs (diode laser ou
DEL) qui réalisent la conversion inverse ; des amplificateurs, modulateurs, etc. Le développement
de ces composants complexes est donc basé sur des principes d’intégration (intégration monoli-
thique et intégration hybride), voir Fig. 1.4, permettant alors de connecter des fonctions de base
(photodétection, émission de lumiére, modulation de lumiére) grace aux guides d’ondes optiques.

i i i

I Monolithic integration

[T AT T ee— s A T e T A T e s SR

Hybrid Integration

Hybrid photonic

FIGURE 1.4 — Les différentes approches de la conception de puces photoniques en silicium [4]

— L’intégration monolithique

: elle fait référence a un composant ou les fonctions op-

tiques sont toutes implémentées en utilisant le méme matériau comme le phosphore d’in-
dium ou l’arséniure de gallium, voir la Figure 1.5. Un exemple est un laser & modulation
externe qui combine le laser et le modulateur ou un autre exemple est le circuit intégré
photonique de 1,2 térabit d’Infinera qui combine des centaines de fonctions optiques [4].

a)

Siconsbstate

t
Waregide (50,

FIGURE 1.5 — Exemple d’optoélectronique monolithique ; a) Section transversale ; b) Micropho-

tographie [5]
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— L’intégration hybride : elle consiste & construire un circuit intégré photonique en utili-
sant deux matériaux ou plus. L’avantage de ’approche hybride est que le meilleur matériau
peut étre utilisé pour chaque fonction optique individuelle. Mais les différents matériaux
doivent étre combinés, ce qui présente ses propres défis de conception et de fabrication. Ce
type d’intégration est celui majoritairement retenue au CEA LETI, organisme initiateur
de cette these.

MCM

GaAs Electronics

Laser Array

FIGURE 1.6 — Exemple de l'intégration hybride des optoélectroniques [4]

En effet, cette complexité des composants optoélectroniques, vis-a-vis de la problématique de
leur intégration hybride, est fortement présente dans les composants étudiés au sein du CEA LETI
de Grenoble. Le CEA se focalise sur des composants optoélectroniques intégrant, par exemple,
une diode laser DBR III-V/silicium et un modulateur Mach-Zehnder (MZM) sur silicium, voir
la Figure 1.7 [6]. Ces composants optoélectroniques sont donc les « objets de recherche » étudiés
dans cette thése, objets congus et fournis en expérimentation par le CEA LETI.

n-contact I
thick to thin heating mirror

Silicon mode | PRI

waveguides - i
g Bacomtact ‘transformer

FIGURE 1.7 — Vue de dessus du transmetteur hybride III-V /silicium |[6]

Ces composants complexes, étant utilisés dans de nombreuses applications a risques (ex.
les télécommunications, les systémes militaires, etc.), ils leurs sont demandés de plus en plus de
fonctionnalités avec des exigences de performance accrues [28], tels que la puissance optique, 'in-
tensité du courant, etc. En outre, les performances de ces composants sont trés sensibles aux fac-
teurs d’influence tels que la condition d’environnement (température, humidité, courant, etc.) et
facteur d’interaction de différents types (conception topologique, fonctionnelle ; fonctionnement-
propagation de dégradation). En ce sens, une des caractéristiques essentielles de ces composants
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est leur fiabilité, o la fiabilité est définie comme la performance d’un composant, & accomplir
une fonction requise, dans des conditions données, pour une "période de temps donnée" [20]. De
plus, cette performance de fiabilité du composant est a relier & la performance de chacun des
¢éléments constituant ce composant (puisque complexe). Donc, le calcul de la fiabilité d'un com-
posant complexe n’est pas toujours facile a calculer [3, 25| car les paramétres de performances du
composant sont beaucoup plus complexes et difficiles & mesurer, et les paramétres de performance
de I’élément que I'on ne peut pas laisser se dégrader varient d’une application a 'autre.

Par conséquent, I'étude de cette fiabilité est une problématique majeure & résoudre et par
voie de conséquence la question scientifique clé abordée dans cette thése. Sur cette dualité, objet
de recherche (composant optoélectronique du CEA) et problématique scientifiques (fiabilité du
composant optoélectronique complexe) s’est construite cette thése a travers une collaboration
forte entre le Laboratoire d’Assemblage et Intégration Photonique (LAIP), CEA LETT Grenoble
et le département de recherche en Ingénierie des Systémes Eco-Techniques complexes (ISET) du
CRAN UMR CNRS 7039 - Université de Lorraine.

1.3 Meéthodes d’évaluation de la fiabilité d’un composant opto-
électronique

Comme illustré précédemment, la problématique d’évaluation de la fiabilité, est une problé-
matique essentielle pour les composants complexes.

D’aprés la norme de la Commission Internationale d’Electrotechnique, la fiabilité est définie
comme la performance d’'un composant, & accomplir une fonction requise, dans des conditions
données, pour une "période de temps donnée" [20]. Vis-a-vis de cet accomplissement, un com-
posant est considéré comme défaillant lorsque sa performance a dépassé un seuil critique [28].
En regard de ce besoin de maitriser la fiabilité du composant complexe, il est donc nécessaire
de disposer d’outils d’évaluation principalement a partir des informations de durée de vie ou
de durée de vie résiduelle (RUL - remaining useful lifetime). Vis-a-vis de ces outils/méthodes
d’évaluation de la fiabilité d’un composant, il est possible de distinguer des méthodes fondées sur
les données (ou data-driven en anglais) [21], des méthodes fondées sur la physique (ou physics-
based en anglais) [22|, voire des méthodes hybrides [21]. Les méthodes basées sur la physique,
principalement celles utilisées au CEA, ont pour objet de modéliser les différents mécanismes de
dégradation du composant et permettre ainsi de mieux comprendre les causes réelles pouvant
amener (& partir de la dégradation liée a la détérioration de performance) a la défaillance et par
voie de conséquence, en anticipation, de mieux concevoir le composant. Dans tous les cas, ces
approches sont un outil majeur pour évaluer efficacement la fiabilité a long terme du composant
en identifiant les localisations de défaut et ses mécanismes de défaillance.

Cependant, la phase d’élaboration de ces modéles de dégradation doit se prolonger, par une
phase d’acquisition de données sur un composant "test" afin de pouvoir définir de fagon pertinente
les valeurs "réelles" des parameétres du modéle. Cette acquisition est réalisée lors d’expérimenta-
tions grandeur nature du composant. Le modéle ainsi paramétré est beaucoup plus représentatif
du comportement réel de dégradation du composant. Cependant, les tests expérimentaux menés
sur le composant sont assez compliqués a mener & la fois en regard des conditions du contexte
du test, mais surtout de leur durée puisque dans certains cas une dégradation n’est observable
qu’aprés plusieurs milliers d’heures de fonctionnement (e.g. 10000h pour la LED) [22]. Face a ce
probléme, il est possible de faire des tests accélérés (AT ou Acceleration test en anglais) ou les
composants sont soumis & une condition de stress plus élevée que normale. Les tests accélérés
ont 'objectif de réduire la durée de vie du composant en réduisant aussi la durée de test, bien
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que ce dernier puisse rester relativement long dans certains cas (e.g. 5000h pour la LED) [22].

La fiabilité de composant est donc vérifiée par des tests accélérés. Une méthode d’accélération
est une fagon d’augmenter le taux d’utilisation ou d’utiliser des niveaux plus élevés de la condition
normale pendant ’AT. La méthode d’accélération du taux d’utilisation s’applique davantage
aux composants qui ne sont pas utilisés en permanence [29]. Les tests peuvent étre accélérés en
augmentant simplement le nombre d’heures de fonctionnement par unité de temps [30]. Lorsqu’il
n’est pas possible et/ou efficace de faire échouer le composant & un taux d’utilisation plus élevé,
des méthodes d’essai de contrainte accélérées peuvent étre envisagées [22].

Dans le test accéléré, les données peuvent étre divisées en deux types soit en lien avec la durée
de vie soit en lien avec la dégradation [22]. Le test accéléré ne va donc pas porter directement
sur le calcul de la durée de vie du composant, mais plutot sur la mesure de la performance liée
au test de durée de vie accélérée (ALT) et/ou de test de dégradation accélérée (ADT) en sachant
que 'ADT est généralement plus approprié que l'alternative ALT [23|. Ensuite, I'indicateur de
dégradation pour PADT est lié & la détérioration de performance du composant. En regard de
cet objectif, un plan de test accéléré est défini comme la conception des profils de contrainte
(stress constant, stress échelonné), la répartition des échantillons, la durée des tests, la fréquence
des mesures, les contraintes budgétaires, etc. [24].

Vis-a-vis des contraintes (stress) de chargement, quatre types sont largement utilisés : contrainte
constante, contrainte échelonnée, contrainte progressive et contrainte cyclique [22|. La Figure 1.8
montre les différents types de chargement de stress généralement appliqués dans les ATs.

Contrainte Contrainte
_ Profil 2
Profil 3
- e 1] 2 :
— Profil 2 Profil 1
Profil 1
Temps Temps
(a) Contrainte constante (b) Contrainte échelonnée
Contrainte . 2
Profil 2 Contrainte

Profil 1 /\ /\ /\ /\ Amplitude
Moyenne
\/ \/ \/ \ H Etendu

Temps Temps

(c¢) Contrainte progressive (d) Contrainte cyclique

FIGURE 1.8 — Profils de tests accélérés [7]

La Figure 1.8.a montre le profil de la contrainte constante qui est la plus couramment ap-
pliquée dans les ATs [31, 32, 33]. Le temps de calcul, la facilité d’application de la contrainte et
la disponibilité des modéles théoriques existants sont les principaux facteurs qui rendent 1'utili-
sation d’une charge & contrainte constante favorable. Néanmoins, I'utilisation d’un chargement
& contrainte constante peut parfois ne pas entrainer de défaillances pendant une période d’es-
sal spécifiée et nécessite généralement une longue durée d’essai. Pour remédier & ce probléme,
la charge de contrainte échelonnée produit des défaillances relativement plus rapidement qu’un
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essal & contrainte constante [34, 35| (Figure 1.8.b). Dans un test de contrainte échelonnée, le
composant est soumis & une contrainte constante pendant une période de temps spécifique, puis
la contrainte est augmentée jusqu’au niveau supérieur suivant. Ce processus se poursuit jus-
qu’a ce que ’élément échoue ou soit que le test se termine (censuré). Les inconvénients de I’AT
sous contrainte échelonnée sont la difficulté de I'estimation des paramétres et de I'extrapolation
de la fiabilité aux conditions de fonctionnement normales, et les risques d’introduction de nou-
veaux modes de défaillance [24]. Une autre alternative consiste alors & appliquer une charge de
contrainte progressive et cyclique dans I’AT (Figure 1.8.c et Figure 1.8.d). Dans un test accéléré
de contrainte progressive, les éléments sont soumis & une contrainte qui augmente continuellement
pendant la période d’essai [36].

De plus, au dela des types de stress a appliquer, la reproductibilité est toujours souhaitée dans
ces tests d’accélération, c’est pourquoi le test de fiabilité est effectué conformément aux normes
de test telles que JIS (Japan Industrial Standards), MIL (Military Standard), IEC (International
Electrotechnical Commission), et JEDEC (Solid State Technology Association). Par exemple, la
Figure 1.9 montre les éléments typiques d’un processus de test accéléré pour une puce de circuit
intégré (IC) qui suit la norme JESD47G. 1l s’agit de plusieurs types de contraintes telles que
température, tension, humidité, etc., et le chargement de la contrainte est constant, cyclique. Il
y a donc besoin d’un nombre de tests trés importants et des tests trés longs.
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FIGURE 1.9 — Exemple d’un processus de test accéléré pour une puce de circuit intégré [8]

Dans la plupart des cas, le test accéléré considére que le composant a une fonction unique.
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Ce n’est pas le cas de 'objet d’étude de la thése. Or, pour le composant complexe, il est aussi
nécessaire d’évaluer la fiabilité des éléments constituants [26]. De plus, I’assurance d’un niveau de
fiabilité donné nécessite une taille d’échantillon spécifique, quelle que soit la complexité inhérente
de I’élément. Ainsi, le cotit d’'un échantillon des composants complexes est élevé par rapport
au cotit d’'un échantillon de méme taille d’éléments discrets, méme si certaines économies sont
réalisées en évitant des programmes de fiabilité distincts pour chaque type de composant différent.
Cette augmentation du colt peut étre allégée dans une certaine mesure par 'utilisation de
techniques d’accélération sous fortes contraintes pour de petits échantillons.

De plus, vis-a-vis de la vision composant optoélectronique "complexe" dans le contexte de
R&D du CEA, plusieurs constats sont & mettre en évidence :

— Les composants étudiés sont des composants en R&D, il n’y a pas donc de REX relatif par
exemple & l'exploitation d’une flotte de ces composants (les résultats d’expérimentation
sont peu nombreux).

— Les composants étant de type R&D, un composant complexe (ou un élément) par rap-
port & un autre composant de méme type n’a pas un comportement strictement identique
(maturité dans le développement) et peut donc présenter une variabilité importante. Ceci
implique de définir des modéles de dégradation par rapport & chaque occurrence de com-
posant afin qu’il soit pertinent.

— Il n’existe qu'un nombre limité des composants disponibles.

Par conséquent, en considérant la spécificité du contexte CEA sur ces composants, il est
nécessaire de faire de nombreux tests pour chaque élément et le test est trés long pour évaluer
la durée de vie de ces composants et le profil des dégradations. En outre, les tests accélérés pour
chaque élément ne sont pas efficaces, car il existe des influences entre éléments du composant.
Face & ces constats et vis-a-vis de l'objet d’étude de la thése, un premier verrou a résoudre
scientifiquement est "l’Optimisation d’un plan de test accéléré pour un composant complexe de
type optoélectronique”.

Cette optimisation fait donc appel & des modéles de dégradations d’'un composant com-
plexe. En effet, I’établissement de modéles nécessite une compréhension suffisante des processus
physiques conduisant & la défaillance/ dégradation du composant. En particulier, il est difficile
d’établir un modéle dynamique de I’ensemble composant représentatif des multiples processus
de dégradation de chacun des éléments constituants. Par conséquent, le processus de défaillance
d’un composant complexe est généralement lié¢ aux processus de dégradation de plusieurs in-
dicateurs de performance, qui présentent souvent des caractéristiques différentes. De plus, les
processus de dégradation sont affectés par les profils d’exploitation et les conditions de travail, ce
qui entraine une dépendance entre les indicateurs au sein des multiples processus de dégradation,
et une variabilité entre les éléments au sein du composant complexe. Ce modéle "global" doit
résulter des facteurs d’influence qui sont des facteurs de stress et des interactions de différents
types entre les éléments en sachant que ces interactions sont présentes a la conception et/ou lors
du fonctionnement. Pour résoudre I'optimalité et répondre au premier verrou, il faut donc aussi
disposer d'un "Modéle de dégradation pertinent et robuste, d’un composant complexe a des fins
de calcul de sa fiabilité", ce qui correspond au second verrou.

Ce verrou implique de s’interroger sur les connaissances a priori des processus de dégradation
de chacun des éléments constituants. Deux modéles de dégradation potentiellement utilisables
sont : le modeéle de dégradation déterministe et le modéle de dégradation stochastique [37].

En utilisant un modéle déterministe, la trajectoire de dégradation d’un élément est décrite
par une fonction linéaire ou non linéaire du temps avec un ou plusieurs paramétres dépendant de
la contrainte [37]. Dans un modéle de processus stochastique, les mesures de dégradation dans le
temps et la variabilité inhérente du processus de dégradation sont incorporées dans un processus
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stochastique. Récemment, plusieurs processus stochastiques largement éprouvés ont été utilisés
pour modéliser les données ADT, telles que le processus de Wiener, le processus de mouvement
Brownien, le processus gamma et le processus gaussien inverse (IG) [37].

Cependant, dans le contexte d’un composant dit complexe, 'incrément de dégradation d’un
élément peut dépendre de la condition opérationnelle (facteur de stress), de son niveau de dé-
gradation actuel ainsi que du niveau de dégradation des autres éléments. Plusieurs variantes du
modéle proposé peuvent étre spécifiées :

— Non prise en compte des effets intrinséques et d’interaction, et le modéle proposé devient
un modéle de base décrivant le comportement de dégradation homogéne des éléments
indépendants [38] ,

— Non prise en compte des effets d’interaction et le modéle proposé devient un modéle de
base décrivant le comportement de dégradation non homogéne [39],

— L’augmentation du niveau de dégradation de 1’élément ne dépend pas de I’état du com-
posant lui-méme, mais dépend de I’état de 'autre élément [40, 41, 42],

— L’augmentation du niveau de dégradation de 1’élément dépend de la condition opération-
nelle, de I’état de lui-méme ainsi que de I’état de I'autre élément.

Par rapport & ces différentes formes des dégradations, des effets, etc., il est nécessaire de

s'attaquer a la "Modélisation de la dégradation des éléments du composant”, troisiéme verrou
abordé dans cette thése.

1.4 Conclusion et problémes posés

Avec le développement des technologies, les composants électroniques deviennent de plus
en plus complexes avec des multiéléments et multifonctionnements. En ce sens, la notion de
composant complexe est & comprendre comme des éléments en interaction pour délivrer le service
global attendu. Cette notion d’interaction se construit sur différents types de dépendances qui
sont, soit maitrisées dés la conception ou soit émergentes dans le fonctionnement. Le composant
complexe spécifiquement objet d’étude de cette thése est le composant optoélectronique congu
et fourni par le CEA LETI. Ces composants, étant utilisé dans de nombreuses applications &
risques (ex. les communications, systéme militaire), une de leurs caractéristiques essentielles est
leur fiabilité qui est trés sensible aux facteurs d’influence tels que la condition d’environnement
(température, humidité, courant, etc.) et le facteur d’interaction de différents types (conception
topologique, fonctionnelle ; fonctionnement-propagation de dégradation).

En regard de ce besoin de maitriser la fiabilité du composant complexe, le test accéléré
de type ADT est utilisé afin d’élaborer des modéles de dégradation. Ensuite, 'indicateur de
dégradation pour 'ADT est lié a la détérioration de performance du composant. Cependant, la
phase d’élaboration de ces modéles de dégradation doit se prolonger, par une phase d’acquisition
de données sur un composant "test" afin de pouvoir définir de facon pertinente les valeurs "réelles"
des paramétres du modéle. Cette acquisition est réalisée lors d’expérimentations grandeur nature
du composant. En regard de cet objectif, un plan de test accéléré est nécessairement défini.

A partir de cette double orientation "modéles de dégradation" et "test accéléré", plusieurs
constats généraux, genése de cette thése, ont été mis en évidence dans ce chapitre en lien avec
les objets de recherche étudiés :

— Il est difficile d’établir un modéle dynamique de I’ensemble composant complexe repré-
sentatif des multiples processus de dégradation de chacun des éléments constituants. Ce
modele "global" doit résulter des influences qui sont des facteurs de stress et des interac-
tions de différents types entre les éléments en sachant que ces interactions sont présentes
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a la conception et/ou lors du fonctionnement.

— 1l est nécessaire de faire de nombreux tests pour chaque élément et le test est trés long
pour évaluer la durée de vie de ces composants et le profil des dégradations. En outre, les
tests accélérés pour chaque élément ne sont pas efficaces, car il existe des influences entre
éléments du composant.

Face a ces constats généraux et particuliers, la thése a donc pour objectif d’apporter des
contributions scientifiques qui vont étre ensuite validées sur des cas applicatifs CEA. En ce sens, la
contribution scientifique majeur de la thése est de développer une méthodologie d’optimisation de
plan de test accéléré pour I’évaluation de la fiabilité de composants optoélectroniques complexes.

Les contributions scientifiques proposées dans cette thése, doivent répondre a trois verrous
identifiés dans ce chapitre :

— La modélisation du processus de dégradation au niveau élément en prenant en compte

des facteurs d’influence ;

— La prise en considération d’interaction entre éléments dans leurs processus de dégradations
pour I'évaluation de la fiabilité d’un composant optoélectronique étudié ;

— Le développement d’une méthode d’optimisation efficace pour la recherche d’un plan de
test accéléré optimal.

Le chapitre 2 suivant va présenter en détail les objets de recherche de la thése et la plateforme

d’expérimentation. Puis, ces trois verrous seront reprécisés dans 1’étude de bibliographie du
chapitre 3 afin de définir les contributions scientifiques a aborder.
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2.1 Introduction

Dans le chapitre 1, le contexte global de la thése est présenté avec notamment la probléma-
tique de I’évaluation de la fiabilité de composants complexes plus spécifiquement des composants
optoélectroniques de ceux fabriqués au CEA LETI. Ce chapitre décrit donc I'ensemble des outils
et moyens mis en ceuvre dans cette thése en termes d’expérimentation en regard de ces com-
posants optoélectroniques. Cette étape d’expérimentation essentielle du protocole de recherche,
suivi dans la thése, a pour objet la caractérisation et le suivi des paramétres de performances des
composants choisis et étudiés, en donnant aussi des informations sur les facteurs d’influence des
dégradations et les indicateurs de dégradation. Ce chapitre présente ainsi les éléments étudiés,
tout d’abord, des éléments de base de type émetteur (diode électroluminescence ou LED - Light
emetting diode en anglais, diode laser ou LD - laser diode) et puis ceux récepteurs (photodiode-
PD). Ensuite ce chapitre apporte des éléments sur un véhicule de test, composant complexe,
qui est composé d’une diode laser III-V, une photodiode PIN germanium et un guide d’onde
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silicium, le tout ayant été intégré par le laboratoire LIPS- CEA LETI. Enfin, toute la plateforme
d’expérimentation, spécifiquement développée pour la thése (tests des éléments et du composant
complexe), est détaillée. Un argumentaire sur la dispersion statistique des paramétres électro-
optiques et thermiques avant le test accéléré des éléments est aussi donné sous les conditions de
la température et du courant. Ces études ont pour but de définir les marges opérationnelles de
fonctionnement des éléments. Ces marges permettent d’ajuster les niveaux de contraintes au test
accéléré afin d’éviter I'apparition de mécanismes de dégradation non représentatifs.

En cohérence avec les éléments précédents, le chapitre 2 est organisé comme suit. Dans
un premier temps, les structures des éléments/composants optoélectroniques étudiés au cours
de cette thése sont présentées dans la section 2.2. Puis, les différentes caractérisations électro-
optiques et thermiques mises en place, ainsi que la plateforme d’expérimentation associée sont
décrits dans la section 2.3.

2.2 Composants optoélectroniques étudiés

Dans le contexte d’évolution des composants électroniques, le composant optoélectronique est
totalement représentatif de cette évolution des composants simples aux composants complexes
(voir le chapitre 1). Ils sont constitués par des éléments tels que : des capteurs ou photodiodes
qui permettent la conversion de photons en charges électriques; des émetteurs (diode laser ou
DEL) qui réalisent la conversion inverse ; des amplificateurs, modulateurs, etc. Dans cette thése,
les composants optoélectroniques dits complexes, sont les objets étudiés principalement pour
I’évaluation de leur fiabilité.. Vis-a-vis de ces objets de recherche, nous précisions ci-aprés, la
structure et les caractérisations des éléments optoélectroniques de base tels que LED, LD, PD,
pour finalement décrire un composant complexe - véhicule de test.

2.2.1 Elément émetteur - LED
2.2.1.1 Description des LEDs

La diode électroluminescence (DEL) (ou Light emitting diode -LED) est une diode & jonction
PN réalisée sur un matériau semi-conducteur & recombinaisons radiatives. Lorsque la LED est
polarisée dans le sens direct, sous l'effet du courant d’alimentation, les électrons (de plus grande
mobilité) de la région n sont injectés vers la région p ou ils sont minoritaires et se recombinent
avec les trous dans une région au voisinage de la jonction, limitée par leur longueur de diffusion,
appelée zone active (voir Figure 2.1).

a)  pcontact b) 3]
(Wire bond)

n-contact
(Wire bond)

Active layer

FIGURE 2.1 — Trois principales structures d’une puce LED ; a) Puce conventionnelle (Conven-
tional Chip-CC; b) Puce en couche mince verticale Vertical Thin Film-VTF; ¢) Puce retournée
(Flip chip- FC) [9]

Ils donnent ainsi lieu & un faisceau lumineux, donc de longueur d’onde, conditionné par la
composition et I’état du matériau de type p dans lequel se produit I’essentiel des recombinai-
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sons. La lumiére émise peut ainsi étre du domaine de radiations proches infrarouges, visibles ou
ultraviolettes.

A partir de ce contexte de la LED, la Figure 2.2 présente une évolution de packaging de
LED en regardant le management thermique. Un boitier de LED monté sur une carte de circuit
imprimé est composé d’'un encapsulant qui joue le réle de lentille et détermine ’angle d’émission
lumineuse, d’une puce, d’un fil de liaison, d’une fixation de la puce, d’une cosse thermique et d’un
joint de soudure. A ce jour, les embases sont les PCB en forme d’étoile (REBEL STAR) qui sont
de type céramique, cuivre ou aluminium. Ceci permet notamment des facilités technologiques en
plagant plusieurs puces sur la méme embase.
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FIGURE 2.2 — Boitier de LED assemblé avec une carte de circuit imprimé (PCB) [10]

2.2.1.2 Caractéristiques statiques et de performance des LED

Comme tout dispositif électronique, une LED est définie a l'aide de paramétres électriques
et optiques.

Pour le paramétre d’optique, nous nous intéressons notamment & la puissance optique délivrée
(Popt) en fonction du courant fourni & I’élément (1) ; un exemple de la courbe de P(I) est donné
sur la Figure 2.3.

0.8

Optical Power  (mW)

Threshold (In)

0 50 100 150 200
Current (mA)

FIGURE 2.3 — LED - Puissance optique en fonction du courant d’alimentation

Dans la Figure 2.3, il y a I’émission de puissance au-dela du courant seuil (I3,), ensuite la
puissance varie d’une fagon linéaire du courant jusqu’a une valeur maximale (Py,q;), & partir de
laquelle elle diminue. Au-dessus du seuil, la puissance est une fonction linéaire du courant :

hv
Popi(I) = ndiff?(l — Iin) (2.1)
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ou ng;fs est efficacité optique; h est la constante de Planck (6.63 x 10*3413) ; v la fréquence ;
q est la charge d’électron.

Le paramétre d’efficacité optique correspond & la pente de la P, (I), dans sa partie linéaire.
L’analyse de ses variations apporte une indication sur 1’état de la région active de LED, qui
nous renseigne sur la proportion de recombinaison non radiative par rapport aux recombinaisons
radiatives.

La Figure 2.4 montre un exemple de caractéristique I-V en linéaire et en Semilog.
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FIGURE 2.4 — Exemple de caractéristiques I-V; a) Echelle linéaire ; b) Echelle Semilog [9]

La caractéristique I-V en linéaire permet d’obtenir une information sur la résistance série de
I’élément et, aprés un bilan de puissance, de calculer la puissance dissipée. La résistance série de
la LED est déterminée par la pente de la courbe caractéristique I-V au-dessus de la tension de
seuil. En outre, la caractéristique I-V en Semilog, permet de situer le défaut dans la LED [43].

Caractéristique de la performance : Parmi des caractéristiques statiques telles que la
puissance optique, le courant de seuil, résistance série, etc., il est nécessaire de choisir une ca-
ractérisation de performance & suivre pendant le test accéléré afin d’établir le processus de
dégradation de la LED. Selon I'llluminating Engineering Society of North America (IESNA), la
puissance optique a été choisie comme la caractéristique de performance de la LED [44]. Une
LED est considérée comme défaillante lorsque sa puissance optique atteint un seuil critique. Le
seuil critique d'une LED est d’environ 70 % de la valeur initiale de la puissance optique de LED,
appelée Lryg.

2.2.2 Elément émetteur - Diode laser
2.2.2.1 Description des diodes laser

Fondamentalement, une diode laser est un amplificateur optique semi-conducteur converti en
oscillateur en utilisant un chemin avec rétroaction optique, comme le montre la Figure 2.5. Un
signal lumineux d’entrée (fourni par I’émission spontanée dans le cas des diodes laser) est amplifié,
et la sortie retourne & l'entrée par la boucle de rétroaction, pour étre a nouveau amplifiée. Le
processus se poursuit jusqu’a ce que le gain de 'amplificateur sature et qu'un état d’équilibre
soit atteint.
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FIGURE 2.5 — Schématisation des mécanismes d’établissement de ’oscillation laser dans une
cavité [11]

Puis, la cavité résonante supporte un certain nombre d’ondes stationnaires, ou modes. Comme
I'illustre la Figure 2.6, ces derniers apparaissent lorsque la longueur de la cavité est un multiple
d’une demi-longueur d’onde. Si le résultat de gain est suffisant pour surmonter les perturbations
d’un mode résonant de la cavité, on dit que ce mode a atteint son seuil et qu'une lumiére
relativement cohérente est émise. La cavité résonante fournit la rétroaction positive nécessaire
au rayonnement amplifié, de sorte qu’une oscillation laser peut étre établie et maintenue au-dessus
des niveaux de seuil.

(a) Mode selection filter (b)
! Gain 39 5 \
= — 03 - I Lasin
k7 8 [flomgsecin 1) modegc e
w Rk % iliter \’ avity modes
Gain medium VAR AR l_l

Mirror 2 Mirror 1 A

FIGURE 2.6 — a) Vue schématique des différents éléments nécessaires a la constitution d’un
laser pour une longueur d’onde unique; b) Caractéristiques spectrales des diodes laser pour un
fonctionnement en mode unique [12]

Sur la base du procédé d’amplification, une diode laser Fabry Pérot (FP) est illustrée sché-
matiquement a la Figure 2.7. La diode laser FP consiste en un parallélépipéde rectangle d’un
semiconducteur & bande interdite directe, généralement un semiconducteur composé III-V tel
que le GaAs ou I'InP; incorporant une jonction p-n polarisée dans le sens direct et fortement
dopée pour fournir le milieu de gain optique dans une cavité résonante. Puis, la diode laser FP
consiste en un guide d’ondes délimité par deux faces clivées perpendiculairement sur le plan de la
jonction qui forment deux miroirs semi-transparents, le clivage consistant & réaliser une cassure
nette et paralléle & un plan réticulaire. Les autres cotés de la structure sont rugueux pour éviter
des réflexions sur les autres faces de la structure.

Current injection

Electrode

< _ >
Light

Mirror Mirror
i/ o~ Electrode

Cavity & Gain medium

FIGURE 2.7 — Illustration d’une puce diode laser trés basique [13]

41



Chapitre 2. Caractérisation des composants optoélectroniques étudiés et Plateforme d’expérimentation

D’autres structures existent, intégrant ce que I'on appelle un "réseau de Bragg", une structure
périodique dont les éléments sont espacés d’une période définie, et qui diffracte la lumiére suivant
un angle défini. Le fait que le réseau de Bragg puisse sélectionner des longueurs d’onde spéci-
fiques permet donc de I'envisager comme réseau de diffraction incorporé dans un guide d’onde
a semiconducteur. Selon la position du réseau de Bragg (de chaque coté de la cavité ou sous
celle-ci), deux types de diodes laser peuvent étre présentés dans la Figure 2.8 : respectivement le
"Distributed Bragg Reflector laser diode" ou encore diode laser DBR et "Distributed Feedback
laser diodes" ou encore diode laser DFB.

a) b)

”~
Back mirror Front mirror /N/ \/\/"s\/\/-_
R 100% Re [60: 80]% K T
C D To waveguide %
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waveguide \\'}I\'l'g\lllll'

Gain region

FIGURE 2.8 — Cavités de la diode laser; (a) DBR; (b) DFB [11]

Aujourd’hui, avec la forte demande de composants intégrant différentes fonctions optiques,
Pintégration des éléments sur silicium est proposée pour résoudre le probléme d’intégrer
plusieurs fonctions optiques dans un composant. Dans cette thése, la diode laser & rétroaction
distribuée (DFB) intégrée sur silicium, réalisée au CEA LETI, est un de nos sous-objets de
recherche. Dans un laser DFB | il n'y a qu’'un seul réseau de Bragg incorporé dans le silicium,
juste en dessous du III-V. Ensuite, une vue schématique du laser DFB hybride ITI-V sur silicium
est présenté sur la Figure 2.9(a). Sa section transversale est identique a celle de la Figure 2.9(b).
Le guide d’onde actif III-V et basé sous des MQW InGaAsP. Les couches de MQW sont entourées
de deux couches d’InGaAsP et de deux couches d'InP dopées n et p, par conséquent en prenant
en compte les cones adiabatiques dans le guide d’onde en silicium et située de chaque cété du

guide d’onde I1I-V.

Adiabatic Adiabatic [ @
taper taper | {

Si substrate

Quarter-wayvelegth

5i substrate

FIGURE 2.9 — Détails des DFB laser; a) Schéma vue longitudinale du laser; b) Schéma coupe
transversale du laser [6]

Dans ces structures, la puissance optique générée par la cavité est partagée entre les guides
actifs et passifs. Au milieu des guides, la lumiére doit étre confinée de préférence dans le guide
actif pour augmenter le gain modal du laser. A ses extrémités, celle-ci doit étre confinée dans le
guide passif pour faciliter le couplage dans le circuit photonique de silicium. Les miroirs formant
la cavité laser sont généralement présents dans les guides de silicium. Puis, la cavité laser s’étend
au silicium et a un réle de transfert de puissance optique vers le guide d’onde grace a la théorie
des modes couplés. Comme la structure DFB est symétrique, nous prenons ’hypothése que la
méme puissance optique provient des deux sorties du laser.
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2.2.2.2 Caractéristiques statiques et de performance des diodes laser

Pour une diode laser, plusieurs caractéristiques permettent d’accéder a un grand nombre
d’informations, notamment sur la nature et la localisation des défauts dans I’élément [45]. La
Figure 2.10 montre trois types de caractéristiques qui sont utilisées souvent pour ’évaluation
de la fiabilité de la diode laser. Ce sont des caractéristiques puissance-courant, courant-tension,
spectre optique [45, 46].
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FIGURE 2.10 — Graphiques typiques utilisés pour caractériser la diode laser : a) Puissance optique
en fonction du courant d’alimentation; b) Tension en fonction du courant d’alimentation; c)
Puissance optique en fonction de la longueur d’onde & un courant d’alimentation donné

Sur la Figure 2.10.a, il est possible d’observer une caractéristique P(I) classique d’une diode
laser, avec un seuil d’émission Iy, et une puissance optique qui augmente linéairement a partir
de ce seuil, jusqu’a une valeur P,,.,. La puissance est une fonction linéaire du courant :

hv
Popt (1) = ndiff?(f — Iin) (2.2)

ot ng;fs est Defficacité optique; h est la constante de Planck (6.63 x 10*34J.3) ; v la fréquence ;
q est la charge d’électron. Le parameétre d’efficacité optique correspond & la pente de la Py (1),
dans sa partie linéaire. L’analyse de ses variations apporte une indication sur I’état de la cavité
laser au travers du rendement quantique interne, qui renseigne sur la proportion de recombinaison
non radiative par rapport aux recombinaisons radiatives, et sur ’état des miroirs au travers de
la perte intrinséque & la structure de la diode laser.

La Figure 2.10.b présente une caractéristique V-I. La résistance en série de la diode laser est
généralement déterminée par la pente de la courbe caractéristique I-V au-dessus de la tension de
seuil. Des valeurs élevées de résistance série peuvent étre un facteur important dans la dégradation
de la diode laser.

La Figure 2.10.c trace la puissance en fonction de la longueur d’onde pour un courant d’ali-
mentation donné. Cette courbe est un moyen de vérifier les modes du laser. A ce type de la diode
laser DFB, le laser doit étre monomode, ce qui signifie que la différence entre le sommet le plus
élevé et le deuxiéme sommet doit étre aussi grande que possible. Cette différence s’appelle le
rapport de suppression de mode latéral (SMSR) et se mesure en décibels (dB).

P t()‘C)
SMSR = 1Olog10 <op 2.3
Popt()\l) ( )

Caractéristique de performance : Par rapport & ’ensemble des caractéristiques statique

de la diode laser, il est nécessaire d’identifier une caractérisation de performance & suivre pen-
dant le test accéléré afin de modéliser le processus de dégradation. Dans la littérature, deux types
de caractérisation sont utilisées souvent : le courant de seuil dans la condition de la puissance
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optique qui reste constante, et la puissance optique dans la condition du courant d’alimentation
constant |47, 28|. Pour cette thése, nous proposons de prendre la puissance optique comme la ca-
ractéristique de performance afin d’éviter I'effet de I’échauffement par le courant d’alimentation.

2.2.3 Elément récepteur - photodiode
2.2.3.1 Description de la photodiode

Les récepteurs - photodiodes sont des éléments photosensibles. Leur fonctionnement est basé
sur l'interaction photon — électron, et sur les mécanismes de conduction dans une jonction PN
polarisé en inverse et soumise & un rayonnement, voir la Figure 2.11. Lorsque la radiation lumi-
neuse est absorbée par le matériau photosensible, les paires électron-trou créées sont dissociées
par le champ électrique; ’électron est propulsé vers la région n et le trou vers la région p. ces
deux photo-porteurs donnent naissance a un photocourant, I,.
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880 ooas 88| Celeas
Depletion -« Depletion —»
Region holes Region €lectrons
\% \
s AE

FIGURE 2.11 — La photodiode a polarisation inverse produit un courant proportionnel & 'inten-
sité lumineuse en raison de la création de paires électron-trou dans la région de déplétion. Les
cercles bleus représentent les électrons et les cercles blancs les trous

Puis, la jonction de photodiode polarisée en inverse, non éclairée, présente une zone de déplé-
tion avec peu de porteurs libres. Elle ressemble & un condensateur chargé. Il y a un petit courant
causé par l'ionisation thermiquement excitée, appelé courant d’obscurité, 1.

Actuellement, la photodiode est largement utilisée. En regardant les domaines d’application,
il existe plusieurs types de technologies ainsi que différentes structures de photodiode. La Fi-
gure 2.12 présente les différentes structures des photodiodes.
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FIGURE 2.12 — Différentes structures de photodiode : a) PIN mesa III-V ; b) PIN planaire III-1V;
c) APD au germanium ; d) APD III-V [14]
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Les Figures 2.12.(a) et (b) présentent une photodiode PIN. Une photodiode PIN est une
photodiode avec une région intrinséque entre les régions dopées n et p. La plupart des photons
sont absorbés dans la région intrinséque, et les porteurs qui y sont générés peuvent contribuer
efficacement au photocourant [48]. Ensuite, les structures des photodiodes & avalanche sont illus-
trées aux figures Figure 2.12(c) et Figure 2.12(d). La technologie des photodiodes a avalanche
est utilisée dans les zones de faible luminosité. La photodiode a avalanche offre des niveaux de
gain trés élevés, mais en contrepartie, elle présente des niveaux de bruit élevés [48].

De plus, a I’aide du développement de la technologie d’intégration, une Ge photodiode intégrée
sur Si est proposée pour répondre & la demande de la construction d’'un composant & multi-
éléments. Cette photodiode est aussi un autre sous-objet de recherche pour cette thése. La
Figure 2.13 présente donc une photodiode Ge intégrée sur Si. Les Germanium photodétecteurs
PIN & guide d’ondes en Si ont été fabriqués sur une plaque SOI avec une couche de silicium
sur un oxyde enterré (Figure 2.13(a) ). La couche d’absorption en germanium non dopée a été
développée au-dessus d’'un guide d’ondes en silicium dopé de type p, et un dopant de type n+
a été implanté [15]. Des contacts ohmiques et un routage métallique ont été formés a la fois sur
la couche de guide d’ondes en Si de type p sur le coté du dispositif et sur la couche supérieure
de Ge de type n+. La lumiére qui se propage dans le guide d’ondes en silicium est directement
couplée dans la couche supérieure de Ge déposée sur la couche de Si, ou elle est absorbée dans
la couche intrinseéque de la structure PIN. Une vue de haut en bas de la disposition du dispositif
est présentée sur la Figure 2.13(b).

a) b)

Contacts and Metal
interconnects

Tapared Si h light

waveguide

BOX

FIGURE 2.13 — Germanium photodiode sur silicium : a) Structure schématique de la photodiode
(section transversale); b) Disposition de la photodiode [15]

2.2.3.2 Caractéristiques statiques et de performance de la photodiode

La caractéristique de la photodiode est présentée sur la Figure 2.14. La caractéristique
courant-tension d’une photodiode sans lumiére incidente est similaire a celle d’'une diode re-
dresseuse. Lorsque la photodiode est polarisée en sens direct, on observe une augmentation
exponentielle du courant. Lorsqu’une polarisation inverse est appliquée, un petit courant de
saturation inverse apparait. Il est lié au courant d’obscurité de la maniére suivante :

qV

Iy =1, (eBT - 1> (2.4)

ou Iy est le courant d’obscurité de la photodiode, I est le courant de saturation inverse, q est
la charge des électrons, V est la tension appliquée, kg = 1,38 x 10723J/K, est la constante de
Boltzmann et T est la température absolue (273 K= 0 °C).
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FIGURE 2.14 — Courbes I-V caractéristiques d'une photodiode. Py — P> représentent différents
niveaux de lumiére

Breakdown Voltage

Cette relation est illustrée a la Figure 2.14. A partir de I’Equation (2.4), trois différents états
peuvent étre définis :
— V = 0. Dans cet état, le courant devient le courant de saturation inverse.
— V = +V. Dans cet état, le courant augmente de fagon exponentielle. Cet état est également
connu sous le nom de mode direct.
— V = -V, Lorsqu’une polarisation inverse est appliquée a la photodiode, le courant se
comporte comme indiqué sur la Figure 2.14.
L’illumination de la photodiode par un rayonnement optique déplace la courbe I-V de la quantité
de photocourant (I,). Donc :

av_
Itorar = Isar (6’“BT - 1) -1, (2.5)

Et I, est défini comme suit :
Iy,=R\xP (2.6)

ol, Ry est la sensibilité d’une photodiode. Elle est définie comme le rapport entre le photocourant
I, et la puissance lumineuse incidente P a une longueur d’onde donnée (). En d’autres termes, il
s’agit d’une mesure de l'efficacité de la conversion de la puissance lumineuse en courant électrique.

Ensuite, lorsque la tension inverse appliquée augmente, on observe une forte augmentation du

courant de la photodiode. La tension inverse appliquée a ce point est appelée tension de claquage.
Il s’agit de la polarisation inverse maximale appliquée, en dessous de laquelle, la photodiode doit
fonctionner (également connue sous le nom de tension inverse maximale). La tension de claquage,
varie d’une photodiode & 'autre et est généralement mesurée, pour les petites surfaces actives, a
un courant de photodiode de 10 pA.

De plus, les autres caractéristiques de la photodiode peuvent étre listées :

— La résistance shunt est la pente de la courbe courant-tension de la photodiode & ’origine,
c’est-a-dire V=0. La résistance en dérivation est utilisée pour déterminer le courant de
bruit dans la photodiode sans polarisation (mode photo-voltaique). Pour une meilleure
performance de la photodiode, la résistance shunt la plus élevée est souhaitée. Et la
résistance en série d’une photodiode provient de la résistance des contacts.

— Les limites de la région de déplétion agissent comme les plaques d’un condensateur &
plaques paralléles. La capacité de jonction, Cj, est directement proportionnelle a la zone
diffusée et inversement proportionnelle & la largeur de la région de déplétion. En outre,
les substrats & résistivité élevée ont une capacité de jonction plus faible. La capacité de
jonction est utilisée pour déterminer la vitesse de réponse de la photodiode.
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Toutes les caractéristiques des photodiodes sont affectées par les changements de tempéra-
ture. Elles comprennent le courant d’obscurité, la tension de claquage, la réactivité et, dans une
moindre mesure, d’autres paramétres telles que la capacité de jonction.

Caractéristique de performance : Pendant le fonctionnement & long terme, la dégradation
de la photodiode induit trois modes de défaillance & travers le changement des caractéristiques
de la photodiode, ce sont : graduel, rapide et soudain [47]. Puis, parmi des caractéristiques de
la photodiode, la dégradation de la photodiode est déterminée souvent par la détérioration du
courant d’obscurité [47, 28]. Donc, le courant d’obscurité est choisi dans cette thése comme
la caractérisation de performance & suivre pendant le test accéléré afin de modéliser le processus
de dégradation de la photodiode.

2.2.4 Composant complexe - véhicule de test

Comme mentionné au chapitre 1, il existe actuellement deux approches pour combiner des
éléments de type de ceux présentés en section précédente afin de créer un composant optoélec-
tronique complexe : intégration monolithique et intégration hybride.

Dans notre étude, les éléments du composant sont intégrés sur substrats en silicium et sur
isolant (SOI) avec le type d’intégration hybride. Afin de valider expérimentalement la démarche
de la thése, un véhicule de test avait été planifié par le laboratoire LIPS- CEA LETI. La Fi-
gure 2.15 présente le schéma bloc de ce véhicule de test, qui simule une liaison optique simplifiée
et qui est composé d’une diode laser III-V, une photodiode PIN germanium et un guide d’onde
silicium.

Dans le véhicule de test, une diode laser a réflecteur de Bragg distribué (DFB) ) avaité été
prévue, o le réseau DFB est gravé le long du guide d’ondes en silicium de 500 nm d’épaisseur
sous les couches actives III-V. Les réseaux sont construits en dessous de la région de gain, dans le
silicium également. Le guide d’onde en silicium est constitué d’une nervure de 200 nm d’épaisseur
sur une plaque de 300 nm d’épaisseur, comme cela est visible sur la coupe transversale du laser,
voir la Figure 2.9(b). En fonctionnement, la lumiére émise par le laser passe par un guide d’onde
en silicium et est collectée hors de la puce & ’aide d’un coupleur guide d’onde réseau de fibres.
De plus, la lumiére de la diode laser passe par le guide d’onde jusqu’au photodétecteur, dans
lequel la photodiode agit comme un capteur qui surveille le systéme.

Si

FIGURE 2.15 — Vue de Schéma bloc du véhicule de test

Cependant, ce véhicule de test n’a pas été développé au final suite a différentes contraintes
(situation COVID, difficulté de fabrication de certains éléments). Donc, une réflexion a été menée
pour redéfinir quels scénarios de tests pouvaient étre réalisés dans le temps restant, mais aussi
sur quel véhicule de test. Il a été décidé de se focaliser sur quelques éléments disponibles ; ce sont
des émetteurs comme les LED et les diodes laser, les récepteurs comme la photodiode ; et faisant
partie du véhicule initial.
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2.3 Plateforme d’expérimentation

Dans la section 2.2, nous avons présenté les objets de recherche retenus pour ’expérimentation
ainsi que leurs caractérisations qui ont été utilisées tout au long de ce travail de thése, et sur les
résultats desquels sont basés les développements des différents modéles de dégradations proposés
par la suite. Il faut dont maintenant présenter plus globalement la plateforme utilisée au CEA
qui a permis de réaliser ces caractérisations sur ces objets de recherche.

2.3.1 Caractérisation des LEDs
2.3.1.1 Préparation d’échantillon des LED

Afin de réaliser les expériences liées aux travaux sur les LED qui sont présentés aux chapitres
4 et 6, notre choix s’est porté sur un élément LED commercial mature et déja largement étudié
dans la littérature : LED CREE EZ1000. Cette puce a été brasée et cablée au laboratoire LAIP,
sur un circuit imprimé a base céramique dit "STAR" du fait de sa forme, voir Figure 2.16. Une
particularité de ces échantillons de test est cependant & noter : pour limiter les mécanismes de
défaillances & la puce et a son assemblage, la puce n’a pas été encapsulée dans une lentille de
silicone comme cela est généralement fait, et aucun luminophore n’a été ajouté dans le but de
convertir ’émission bleue de la puce en lumiére blanche.

N
I

5o 2

FIGURE 2.16 — LED montée sur un PCB

Ces "STAR" sont ensuite introduits dans des modules de vieillissement congus dans le la-
boratoire LAIP. Les objectifs de ces modules sont de piloter les LEDs et d’assurer une bonne
dissipation thermique. Ces modules sont constitués de deux parties : une base et un couvercle
avec un point de connexion pour le raccordement électrique. La vue SolidWorks d’un module est
présentée dans la Figure 2.17.

FIGURE 2.17 — Représentation des modules de caractérisation et test accéléré [9]

D’aprés la Figure 2.17, un module peut contenir jusqu’a huit LED. Les points de connexion
sont montés dans un matériau polymére et sont en contact avec les pads du PCB. Ensuite, la
partie optique est relativement délicate, car elle doit permettre le meilleur couplage entre la LED
et la fibre optique du spectrométre, voir la Figure 2.18. Le choix de conception vise a évaluer
et minimiser les incertitudes de mesures engendrées par un désalignement potentiel de la fibre
optique lié & I'usinage mécanique.
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FIGURE 2.18 — Visualisation de la conception optique envisagée

2.3.1.2 Banc de mesure des LEDs

A l'aide du module développé dans la section précédente, le banc de mesure V-I et P-I de la
LED est présenté sur la Figure 2.19. Le matériel utilisé est constitué :

— D’un générateur source métre KEITHLEY 2600 connecté par un bus IEEE a 'unité de
I'ordinateur qui pilote le banc. Cet appareil est utilisé comme source de courant biais, que
nous appliquons aux LEDs, et permet de mesurer la tension de LED.

— D’un spectrométre (Spectrale Suite USB2000-+) utilisé pour mesurer la spectrale et 1'in-
tensité de LED.

— D’une enceinte climatique (CLIMATS Excal) utilisée pour la régulation thermique lors
des mesures.

Temperature chamber

Optical fiber

’ Printed circuit board

;‘/ ()

FIGURE 2.19 — Schéma de principe du banc de mesure pour V-1, P-I des LED

La LED est placée dans une enceinte climatique et illumine une fibre optique. Cette enceinte
nous permet de maintenir la température autour de la LED pendant la caractérisation in-situ
et le vieillissement. Et, la fibre optique est reliée & une mesure de la puissance optique a ’aide
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du spectrométre. La puissance optique de LED est le paramétre clé. Dans le but d’observer une
éventuelle défaillance sur les caractéristiques d’un élément, une baisse de la puissance optique
nous renseigne sur un possible désalignement optique, ou encore sur une augmentation des pertes
dans la région de LED. Pour cela, la caractéristique puissance-courant, ou encore appelée P-I,
est mesurée en faisant varier la valeur du courant (le courant varie de 0 & 1200mA). Les résultats
de mesure de P-I avec différentes températures sont présentés dans la Figure 2.20.
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FIGURE 2.20 — Variation de la puissance optique de la LED

Enfin, la mesure de la tension (V-I) permet également d’obtenir une information sur la ré-
sistance série du Laser et aprés un bilan de puissance de calculer la puissance dissipée. Un
exemple de courbe de V-I mesurée & des différentes températures pour une LED est donné sur
la Figure 2.21.

- o |
sesstetstttsttitttsttissse
s ras==222 0 2

3500 s s
X

2,000

1,500

+—T=25°C

#—T=50"C
T =100°C

Tension (V)

o 50 100 150 200 250 300 350 400 450

Courant (mA)

FIGURE 2.21 — Variation de la tension de la LED

Dans ce cas, le spectrométre a été calibré par un banc de caractérisation du laboratoire LCEM
du CEA LETI avec une sphére intégrante. De plus, des LEDs référentes sont utilisées également
pour déterminer les erreurs de mesure liées a la répétabilité et la reproductibilité. Pour cela,
deux opérateurs du CEA ont réalisé des mesures successives sur cet élément et aprés traitement
statistique par la méthode de ’analyse de la variance, les erreurs liées aux incertitudes de mesure
ont été déterminées. Les caractéristiques électro-optiques des LEDs ainsi que les incertitudes de
mesures sont présentées dans cette section, voir la Figure 2.22. Les incertitudes de mesure de la
tension de LED sont inférieures a +1%, celles de la puissance optique est environ de +2%.
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FIGURE 2.22 — La répétabilité et reproductibilité d’'une LED en référence a) Optique; b) Elec-
trique

Le fait que ces caractéristiques soient affectées par les modifications de température, nous a
conduit & proposer la mise en place d’un facteur d’influence de la température dans ’étude de
modélisation de dégradation dans les chapitres suivants.

2.3.2 Caractérisation des diodes laser
2.3.2.1 Préparation d’échantillon des diodes laser

Contrairement & ce qui a été vu dans le cas de la LED, les puces choisies pour réaliser les tests
sur les diodes laser (diode laser de type DFB - nos sous-objets de recherche) ne contiennent pas
une, mais plusieurs structures de diodes, elles-mémes représentées plusieurs fois. La diode laser
DFB est représentée 5 fois sur la puce. Aussi, un packaging plus adapté a été choisi, notamment
concernant le boitier—ici, un boitier DIL, nous permettant de connecter ’ensemble des diodes
laser indépendamment les unes des autres, et d’utiliser un socket de type ZIF (Zero Insertion
Force) afin de faciliter les manipulations, voir la Figure 2.23.

Boitier de DIL40

| Découpe | Cablage |

¢

i L‘ll;l

.
--

FIGURE 2.23 — Assemblage des LDs en boitier DIL40

Une fois le cablage réalisé, une opération de fibrage est effectuée a ’aide d’un réseau de 5
fibres, permettant d’accéder aux informations optiques de chacune des diodes, voir la Figure 2.23.
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De la méme facon que pour la LED, la phase de préparation d’échantillon des LDs nous permet
d’assembler des puces de diode laser en boitier pour la caractérisation électro-optique et le test
accéléré. Ces diodes laser viennent d’un premier wafer de la diode laser au CEA LETI.

Enfin, & la différence des LED, deux cartes différentes ont été congues pour la caractérisation
et le vieillissement, voir la Figure 2.24.

Circuit

imprimé

FIGURE 2.24 — Module de caractérisation et test accéléré des LDs

D’aprés la Figure 2.24, ce module consiste en un socket soudé sur une carte du circuit imprimé.
L’objectif de ces modules est d’alimenter des LDs soit en méme temps, soit individuellement.

2.3.2.2 Banc de mesure des diodes laser

Le banc de mesure des diodes laser est construit de la méme fagon que celui de la LED, voir
la Figure 2.19. Cependant, dans le cas de la diode laser, un module (APEX) est remplacé par le
spectromeétre (USB2000+) pour mesurer la puissance optique de chaque diode laser.

La diode laser est donc placée dans une enceinte climatique pendant la caractérisation et le
test accéléré. La puissance optique est mesurée grice a la fibre optique en lien avec le module
APEX. Afin d’assurer une bonne dissipation thermique pendant la caractérisation, un module
Peltier est utilisé.

La Figure 2.25 présente la puissance optique d’une diode laser en fonction du courant d’ali-
mentation a quatre températures : 25°C, 30°C, 40°C, 55°C. Nous avons remarqué pendant les
tests que la courbe P-I n’est pas présentée comme la théorie (voir la Figure 2.10). En effet, ces
diodes laser sont d’un des premiers wafers de diodes laser réalisés au CEA Leti — il s’agit donc de
prototypes, ceci pouvant avoir un impact sur certaines caractéristiques. Le processus de fabrica-
tion est en cours de développement. Il est donc nécessaire de mettre en place une étape d’analyse
de cause afin d’améliorer le processus de fabrication.
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FIGURE 2.25 — Variation de la puissance optique d’une diode laser
En outre, la Figure 2.25 montre également que la puissance optique de la diode laser dimi-
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nue avec 'augmentation de la température ambiante. Donc, il existe une dépendance entre la
puissance optique et la température ambiante.

Ensuite, la mesure de la tension (V-I) permet également d’obtenir une information sur la
résistance série de la diode laser. La variation de résistance série avant et aprés le test accéléré
nous permet de situer la localisation de défaut dans I’élément. Un exemple de courbe de V-I
mesurée a trois températures (25°C, 40°C, 55°C) pour une DFB laser sur silicium est donné sur
la Figure 2.26. Puis, la résistance en série moyenne est obtenue, Rs; = 3, 77€).
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0,800
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0,400

0,200

0,000
0 20 40 60 80 100 120

Courant (mA)

FIGURE 2.26 — Variation de la tension d’une diode laser

Les matériels sont par ailleurs vérifiés réguliérement au cours des expérimentations grice a un
élément référent. Les incertitudes de mesure de la tension de LD sont inférieures & £1%, celles de
la puissance optique est de +2%, voir la Figure 2.27. Ces valeurs ont été obtenues préalablement
grice a une étape de calibration.

a) b)
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FIGURE 2.27 — La répétabilité et reproductibilité d’une LD en référence a) Optique ; b) Electrique

En effet, toutes les caractéristiques des LDs sont affectées par les changements de température.
Elles comprennent la puissance optique, la tension. Ces résultats nous permettent de mettre en
place le facteur d’influence de la température dans 1’étude de modélisation de dégradation de
I’élément dans les chapitres suivants.
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2.3.3 Caractérisation des photodiodes
2.3.3.1 Préparation d’échantillon des photodiodes

Pour rappel, le sous-objet de recherche en photodiode est une photodiode de Germanium
(Ge) intégrée sur Si qui a été développée par le CEA LETI.
La Figure 2.28 montre ’assemblage des photodiodes en boitier LCC44.

a) b)
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i e e .l 7 /.. g
=

FIGURE 2.28 — Représentation d’assemblage des photodiodes; a) puces en boitier LCC 44 ; b)
Plan de cablage

D’aprés la Figure 2.28, une puce consiste en 4 photodiodes & caractériser. Puis, afin de
mesurer les caractéristiques et mettre en place des tests accélérés, un module de caractérisation
est développé pour ces photodiodes, voir la Figure 2.29.

FIGURE 2.29 — Module de caractérisation et test accéléré des PDs

Ce module consiste en des sockets soudés sur une carte du circuit imprimé. L’objectif du
module est de réaliser les caractérisations individuelles des photodiodes et de mettre toutes les

photodiodes en test accéléré.
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2.3.3.2 Banc de mesure des photodiodes

Comme déja souligné, le courant d’obscurité est un parameétre important dans la modélisation
des dégradations de la photodiode. Le banc de caractérisation de photodiodes est donc basé sur
des mesures du courant d’obscurité. Le principe de base de mesure de la variation du courant
d’obscurité en fonction du temps et sous stress (température) est représenté par la Fig. 2.30.
De plus, ce banc de mesure permet de mesurer ainsi la tension de claquage. Les résultats sur la
tension de claquage nous donnent la marque de cette photodiode dans le cas d’un test accéléré
sur la tension inverse.

[ Générateur

Tension hiais
IV L (Keithley 2600) =
4
Contrdleur de Ordinateur de contrdle
, o température o
Photodiode (Extraction des
{Climats Excal) données)
m— Liaison électrique sawn Ligison informatique

FIGURE 2.30 — Schéma de principe du banc de mesure pour le courant noir de la photodiode

La photodiode est placée dans une enceinte climatique (CLIMATS Excal). La plage de tem-
pérature retenue pour I'étude est [25°C; 175°C]. Le support de la photodiode est fixé dans une
enceinte climatique disposant des traversées électriques adéquates pour interfacer I'élément avec
I'instrumentation. Le matériel utilisé est constitué :

— D’un générateur source métre KEITHLEY 2600 connecté par un bus IEEE a 'unité de
I'ordinateur qui pilote le banc. Cet appareil est utilisé comme source de tension inverse,
que nous appliquons & la photodiode, et nous permet de mesurer le photocourant lors de
la caractérisation du courant d’obscurité.

— D’une enceinte climatique (CLIMATS Excal) utilisée pour la régulation thermique lors
des mesures.

Afin de mettre en place le test accéléré des photodiodes avec une valeur de la tension nominale
fixée & -5 V, il est nécessaire de réaliser une phase d’analyse & priori du composant qui nous
permet de déterminer la limite de chaque stress applicable pendant ’expérimentation. C’est-a-
dire le niveau de stress limite auquel la photodiode présente une défaillance catastrophique. Pour
réaliser ce test de robustesse, une photodiode a été placée en chambre climatique et soumise &
une série de stress croissants en surveillant I’évolution de son courant d’obscurité.

Une mesure du courant d’obscurité-tension est présentée en Figure 2.31 pour trois valeurs de
température : 50°C, 100°C, 150°C. Comme on peut le remarquer, le courant augmente avec la va-
leur absolue de la tension, mais également avec la température. La modélisation de détérioration
du courant d’obscurité selon la température de stress est détaillée dans le chapitre 5.
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Courant (A}

-6,00 -5,00 -4,00 -3,00 -2,00 -1,00 0,00 1,00

Tension (V)

FIGURE 2.31 — Caractéristique I-V en obscurité d’une photodiode en température

Ensuite, la caractéristique I-V d’une photodiode, tracée entre 0 et -20 V est représentée sur
la Figure 2.32. En effet, la tension de plaquage dépend aussi de la température.
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FI1GURE 2.32 — Caractéristique courant-tension inverse d’une photodiode montrant le phénoméne
de claquage; a) a4 25°C'; b) a 85°C

De maniére similaire & la LED et la diode laser, un test de répétabilité a été effectué sur la
mesure du courant d’obscurité. Lors de ces tests, 'incertitude de la mesure liée & sa répétition a
été évaluée a 1%, voir la Figure 2.33.
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FIGURE 2.33 — La répétabilité et reproductibilité d’une PD de référence
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2.3.4 Banc de mesure thermique a 1’aide de la caméra infrarouge

Comme évoqué dans les sections précédentes, les performances des différents éléments étudiés
(LED, LD et PD) sont sensibles & la température. Cette section consiste donc en la présenta-
tion de la méthode de mesure de la température en surface des éléments/composants, a I'aide
d’une caméra infrarouge, qui prend I'image de la surface de I’élément/composant. La Figure 2.34
présente le banc de mesure thermique pour les composants optoélectroniques.

Infrared

camera 4—’( DC sourcemeter  — PC
Printed circuit

board (PCB)

FIGURE 2.34 — Caractérisation thermique a ’aide de la caméra thermique

Cependant, ces éléments (par exemple, le GaN, le substrat, les fils de liaison puces/boitier)
ont des émissivités différentes, et chacun d’entre eux a sa réponse particuliére & l'infrarouge.
Ainsi, & une température donnée, tous les matériaux sont vus différemment par la caméra. Par
conséquent, la caméra doit étre calibrée avant d’étre utilisée pour estimer avec précision la valeur
de la température de ’élément/composant.

Par exemple, le principe de calibration de la caméra dans le cas d’'une LED est présenté sur
la Figure 2.35. Plus précisément, nous plagons la LED (non alimentée) a trois températures 77,
Ty et T3 (11 < T3 < T3), puis, les images sont mesurées en unité arbitraire (DL) & ces trois
niveaux de température (i.e.., I'mq(7,j), Imao(i,7) et Img(i,7) qui sont les valeurs fournies par
le pixel (i,j) aux températures 77, T» et T3). L’'image donnée par le détecteur placé devant un
élément n’est donc pas uniforme pour tous les pixels en raison de la dispersion technologique et
d’une présence optique qui induit des aberrations. Ainsi, il est nécessaire de ramener la pente
et le décalage de tous les pixels aux valeurs moyennes. Cette correction en trois points permet
d’uniformiser la réponse des pixels. Aprés correction sur la plage 23°C — 90°C, tous les pixels
obtenus fournissent le méme niveau d’intensité.
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FIGURE 2.35 — Représentation de la valeur du pixel en fonction de la température

Apreés avoir calibré la caméra, la température des éléments est calculée et analysée & partir de
I'image thermique a 1’aide d’un outil logiciel propriétaire (Flir System Inc.). Lors de I'observation
d’une scéne, une image (Im(i,j)) en unités (DL) est enregistrée. La température de la scéne
observée par le pixel (i, j) de la matrice est donnée par [49] :

Im(lmj) - Iml(lvj)
Tmia(i.d) — T (i) (27)

Tframe(iuj) - Tl + (T2 - Tl)

La Figure. 2.36 montre la température de jonction d’une LED avant (Figure 2.36.a) et aprés
(Figure 2.36.b) l'application du courant direct (350 mA).
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FIGURE 2.36 — Analyse thermique d’'une LED : a) sans courant direct et b) avec courant direct
a 350mA

Ensuite, le Tableau 2.1 rapporte les résultats pour les 19 LED disponibles dans notre expéri-
mentation en utilisant 'Equation (2.7). Par conséquent, sur la base des résultats obtenus, il est
montré une augmentation de la température de jonction avec une moyenne de 10,14 degrés et
un écart type de 1,14 degré avec un courant alimenté de 350 mA.
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2.4. Conclusion

TABLE 2.1 — Augmentation de la température de la jonction de LED due au courant alimenté

Elément | AT [°C] || Elément | AT [°C]
1 12.0 11 8.9
2 10.9 12 11.3
3 8.3 13 8.4
4 11.0 14 8.5
) 12.3 15 8.8
6 10.7 16 7.6
7 11.5 17 12.0
8 11.0 18 10.5
9 9.6 19 9.0
10 10.4

Dans cette mesure, en utilisant un outil logiciel propriétaire et son protocole (Flir System
Inc.), les incertitudes de mesure de la température des éléments/composants sont dans I'intervalle
de 0,1°C au 1,5°C, pour I’élément/composant non alimenté et avec un courant d’alimentation,
respectivement.

2.4 Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons d’abord présenté les structures des éléments/composants op-
toélectroniques étudiés au cours de cette thése. Ce sont les LEDs, LD, PDs et le composant
complexe-véhicule de test qui n’a pas été cependant développé (situation COVID, difficulté de
fabrication de certains éléments). Ce constat nous amené a nous focaliser sur des éléments qui
faisaient parti du véhicule de test (LED, LD, PD) et avoir retenu en ce sens les éléments : LED
Cree EZ1000, diode laser DFB, photodiode comme sous-objet de recherche. Puis, les différentes
caractérisations de ces éléments comme électro-optiques et thermiques mises en place, ainsi que
les moyens de caractérisation associés sont décrits. Il en ressort que :

— Les bancs de caractérisation des éléments ont été présentés principalement pour la carac-
térisation des photodiodes, des diodes laser DFB et LEDs. Ce banc permet de mesurer
les caractérisations électro-optiques et thermiques initiales et en reprise de mesure, mais
également de permettre les mesures in-situ lors des tests accélérés. Ainsi, cette démarche
permet d’éviter les montages et démontages successifs des éléments, garantissant une
standardisation et une bonne répétabilité/reproductibilité des mesures.

— Les mesures réalisées sur les diodes laser DFB, LEDs Cree EZ1000 sont : caractéristiques
P-V-1, I-V. Le courant nominal est fixé & 100 mA et 350 mA ce qui correspond & une
puissance optique d’environ 5.5nW et 140mW & 25°C pour la diode laser et LED, res-
pectivement. La dépendance en température de la puissance optique du Laser et LED a
également été déterminée.

— Les photodiodes Ge ont été caractérisé sous obscurité (courant, tension, température). Le
courant d’obscurité de ces photodiodes est de 7.21 x 10774 a 25°C et -5V. Les marges
opérationnelles de fonctionnement ont été identifiées. Les températures retenues pour les
tests accélérés sont entre l'intervalle de 25°C et 125°C. La tension de plaquage de ces
photodiodes est déterminée a —19V & 25°C.
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Par conséquent, les caractérisations de performance pour chaque élément sont identifiées, ce
sont la puissance optique pour les émetteurs (LED, LD) et le courant d’obscurité pour les récep-
teurs (PD). En effet, toutes les caractéristiques des éléments sont affectées par les changements
de température. Ces résultats nous permettent de mettre en place le facteur d’influence de la
température dans I’étude de modélisation de dégradation de 1’élément dans les chapitres suivants.
En outre, les données obtenues a ’aide de ces caractérisations sont utilisées au chapitre 3 pour
réduire les modéles de dégradations utilisables, les mesures du test accéléré dans le chapitre 4,
5, et les niveaux de contraintes au plan de test accéléré dans le chapitre 6.
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Chapitre 3

Etat de Part sur I’évaluation de la
fiabilité et 'optimisation d’un plan de
test accéléré pour un composant
optoélectronique
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3.1 Introduction

Dans le chapitre 1, trois verrous scientifiques ont été proposés. Le chapitre 2 quant a lui a
présenté les caractéristiques d’éléments optoélectroniques tels que LED, LD, PD et un composant
dit "complexe". Ainsi, le chapitre 2 a identifié les facteurs de stress importants, qui influencent la
dégradation d’un composant optoélectronique complexe. Sur cette base, le chapitre 3 a pour objet
de faire un état de 'art pour crédibiliser les trois verrous scientifiques relatifs & I’optimisation de
plan de test accéléré pour I'évaluation de la fiabilité de composants optoélectroniques.

En ce sens, le chapitre 3 aborde tout d’abord, dans la section 3.2, la modélisation de dégra-
dation et des processus de dégradation existants afin de modéliser la dégradation des éléments
optoélectroniques étudiés (LED, LD, PD). Plusieurs modéles de dégradation des éléments avec
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des facteurs d’influences (facteur de stress) sont analysés. Les critéres de sélection des modeles de
dégradation sont ensuite présentés. Un composant complexe est introduit comme une intégration
d’élément en interaction. Cette relation d’intégration met en évidence clairement qu’un dysfonc-
tionnement de I’élément peut impacter le fonctionnement global du composant. Cela améne a
justifier une premiére question liée a "Comment modéliser le processus de dégradation d’élément
en prenant en compte des facteurs d’influences? ".

De plus, sur une vision "systéme" du composant, il existe des interactions entre éléments.
Une étude bibliographique sur des modéles de dégradation en considérant I'interdépendance fait
I’objet de la section 3.3. Cela permet de mettre en évidence une seconde question "Comment
calculer la fiabilité d’un composant en prenant en compte 'interaction entre éléments ?".

Cette notion de complexité est enfin référée a la qualité/quantité des tests a faire pour évaluer
expérimentalement la fiabilité du composant. La section 3.4 est consacrée & une présentation de
I’état de 'art sur la prise de décision et l'optimisation d’un plan de test. Dans cette section,
plusieurs critéres d’optimisation d’un plan de test et de la problématique d’optimisation sont
présentés et analysés, mais pour un élément simple. Dans le contexte de cette thése, ceci conduit
a isoler une troisiéme question & attaquer : "Comment optimiser les plans de test accéléré tout en
assurant la bonne précision sur le calcul de fiabilité 7" pour des composants avec des dépendances.

Enfin, des conclusions sont données dans la section 3.5.

3.2 Modélisation du processus de dégradation d’un élément op-
toélectronique

La conception de composants & haute fiabilité exige généralement que les éléments individuels
de ces composants aient une fiabilité extrémement élevée, méme aprés de longues périodes de
temps. Il est fréquent qu’aucune défaillance ne se produise au cours des tests de fiabilité. Il est
donc difficile d’évaluer la fiabilité avec les tests de durée de vie traditionnels qui n’enregistrent que
le temps de défaillance. Pour certains éléments, la dégradation peut étre mesurée. Une relation
entre la défaillance de ’élément et le niveau de dégradation permet d’utiliser des modéles et des
données de dégradation pour faire des déductions et des prédictions sur le temps de défaillance
a partir de la dégradation. Par conséquent, nous présentons dans les sous sections suivantes,
la modélisation de dégradation et des processus de dégradation existants afin de modéliser la
dégradation des éléments optoélectroniques étudiés.

3.2.1 Modélisation de la dégradation

La dégradation est la détérioration progressive des caractéristiques d’un élément ou d’un
composant qui peut altérer son aptitude a fonctionner dans les limites des critéres d’acceptabilité
et qui est engendrée par les conditions d’utilisation [50]. En général, un élément qui est soumis au
phénomeéne de dégradation peut ne jamais perdre sa fonction principale méme si son utilisation
n’est pas optimale, ceci se traduit par la notion d’état dégradé. En ce sens, la dégradation peut
étre définie comme la détérioration d’une performance ou une caractéristique de I’élément [37].

L’indicateur de dégradation, X (¢), pour des éléments optoélectroniques comme ceux cités
dans le chapitre 2, peut étre donc identifié comme suit :

— LED [44] : X(t) = ¢(t) = g:::((é)), o ¢(t) : moyenne normalisée de l'intensité lumineuse

au temps t, Py (t) est la puissance optique de la LED au temps t;

— LD 28] : X(t) =1— Iljsztt(((t))) ou X (t) = AL (t), ou Aly,(t) est la détérioration du courant

seuil de LD ;
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— PD [28] : X (t) = Al,(t), ou Al,(t) est la détérioration du courant d’obscurité.
En outre, I’état dégradé peut devenir critique pour 1’élément lorsque sa dégradation dépasse
un seuil de dégradation prédéfini, voir Figure 3.1. En ce sens, ’élément est dit défaillant.

1.7k
1.6-
15 Degradation Threshold
[
=)
E 14
o
a
1.3
1.2 i
Degradation Path
i1
Tirne to Failure
1 L 1 L L
1] & i0 15 il 25 an

Time
FIGURE 3.1 — Schéma d’une dégradation avec le seuil de défaillance

Cependant, dans des conditions d’utilisation normales, la dégradation des éléments peut étre
lente, ce qui rend difficile la collecte des données de la dégradation et la description du processus
de dégradation. Pour cette raison, les tests de dégradation accélérée (ADT) sont utilisés dans
I’analyse de fiabilité, et ce type de tests est appliqué en augmentant le taux de dégradation,
par les facteurs d’influence. Les facteurs d’influence sont des facteurs de stress (température,
tension, courant, etc.) dans le test d’accélération et des dépendances.

Les facteurs de stress sont modélisés sur le taux de dégradation par les modéles d’accélération
tells que : loi de Black, loi d’Arrhenius, loi de puissance inverse, etc. [36]. En général, la dégrada-
tion des composants est causée par des phénoménes liés & ’échelle atomique et moléculaire par
une barriére d’énergie, notée par ’énergie d’activation, F,, en eV, voir la Figure 3.2.

activated state

before reaction
(before degradation)

Eq © an energy barrier after reaction
(after degradation)

FIGURE 3.2 — La barriére d’énergie [16]

En référence aux caractéristiques des éléments présentés dans le chapitre 2, les performances
des éléments sont sensibles & la température. Donc, selon le loi d’Arrhenius, le facteur de stress
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en température est modélisé dans le modéle d’accélération comme suit :

w= A.exp(—kffl ) (3.1)

otll, h est la constante de Planck, kg est la constante de Boltzman.

De plus, les autres facteurs d’influence de type dépendance, par exemple, l'effet de 'autoé-
chauffement sur la LED cité dans [51, 52|, ne sont généralement pas pris en compte dans la
modélisation de processus de dégradation des éléments. Or, cela améne & justifier une premiére
question posée dans la these et liée & "Comment modéliser le processus de dégradation d’éléments
en prenant en compte des facteurs d’influence 2.

L’étude de la dégradation au cours des tests de dégradation accélérée permet de déterminer
Iinstant de défaillance. Dans ce cas, la dégradation est modélisée par un modéle de dégradation.

3.2.2 Modéles de dégradation existants

Dans les applications réelles, la modélisation de dégradation du composant basée sur un
modeéle physique est difficile & utiliser d’une dégradation subtile au niveau moléculaire [16]. Donc,
deux types de modéle de dégradation sont principalement utilisés : le modeéle de dégradation
déterministe et le modéle de dégradation stochastique [37].

a) Modéles de dégradation déterministes

Dans un test de dégradation accéléré, les mesures de la performance sont obtenues au fur et
a mesure qu’elle se dégrade dans le temps pour un échantillon aléatoire d’unités de test. Ainsi,
I’approche générale consiste & modéliser les dégradations des unités individuelles en utilisant la
méme forme fonctionnelle et les différences entre les unités individuelles en utilisant des effets
aléatoires. Un modéle général & effets aléatoires pour décrire les dégradations est donné par Lu
et Meeker [53] :

Yij = X(tij, 0, 0i) + €5 (32)

o X (t;;) est la dégradation réelle de I’élément ¢ & un moment prédéfini ¢;;; ¢ est un vecteur
d’effets fixes qui reste constant pour chaque élément; 0; est un vecteur d’effets aléatoires qui
varient en fonction des diverses propriétés des matériaux des différents composants; les €;; sont
eme ¢gléement au temps t;;. Les (i = 1,...,n;j = 1,...,m;) ont

supposés étre indépendamment et identiquement distribués (iid) avec une moyenne a zéro et une
2

.

Pour intégrer des facteurs de stress dans le modéle de dégradation, un exemple simple est
présenté ci-dessous. Supposons que la dégradation d’un composant sous une contrainte S puisse
étre écrite comme suit :

I'erreur aléatoire associée du 7

variance inconnue o

X(t,8) = Xo+ 61t +¢ (3.3)

ou Xy est le vecteur du paramétre fixe identique pour toutes les unités; #; est un vecteur
de parameétre aléatoire; et € est une erreur de mesure indépendante du temps t. Le temps de
défaillance de 'élément peut étre défini, quand la dégradation a dépassé un seuil critique Dy,
comme suit :

_ Dy~ Xo
==
Selon le modéle accéléré, le temps de défaillance de I’élément sous un niveau de contrainte Sy
peut étre défini comme suit :

ts (3.4)

_ tg _ Df—Xo

LS, (3.5)
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ot AF(Sp) est le facteur d’accélération, si la variable de contrainte est la température et que le
type de modéle accéléré est la relation d’Arrhenius, donc, AF(T) = exp(%(%o - 1)

Le modéle déterministe est largement utilisé afin de simuler la dégradation pour des éléments
optoélectroniques car il est un modéle simplifié pour les données de dégradation et utilisé dans
un environnement homogeéne [37]. Les modéles suivants sont couramment utilisés :

1) LED - Le modéle de dégradation de la puissance optique est défini par [44] :
X(t) = Xo x 77 (3.6)

o,
— X : constante initiale projetée et dérivée de 'ajustement de la courbe des moindres
carrés;
— 7 : constante de vitesse de décroissance dérivée de ’ajustement de la courbe des moindres
b s M o— B Y. o . 4 ; _E
carrés; n = a X exp (—T—k ; ol «v est le facteur préexponentiel, 8 = e

2) Photodiode - En général, un modéle linéaire doit étre utilisé [28]

X(t) = A x exp {_kffl] Xt (3.7)

ou,
— A est une constante empirique,
— t est le temps.
3) Laser diode - il est dérivé des modeéles décrits par les équations (3.8) et (3.9) [28] :

X(t) = Xo x Ax xexp [— kEaT} x 1™ (3.8)
B-
X(t) = Xo x B x xexp [— kf“T] X (a+ Bt) (3.9)

o,

— A, B, «a, 8 sont des constantes empiriques,

— m est un exposant (également trouvé empiriquement),

— t est le temps.

Bien que les modéles déterministes soient faciles & établir comme mentionné ci-dessus, ils ne
permettent pas de considérer des caractéristiques dynamiques et aléatoires du processus de dé-
gradation. Le modéle stochastique est un modéle alternatif qui décrit la dégradation dynamique.

b) Modéles de dégradation stochastiques

La dégradation dynamique peut souvent étre bien décrite par certains processus stochastiques.
Parmi les processus stochastiques, deux processus de dégradation sont principalement utilisés :
le processus gamma et le processus de Wiener [37].

Processus gamma :

Le processus gamma [54, 55| est un processus a accroissement indépendant qui décrit des
trajectoires de dégradation monotone.

Le processus X (t) (avec t > 0) est un processus gamma Ga(a, ) stationnaire si :

— X(0) =0,

— X est un processus a accroissement indépendant,

— quelque soient t > 0 et At > 0, la loi de 'accroissement X (¢t + At) — X (t) est une loi

gamma Ga(a(t + At) — a(t), 5) de densité :
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,B_aAt v
f(z) = W&?ahmflefﬁ pour t >0 (3.10)
ot ot + At) — a(t) est le paramétre de forme et [ est le paramétre de la distribution gamma.
La fonction I' est définie par :

I'(z) = /000 z* e % dx (3.11)

et a(t) est une fonction croissante, continue & droite en fonction du temps t, avec a(0) = 0.
Lorsque a(t) est une fonction linéaire du temps t, le processus gamma est stationnaire, sinon il
est non stationnaire. La Figure 3.3 présente un processus de dégradation modélisé par le processus
gamma.

&l
50

40}
Failure threshold L=35

20F

Degradation

10

0 20 40 60 80 100
F1GURE 3.3 — Un processus de dégradation modélisé par le processus gamma

Pour intégrer des modéles accélérés, le choix de la forme de la fonction accélérée devrait
dépendre de la facon dont les paramétres du modéle influent sur le facteur d’accélération. Il est
commun de considérer 5 comme constant, et la fonction a(e) est en fonction d’accélération [56].
Pour simplifier le probléme, Tseng, et al. [56] ont proposé Aa(t) = pAt, ou u(T) = a.e:cp(—kg‘fT)
pour la relation d’Arrhenius.

Le processus de Wiener

Le processus de Wiener [57, 58, 59| est également appelé processus gaussien de mouvement
brownien. En général, un processus stochastique B(t) (avec t>0) est appelé processus de Wiener

s’il posséde les propriétés suivantes :

— B(0) =0,

— B(t) (avec t > 0) est un processus stochastique a accroissement indépendant a trajectoires
continues ;

— quelque soit ¢ > 0 et At > 0, la loi de 'accroissement B(t+ At) — B(t) est une loi normale
N(0, At).
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La fonction de densité de probabilité de la distribution normale N(0,t) est donnée par :

1 x?
f(z|0,t) = \/ﬁeacp (_275) (3.12)

Puis, le processus de dégradation du composant au temps t peut étre exprimé comme :
X(t) = ut +oB(t) (3.13)

ol i et o sont les deux paramétres caractérisant le processus de dégradation du composant de
sorte que l'incrément entre deux temps successifs ¢t + At et t. Le niveau de dégradation des
composants, X (t + At) — X (¢), suit une distribution normale avec une moyenne j une variance
o%t. La Figure 3.4 présente un processus de dégradation modélisé par le processus de Wiener.
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FIGURE 3.4 — Un processus de dégradation modélisé par le processus de Wiener

Pour intégrer les modéles accélérés, le choix de la forme de la fonction devrait dépendre de
la fagon dont les paramétres du modéle sont impactés par les facteurs de stress. Il est courant de
considérer o comme constant, et le paramétre de dérivé u est considéré fonction de ’accélération :

— La relation d’Arrhenius : u(T') = a.e:cp(—kg‘fT)

Pour la modélisation de dégradation des éléments optoélectronique :

— 1l est largement considéré que les LEDs se dégradent exponentiellement avec le temps

lorsqu’ils ont été vieillis dans des conditions de haute température [60, 61, 62].

X(t) = X, x ") 4 5. B(t) (3.14)

ot o est le parameétre de diffusion, B(t) est un mouvement brownien standard.
— Pour les diodes laser (63, 64] :

X(t)=X,+ A xexp [— kEaT} X t+o0.B(t) (3.15)
B-

o, X (t) est une mesure de dégradation cumulative avec une valeur initiale X,, X (t) =

— ;‘)’Z((é)), o est le paramétre de diffusion, B(t) est un mouvement brownien standard.
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Par conséquent, le modéle stochastique est une solution alternative au modéle déterministe,
ce qui permet de saisir les caractéristiques dynamiques et aléatoires du processus de dégradation.
La nature aléatoire du processus de dégradation refléte un lien étroit entre ’état de 1’élément
et sa fiabilité, ce qui permet de mieux comprendre les mécanismes de défaillance de 1’élément
étudié. L’utilisation de I'information sur la dégradation en conjonction avec la caractéristique de
dégradation permet ainsi d’évaluer avec précision la fiabilité de I’élément [65].

La Table 3.1 présente une synthése sur le processus de dégradation appliqué aux éléments
optoélectroniques.

Processus de dégradation Propriétés Références
- Un modéle simplifié pour les données de dégradation

- Utilisé dans un environnement homogéne

- Processus de dégradation monotone

- Homogéne dans le temps avec un incrément indépendant
- Processus de dégradation non monotone

- Prise en compte des erreurs de mesure

Modéle déterministe [44, 28, 66, 67]

Processus gamma [54, 55, 68, 69]

Processus de Wiener [61, 62, 63, 64, 70, 71, 72, 73]

TABLE 3.1 — Résumé des processus de dégradation

Parmi les deux processus stochastiques, le processus gamma est homogéne dans le temps avec
un incrément indépendant et positif [54], il est donc judicieux d’utiliser ce processus pour décrire
une détérioration progressive, en particulier les dégradations s’accumulant de maniére monotone
dans le temps en une séquence de minuscules incréments, comme 1'usure, la fatigue, la corrosion,
la croissance des fissures, I’érosion, le fluage, etc. [74]. En outre, des processus stochastiques
sont également utilisés pour modéliser la dégradation des composants optoélectroniques avec
plusieurs conditions accélérées. Le processus de Wiener peut étre utilisé pour décrire facilement
le processus de dégradation dynamique des composants tandis que le processus gamma peut
décrire une dégradation s’accumulant de maniére monotone. Des modéles de processus de Wiener
modifiés ont été aussi développés par des techniques de mise & I’échelle du temps [75, 76], en
considérant un coefficient de dérive non linéaire [77, 78, 39|, ou un paramétre adaptatif qui
peut étre mis a jour dynamiquement [79, 80, 81]. Les extensions du processus de Wiener sont
totalement en phase avec des caractéristiques de composant optoélectronique en R&D présenté
dans le chapitre 2. Ceci nous a amené a poser I’hypothése d’utiliser ce type de modéle pour
modéliser la dégradation des éléments optoélectroniques dans cette thése.

Cependant, quelque constats & poser en lien avec cette hypothése :

— Les facteurs de stress sont bien pris en compte dans le modéle de dégradation de type :
température [28, 44, 61, 62, 63, 64, 82| et courant-tension [82, 83, 84];

— Il n’y a pas, ou, trés peu de recherche sur la modélisation du facteur d’influence (auto-
échauffement) sur le processus de dégradation [52].

Par rapport & ce double constat et en référence a la question scientifique posée en lien avec la
modélisation du processus de dégradation au niveau élément en prenant en compte des facteurs
d’influence, la thése va chercher & développer deux contributions :

— Investigation et formulation d’impacts de facteurs d’influence (I’auto-échauffement au
niveau élément) sur le processus de dégradation des éléments (ex. diode laser, photodiode)
d’un composant optoélectronique (contribution C1);

— Développement de modéles de dégradation permettant de tenir compte de I'impact de ces
facteurs d’influence (auto-échauffement) pour chacun des éléments (contribution C2).
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3.3 Evaluation de la fiabilité d’un composant optoélectronique
avec facteurs d’influence multiples

3.3.1 Fiabilité d’un composant optoélectronique

Dans la section 3.2, un élément est dit défaillant lorsque sa dégradation dépasse un seuil de
dégradation prédéfini, Dy. En ce sens, la fiabilité d'un élément en fonction du temps t peut étre
exprimée comme suit :

R(t) = P(X(t) < Dy) (3.16)
De fagon complémentaire, pour la dégradation d’un élément modélisé par le processus de
Wiener avec des paramétres (u, o), la fiabilité de cet élément est calculé comme suit :

R(t) = ® <DJ;_\/E’“) — exp <2’”(‘£f> o <—D(f7+ﬁ“t> (3.17)

o, ¢(e) est 'expression mathématique de la fonction de distribution cumulative de la distribution
normale standard.

De plus, comme mentionné dans le chapitre 1, un composant optoélectronique est a rapprocher
de la définition d’un systéme, c.-a-d. un ensemble d’éléments en interaction pour délivrer le
service global attendu. C’est-a-dire la défaillance du composant, dépend de la défaillance des
éléments constituants. Donc, une autre hypothése posée dans cette thése est de considérer que la
défaillance d’'un élément entraine la défaillance du composant [37]. En ce sens, il est nécessaire
d’avoir les connaissances a priori des processus de dégradation des éléments constituants et de
leurs dépendances pour évaluer la fiabilité du composant.

En général, les dépendances entre éléments peuvent étre classées en trois grandes catégories :
les dépendances économiques, stochastiques et structurelles [85, 86]. Dans cette thése, nous nous
focalisons sur la dépendance de type stochastique, ou interaction, entre éléments qui influencent
de maniére significative le processus de dégradation des éléments. Cela permet de mettre en
évidence une seconde question adressée par cette thése "Comment calculer la fiabilité d’un com-
posant en prenant en compte linteraction entre éléments 2", spécifiquement sur des interactions
de type stochastique.

Donc, la contribution C1 est complétée par 1" "[nvestigation et formulation d’impacts de fac-
teurs d’influence (I’auto-échauffement au niveau de l’élément et l'interaction d’états au niveau
du composant) sur le processus de dégradation des éléments (ex. diode laser, photodiode) d’un
composant optoélectronique”

En effet, afin de calculer la fiabilité du composant, il est nécessaire d’avoir des processus
de dégradation des éléments constituants. Ceci nous améne a développer un état de l'art sur le
modéle de dégradation pour chacun des éléments constituants en tenant compte de la dépendance
de type stochastique ou interaction entre éléments. Puis, la fiabilité du composant étudié est
investiguée.

3.3.2 Interaction de dégradation entre éléments

Chacun des éléments du composant est associé & plusieurs indicateurs de performance dé-
pendants. La dépendance est représentée en considérant que le processus de dégradation d’un
élément peut étre affecté par la détérioration d’autres composants. En ce sens, [87] suppose que
I’évolution du niveau de détérioration de 1’élément ¢ est notée par :

Xi = X; + AX] (3.18)
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otl, AX] est 'augmentation du niveau de dégradation de 'élément i pendant une unité de temps.

D’un point de vue pratique, I'incrément de détérioration d’un élément au temps t peut dé-
pendre de la condition opérationnelle, de son propre état actuel ainsi que de I’état actuel des
autres éléments. Donc, un modéle stationnaire général pour 'incrément est proposé comme suit :

AX] = AO;+ AX] + ) " AXT (3.19)
J#i
ot,

— AO:i est 'augmentation du niveau de détérioration de I’élément 4 causé par les conditions

de fonctionnement pendant une unité de temps, c’est-a-dire l'effet de fonctionnement,

— AX] représente I'incrément du niveau de détérioration de ’élément i induit par lui-méme

pendant une unité de temps, & savoir I'effet intrinséque. Cela signifie que AX}* ne dépend
que de I’état de I’élément ¢ au temps t,
— AX/" est I'incrément du niveau de détérioration de I’élément 4 induit par I'élément j pen-
dant une unité de temps, appelé effet d’interaction. AXgi représente ’état d’interaction
entre les deux éléments 7, i.
Plusieurs variantes du modéle proposé peuvent étre spécifiées :

e Cas 1 - AO! > 0,AX} = 0 et AX/" = 0 : ni effet intrinséque ni effet d’interaction et
le modéle proposé devient un modéle de base décrivant le comportement de dégradation
homogéne de composants indépendants [38] ,

e Cas 2- AO! > 0,AX}" >0 et AX]" =0 : aucun effet d’interaction et le modéle proposé
devient un modéle de base décrivant le comportement de dégradation non homogene [39],

e Cas 3- AO! > 0,AX}" = 0 et AX/" > 0 : augmentation du niveau de détérioration
de I’élément i ne dépend pas de I'état de 1’élément lui-méme, mais dépend de I'état de
l'élément j 40, 41, 42],

e Cas 4 - AO! > 0,AX} > 0 et AXgi > 0 : I'augmentation du niveau de détérioration
de I’élément ¢ dépend de la condition opérationnelle, de I’état de 1’élément ¢ ainsi que de
I’état de 1’élément j.

Le troisiéme cas, également connu sous le nom de modéle d’interaction du taux de dégra-
dation, est clarifié par Bian and Gebraeel [42]. Supposons qu'un composant soit composé de L
éléments, et que chaque élément ait un indicateur de performance décrit par le processus de
dégradation X;(t) avec [ = 1,..., L. Soit y;(t) le taux de dégradation associé au processus de
dégradation X;(t). Pour incorporer la dépendance entre les processus de dégradation, une forme
générale du taux de dégradation jy(t) est donné comme suit.

pu(t) = pu(t; 5(t), F(X(1))) (3.20)

Le taux de dégradation est défini sur ¢ et déterminé en outre par la relation fonctionnelle de x(t)
et f(X(t)), pour laquelle k(t) est le taux de dégradation inhérente de 1’élément sans I'interaction
d’autres éléments, et f(X(t)) est le taux de dégradation inductif en tenant compte de leffet
d’autres éléments.

Sur la base de la fonction de taux de dégradation, le processus de dégradation X;(¢) peut
étre donné comme suit :

Xi(t) = [ n(t (). FXE)du+ et (3.21)

ou €(t) est un élément d’erreur pour capturer le bruit de mesure et I'incertitude non identifiée,
qui est généralement donné comme un processus de bruit blanc ou un processus de mouvement
brownien stationnaire.
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Il est difficile de dériver la distribution du temps de défaillance de I’élément sous le modéle de
processus de dégradation donné par I’équation (3.21). En supposant une forme simplifiée du taux
de dégradation comme py(t) = K(t)+3_, 4 Suk-z (1), est utilisé un taux de dégradation invariable
dans le temps k(t) et une combinaison linéaire de taux de dégradation inductifs d.x (f) avec un
coefficient constant d;;, et un élément d’erreur brownienne stationnaire, alors une distribution
approximative du temps de défaillance est obtenue par Bian et Gebraeel [42], ou les processus de
dégradation de I’élément sont reconstruits par une équation différentielle stochastique (Stochastic
differential equation - SDE) :

dX(t) = (K + 0 x X (£))dt + de(t) (3.22)

oit k = (K1, ...,k1) et € = (e1,...,€1) qui suit une distribution normale multivariée MV N (0, o%t)
avec 02 = diag(o?, ..., O'%) c et 6 € REXL avec les non-diagonales dy;, et les diagonales 6y = 0.

Il a été démontré que les équations différentielles stochastiques données dans 1’équation (3.22)
avec la condition initiale X (0) = X ont une forme fermée sous la forme X (¢) | (k,0?), qui suit
une distribution normale multivariée avec un vecteur moyen p,(t) | (k,0?) et une matrice de
covariance Yo(t) | (k,0?)), comme suit :

1o(8) | (1, 0%) = exp(t) x Xo + /O exp((t — u)d)rdu (3.23)

Yo(t) | (k,0%)) = /0 exp((t —u)d) x o2 x exp((t — u)8) L du (3.24)

Etant donné les seuils de dégradation des L indicateurs de performance, D, la fonction de fiabilité
du composant peut étre approximée comme suit :

R(t) = P’I’(Xl(t) < Dl, ...,XL S DL)

~ O (D1, ..., Dp; po(t) | (k,02), Do) | (k,2)) (3.25)

Supposons que les caractéristiques du composant, telles que la structure, la fonctionnalité,
les conditions de fonctionnement, le mécanisme de défaillance et les interactions des éléments,
soient bien étudiées, dans notre thése, le modéle d’interaction de la dégradation est bien adapté
a la modélisation de la dégradation et & 'analyse de la fiabilité.

En outre, le modéle des copules basé sur le modéle multivarié est introduit pour modéliser
le processus de dégradation d’un composant & plusieurs indicateurs de dégradation [88]. La
distribution des observations de dégradation de ces indicateurs & un moment spécifique peut
étre décrite par une distribution multivariée conjointe [89]. La dépendance entre les processus de
dégradation est caractérisée par la variance-covariance de la distribution multivariée conjointe
a travers des fonctions de copule. Il existe différents types de fonctions de copule pouvant étre
utilisées pour la modélisation de la dégradation, qui sont répertoriés tels que [37] : Copule de
gaussienne, Copule de Frank. Cependant, I’étude sur les processus de dégradation multivarié basé
sur les copules est encore limitée et requérant de mener d’autres investigations sur ’évaluation
de la durée de vie résiduelle, la planification des tests de dégradation [37].

La Table 3.2 présente une synthése sur les études d’interaction de dégradation.
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Modéle de dégradation Applications Références
. Copule de gaussienne [90]
Modéle de copules Copule de Frank 191]
Incrément indépendant de la dégradation [38]

- Aucun effet d’interaction

Modéle d’interaction de dégradation | - Dégradation non homogéne [39]
- Aucun effet intrinséque
- Effet d’interaction [40, 41, 42]
- Effet intrinséque 187, 92]

- Effet d’interaction

TABLE 3.2 — Résumé des études sur l'interaction de dégradation

Cependant, dans la littérature, trés peu d’études sont faites sur le modeéle d’interaction de
la dégradation en intégrant le modéle d’accélération. Ceci améne, par rapport a la question
scientifique (la deuxiéme) liée au calcul de la fiabilité d’un composant en prenant en compte !'in-
teraction entre éléments, la troisiéme contribution qui est 1’ "Extension de chacun des modéles de
dégradation proposés au niveau élément pour calculer la fiabilité d’un composant optoélectronique
constitué a partir de ses éléments (contribution C3)"

3.4 Optimisation d’un plan de test

Lors de la réalisation d’une expérience de dégradation, en raison de la limitation des ressources
expérimentales, le cotit de 'expérience et la précision de l’estimation de la durée de vie du
composant sont deux préoccupations majeures [24]. Parmi des constats de réalisation d’une
expérimentation, la taille de I’échantillon, la fréquence d’inspection et le temps de fin (le nombre
total de mesures) doivent faire 'objet d’une attention particuliére [24]. Il est évident que des
valeurs inappropriées de ces facteurs non seulement gaspillent des ressources expérimentales,
mais réduisent également la précision de 'analyse des données. Par conséquent, la maniére de
déterminer les valeurs de ces facteurs de maniére appropriée est un défi pour les personnels
menant les expérimentations.

3.4.1 Critéres d’optimisation

Un plan de test accéléré optimal est un plan de test permettant d’évaluer la fiabilité du com-
posant étudié avec un intervalle de confiance donné selon un ou plusieurs critéres d’optimisation.
De nombreuses publications ont fourni des algorithmes pour obtenir des plans ADT en fonc-
tion de plusieurs critéres d’optimisation différents [93|. De plus, il est nécessaire d’avoir une
hypothése du modéle de dégradation et de ses parameétres pour construire le critére d’optimisa-
tion & travers la matrice de Fisher, I. En effet, les matrices de Fisher jouent un role important
dans la conception des expériences et dans I'analyse des données [94]. Leur role principal est de
faire des prédictions pour l'inférence des parameétres du modéle - a la fois leurs erreurs et leurs
covariances.
La matrice de Fisher est établie comme suit :
— Soit f(z,0) la distribution de vraisemblance du processus de dégradation X (qui peut
étre multidimensionnelle), paramétrées par le vecteur § = (61, 6s,---). Le score est défini
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comme la dérivée partielle du log-vraisemblance par rapport au paramétre 6 :

1 9f(X,0)

)
26090 = 559

00

(3.26)

— L’information de Fisher est alors définie comme le moment d’ordre deux de la fonction de
score :

1(6:,0;) = E [<889ilogf(X, 9)> <azjlogf(X, 9)> |9} (3.27)

Parmi les critéres, les deux catégories les plus pertinentes sont : la précision sur ’estimation
des paramétres de dégradation et sur le calcul de la fiabilité.

Précision sur ’estimation des paramétres de dégradation :

Habituellement, la matrice de variance-covariance asymptotique des estimations du maximum
de vraisemblance (MLEs) des paramétres du modéle de dégradation, qui est proportionnelle & la
matrice inverse de la matrice d’information de Fisher, est utilisée comme mesure de la variabilité
globale et le déterminant de cette matrice est souvent appelé variance généralisée. Sur cette
base, le critére D-optimal est établi en maximisant le déterminant de la matrice d’information
de Fisher des estimations des paramétres du modéle afin de minimiser la variance de tous les
paramétres du modeéle de dégradation des éléments/composant ainsi que la plus grande précision
de confiance conjointe. La formulation du critére de « D-optimal » |93, 95, 96] est :

Mazximiser {Det(1(0))} (3.28)

Précision sur le calcul de la fiabilité

D’autres critéres d’optimisation visent principalement & améliorer la précision de la prédiction
de certains indices de fiabilité des composants, par exemple le temps moyen de défaillance et le
p-iéme percentile de la distribution de la durée de vie dans les conditions d’utilisation. Pour cela,
le critére est représenté par V-optimal pour minimiser la variance asymptotique de la valeur
de p'®™me percentile de la distribution des durées de vie des éléments/composants en conditions
nominales. La formulation du critére de «V-optimal» [93, 97, 73] est :

Minimiser {Avar(t}p So)} = Minimiser {h".I7*(0)h} (3.29)

ou, t .50 est la valeur p*“™¢ percentile de la distribution des durées de vie en conditions nominales,

212 . . . ot
et des éléments de h est définie comme suit : h; = ggﬁso

Par rapport aux constats soulevés dans le cadre CEA, I'objectif premier en support du pro-
bléme d’optimisation est de développer des modéles de dégradation les plus adaptés pour chacun
des éléments du composant étudié et des paramétres de ces modéles les plus précis possibles
tout en considérant la contrainte de limitation des ressources disponibles (nombre total d’échan-
tillons ; durée de test). Donc, le critére D-optimal est retenu comme le critére principal a mettre
en oeuvre en regard de la problématique de cette thése.

Une synthése des études sur 'optimisation d’'un plan de test de dégradation accéléré est
donnée dans le Tableau 3.3
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Contrainte Modéle de dégradation Critére d’optimal Références
Régression Cotit de réaliser des tests accélérés [98, 99, 100, 101, 102]
Constante Processus de Wiener V-opt [103, 104, 73, 105, 106, 107, 97]
Processus Gamma D-opt [95, 96, 107]

Processus de Wiener [108, 109, 74, 110, 111, 112, 113]

Echelonnée Processus Gamma V-opt [114, 115, 116, 56]
Processus d’inverse gamma [117, 11§]

Progressive Processus de Wiener V-opt [119]

TABLE 3.3 — Synthése des travaux en optimisation d’un plan de test de dégradation accélérée

A partir des études bibliographiques, nous avons constaté que les études actuelles partent
majoritairement sur un composant simple. La formulation du critére d’optimisation est obtenue
facilement et ne dépend que de la valeur des paramétres du modéle de dégradation. Cependant,
dans cette thése, le composant est complexe (plusieurs éléments constituants) ; la dégradation des
¢éléments est difficile a établir, car elles sont affectées par des facteurs d’influence (facteur de stress,
dégradation de I'autre élément, etc.). Cela permet d’isoler une troisiéme question scientifique a
investiguer dans la thése : "Comment optimiser les plans de test accéléré pour un composant
compleze tout en assurant la bonne précision sur le calcul de fiabilité ?". Nous allons reformuler
dans la section suivante le processus d’obtention d’un plan de test optimal grace aux méthodes
existantes.

3.4.2 Formulation du probléme d’optimisation

Dans les méthodes existantes, plusieurs éléments sont & considérer afin de planifier un test
accéléré dans 'objectif d’utiliser le plus efficacement possible les ressources de test pour réaliser
un test de dégradation accélérée. Ces éléments sont les suivants [24] :

— Nombre total d’échantillons a tester (nsotqr),

— Durée de test (ttotal),

— Intervalles de temps entre les mesures (f),

— Nombre de niveau de stress (K),

— Les niveaux de contrainte k (Si) & utiliser dans le test accéléré,

— Proportion relative (mg) @ m = ng/Neotqr pour la contrainte constante, et mp = tx/tiotal
pour la contrainte échelonnée; otl, n; est le nombre d’échantillons soumis au niveau de
stress k (uniquement pour la contrainte constante), tx est la durée de test pour le niveau
de stress k (uniquement pour la contrainte échelonnée).

Puis, ces variables de décision doivent étre déterminées en tenant compte de plusieurs contraintes,
telles que la durée limitée du test accéléré, le budget et la disponibilité des ressources nécessaires
a la réalisation du test accéléré. Par conséquent, le probléme de décision optimale est formulé
comme suit :

Critére d’optimisation : Maximiser {Det(I1(0))} ou Minimiser {Avar(fp,so)}
Contrainte : TC (ntoml,twml, {nk,ou,tk}szl) <Gy

Ntotal ttotala (nk‘? ou, tk) € N
k=1,2,3,-K

(3.30)

N

Hypothése d’un modéle de dégradation : Avant de commencer & concevoir un plan
de test, le modéle de dégradation du composant doit étre spécifié, et la valeur des paramétres
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du modéle de dégradation doivent étre définis (Table 3.3). Ensuite, la formulation du critére
d’optimisation est obtenue & partir d’'un modéle de dégradation prédéfini.

Etablir la contrainte de réalisation d’un test accéléré : La premiére étape de la plani-
fication des tests accélérés consiste & obtenir la durée totale du test accéléré, le nombre d’unités
et le nombre de temps de mesure. Cette contrainte est établie par une fonction de cotit total
de réalisation d’un plan de test accéléré, qui est satisfait pour un budget de cotit donné, Cj. La
restriction des nombres entiers sur certaines variables de décisions peut faciliter 'obtention de
ces valeurs par une méthode d’énumération. Le coiit total (T'C) de réalisation des tests accélérés
peut étre évalué par exemple [120] :

Contrainte constante

K
TC = Cl * Ntotal + 02 * 75total + Z Ck * N (331)
k=1
Contrainte échelonnée
K
TC = C’1 * Ntotal T 02 * ttotal + Z Ok * tk’ (332)
k=1

ou, (4 est le colit unitaire du composant, Cy est le cotlit unitaire de I'opération, C}, le cofit
unitaire d’expérimentation spécifique a niveau de stress k. Dans ces deux cas, il est admis I'hy-
pothése que le niveau de contrainte est prédéfini.

A partir de ces deux modéles de colt total, nous pouvons estimer la durée totale du test,
tiotal, le nombre d’unités de test mise en ceuvre, nypqr, €t la fréquence de mesure, f, pour un
budget de colit donné,C. En général, la valeur de Cs n’a pas d’effet important sur nioai, trotals f-
Mais, Cy nous permet d’estimer la proportion de l'unité/temps de test accéléré au niveau de
stress k.

Recherche d’un plan de test optimal : Cette étape consiste & trouver un plan de test
accéléré qui satisfait aux contraintes en regardant le critére d’optimisation. Dans la littérature,
un ensemble de plans de test, qui satisfait & la contrainte des cofits, est créé par la méthode
exacte (Table 3.3) ou lalgorithme génétique |7, 120]. Dans la méthode exacte, par exemple dans
[111], un algorithme est proposé afin d’extraire tous les cas possibles des plans de test qui sont
satisfaits relativement a la contrainte de budget. Cet algorithme est efficace lorsque le nombre
de possibilités est fini, et la combinatoire reste limitée. Toutefois, la combinatoire des cas rend
son exploration coiiteuse en temps de calcul. En ce sens, les algorithmes génétiques fournissent
un complément utile & ’expérimentation pour créer 'ensemble de plans de test |7].

Ensuite, comme mentionné ci-dessus, le critére d’optimisation pour un composant simple est
facile & obtenir qui dépend que de la valeur des parameétres du modéle de dégradation ainsi que
du plan de test. Un plan de test optimal est défini par des nombres d’échantillons, durée de test,
et des proportions d’unités & allouer au niveau de stress choisi. Le niveau de stress élevé est choisi
pour é&tre aussi élevé que possible afin d’introduire autant de dégradations que possible.

Par conséquent, I'importance de ces méthodes d’optimisation d’un plan de test accéléré dans
la littérature est de bien identifier le modéle de dégradation et la valeur des paramétres du
modéle. Cependant, dans le contexte d’un composant, I’établissement du modéle de dégradation
pour chacun des éléments du composant étudié est difficile (voir les section 3.2 et 3.3). Puis,
le critére d’optimisation ne dépend pas seulement de la valeur des paramétre du modeéle de
dégradation et de plan de test accéléré, mais aussi du niveau de dégradation des éléments du
composant. De plus, dans le contexte de R&D du CEA, il n’y a pas donc de REX relatif par
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exemple & I'exploitation d’une flotte de ces composants (les résultats d’expérimentation sont peu
nombreux) et il n’existe qu'un nombre limité des composants disponibles. La méthode exacte est
par conséquent plus adaptée pour le probléme d’optimisation a résoudre dans cette thése.

Le probléme d’optimisation d’un plan de test accéléré pour un composant complexe est par
conséquent une nouvelle contribution & apporter. Elle se résume pour quatriéme contribution sur
le Développement d’un plan optimisé de tests accélérés pour chacun des composants optoélectro-
niques étudiés (Contribution CJ).

3.5 Conclusion

Ce chapitre est consacré a un état de I’art en relation avec la problématique globale de la these
autour de la fiabilité. Cela conduit & justifier premiérement la question liée & "Comment mo-
déliser le processus de dégradation d’élément en prenant en compte des facteurs d’influences ?".
Les facteurs d’influence sont des facteurs de stress (température, courant, humidité, etc.), ou,
la notion d’interaction entre éléments se construit sur différents types de dépendances qui sont
maitrisés dés la conception (ex. topologique, fonctionnel, physique) ou sont émergents dans le
fonctionnement (ex. propagation de dégradations, rayonnement). L’interaction entre éléments du
composant a des conséquences sur 1’étude de leur fiabilité, donc une seconde question concerne
le calcul de la fiabilité du composant au sens "Comment calculer la fiabilité d’un composant en
prenant compte interaction entre éléments ?". En outre, la complexité d’un composant opto-
électronique a des conséquences sur I'étude de sa fiabilité, notamment au travers du nombre de
tests & appliquer et du temps nécessaire & leur application. Cela conduit & poser une derniére
question liée & "Comment optimiser les plans de test accéléré tout en assurant la bonne précision
sur le calcul de fiabilité 2"

Ces questions scientifiques sont investiguées dans cette thése au travers de 4 contributions
principales :

— Investigation et formulation d’impacts de facteurs d’influence (I’auto-échauffement au
niveau élément et I'interaction de dégradation au niveau composant) sur le processus de
dégradation des éléments (ex. diode laser, photodiode) d’un composant optoélectronique
(contribution C1);

— Développement de modéles de dégradation permettant de tenir compte de I'impact de ces
facteurs d’influence (auto-échauffement) pour chacun des éléments (contribution C2);

— Extension de chacun des modéles de dégradation proposés au niveau élément pour calculer
la fiabilité d’un composant optoélectronique constitué a partir de ses éléments (contribu-
tion C3);

— Développement d’un plan optimisé de tests accélérés pour chacun des composants opto-
électroniques étudiés (Contribution C4).

Donc, le Chapitre 4 et le Chapitre 5 sont consacrés aux trois premiéres contributions. Le
Chapitre 4 se concentre plus spécifiquement sur les contributions C1 et C2 en se focalisant sur
des éléments optoélectroniques, tandis que le Chapitre 5 traite des composants optoélectroniques.
Le Chapitre 6 quant lui adresse la quatriéme contribution en proposant une méthode optimale
d’un plan de test accéléré qui prend en compte les modéles avec des dépendances.
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Chapitre 4

Modéle de dégradation d’un élément
optoélectronique
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4.1 Introduction

Le quatriéme chapitre a pour objet de présenter deux contributions autour de I'investigation
et la formulation d’impacts de facteurs d’influence (I’auto-échauffement au niveau élément) sur le
processus de dégradation des éléments d’un composant optoélectronique (contribution C1) et du
développement de modéles de dégradation permettant de tenir compte de I'impact de ces facteurs
d’influence (auto-échauffement) pour chacun des éléments (contribution C2). Pour illustrer et
valider expérimentalement ces propositions, un élément LED a été choisi. Pour ’étude de 'impact
des dépendances, une analyse a priori du composant est réalisée dans la section 4.2. Tout d’abord,
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la structure de I’élément est présentée afin d’identifier des paramétres de performance. Ensuite,
la focalisation sur le flux d’énergie transformé par 1’élément nous permet d’analyser l'impact
des dépendances sur cet élément. Ces travaux sont réalisés par une modélisation multi-physique
(avec 'outil COMSOL) et bien évidemment en paralléle une partie expérimentale est menée. La
section 4.3 est consacrée a la modélisation de dégradation de cet élément. Lorsque I'impact de
dépendance est quantifié, cela nous permet de formuler cet impact sur le taux de dégradation
modifié. Un modéle intégrant 'impact de dépendance sur le processus de dégradation de 1’élément
est ensuite développé. La formulation de la fiabilité de 1’élément en est finalement dérivée. Une
validation du modéle de dégradation proposé par des expérimentations est également réalisée
dans la section 4.4. Enfin, des conclusions sont données dans la section 4.5.

4.2 Analyse de I'impact des facteurs d’influence par la simulation
multi-physique sur ’élément étudié

Les résultats de la section 2.3 du Chapitre 2 ont montré que la température est un facteur im-
portant qui influence la performance de la LED. Effectivement, dans la littérature, le stress ther-
mique est I'une des fagons les plus couramment utilisées pour accélérer la défaillance /dégradation
des LED selon le modéle d’Arrhenius, qui décrit le taux de dégradation de la puissance optique
des LED en fonction de la température opérationnelle [44, 121|. Cependant, dans de nombreuses
études, la température de jonction utilisée dans le modéle d’Arrhenius est considérée comme
constante et égale a la température ambiante, car elle peut étre controlée avec une enceinte ther-
mique pendant le test d’accélération. Cependant, il a été démontré que la prédiction de la durée
de vie de la LED, qui utilise la température ambiante pour modéliser le taux de dégradation, peut
conduire & des erreurs de prédiction et des incertitudes significatives avec la durée de vie réelle
de l'application [52|. En effet, selon des travaux existants, la température de jonction, qui affecte
directement les défaillances des LED (par exemple, défaillance du semi-conducteur, défaillance de
'interconnexion), influence significativement la dégradation [10, 121, 122]. Ainsi, pour la modéli-
sation du taux de dégradation des LED, la température de jonction en tant que stress thermique
est plus pertinente que la température ambiante. Cependant, la mesure directe de la tempéra-
ture de jonction est complexe et peut conduire & une erreur importante [10, 123, 124]. En outre,
sur la base des analyses de défaillance des LED (par exemple, microscope optique et infrarouge,
microscope électronique & balayage, etc.), de nombreuses études ont montré que la température
de jonction des LED n’est pas constante et peut augmenter pendant le test d’accélération en
raison de I'impact de la dégradation de la LED [52, 125].

En lien avec I'importance de la température de jonction sur les performances des LED,
notre objectif & ce stade est de construire un modeéle thermique dynamique de la LED sur
Ienvironnement de simulation COMSOL. Le modéle thermique dynamique est basé sur une
application technique et réelle. Ainsi, le modéle électrique et thermique assemblé des LED a été
simulé dans un processus dynamique de charge dans le programme de simulation COMSOL.

C’est la premiére étape de notre démarche scientifique dans le but d’élaborer la méthodologie
d’optimisation de plan de test. Elle nous aide & mieux comprendre I’élément & étudier. A partir
de ces résultats, nous pouvons identifier et modéliser des impacts d’influence qui affectent la
dégradation de 1’élément étudié.
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4.2.1 Structure de la LED

La structure élémentaire est constituée d’une puce GaN sur la couche métallique interconnecte
et du substrat céramique brasé sur un support en aluminium (Al) dit "STAR". La Figure 4.1
présente un exemple de structure de LED et de son conditionnement sur le circuit imprimé
(PCB). Il s’agit d’'une LED Cree EZ1000, dont la structure est verticale avec deux bornes de
cathode (-) & plot de liaison carré de 150 pm sur la face supérieure et une anode a terminaison
AuSn 80 :20 (+) sur la face inférieure du substrat en silicium [126]. La couche émettrice de
la LED est liée métalliquement au substrat de silicium, et la périphérie du mesa émettrice est
passive. Ces puces LED a structure verticale ont une hauteur d’environ 170 um. Les puces regues
sont montées sur un MCPCB de type "STAR" (Figure 4.1.b) permettant de les alimenter.

a)

— 980 %980 um Backside Ohmic

‘ Metallization
Mesa (Junction), 950 x 950 um

Cathode (-), 150 x 150 um
(2 places)

Thickness 170 um Anode (+)

Top View Side View Bottom View

b)

FIGURE 4.1 — Détails des LED Cree EZ10000; a) Schéma de la structure des LED ; b) Boitier
de LED sur le PCB

Ensuite, un module de vieillissement est utilisé pour maintenir les LEDs. Les supports sont
en aluminium pour une meilleure dissipation de la chaleur. La Figure 4.2 présente la coupe
transversale de la LED en test accéléré.

Cathodes N [Au - 130 x 130 pm®) -~ 3 pm

N-GaN -3 m
MPG inGaN,/ GaN - 100 am [50,)
P-GaN - 200 nm

) el Toyer
ot i o {Aas/Ni/ B}~ 200 nen

Substrata S [~ 90 ym)

Ancde P [AuSn ~ 3 um]

PCB Al { ~ 1600 pm)

Support Al { ~ 30000 pm)

FIGURE 4.2 — Coupe transversale de la LED CREE EZ1000 monté sur un PCB et le support
d’aluminium [17]

Le fonctionnement plus détaillé de la LED a été présenté dans la Figure 2.1 du Chapitre 2,
et en plus détaillé dans la Figure 4.3. Lorsque la jonction est polarisée en direct, les trous et

les électrons sont recombinés. La bande de conduction est alors formée pour émettre 1’énergie
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lumineuse sous forme de photons. Ce phénomeéne est appelé phénomeéne d’électroluminescence,
et cette énergie lumineuse dépend de la quantité de courant absorbée. En d’autres termes, cette
énergie lumineuse est directement proportionnelle au courant absorbé. Lorsqu’elle absorbe plus de
courant, la lumiére est élevée ; de méme, la lumiére est faible lorsqu’elle absorbe un faible courant.
Tout le courant absorbé n’est pas converti en énergie lumineuse; 'efficacité de conversion de
puissance des émetteurs est généralement comprise entre 10% et 20%. Une partie de ce courant
est donc convertie en chaleur qui est dissipée par la diode pendant I’émission de la lumiére
dans l'environnement extérieur. Cette chaleur est connue sous le nom d’énergie dissipée par les
électrons et cette puissance dissipée dépend également du matériau semi-conducteur de la diode.
En outre, 'absorption de bande & bande peut étre exclue en tant que source directe de chaleur.

Leakage current

e ~ini. current  Total current
'\ p region ¢ omm

\ B ..".rx_x
A Radiawe\\ }__“ B

 recombination
Pout & i> e /\/ Y Non radiative |
S ARV VA ikl
I 7 recombination

ey |
holes
]M

FIGURE 4.3 — Vue schématique de la région active et du courant total réparti en courant de
fuite, courant radiatif et courant non radiatif dans les émetteurs [18§]

electrons

Donc, la puissance dissipée, qui est libérée dans I’environnement sous forme d’énergie ther-
mique, se produit dans un volume du composant sous l’action du courant d’alimentation. Dans
le cas ou P, est la puissance électrique d’entrée et P, est la puissance optique de sortie, la
puissance dissipée Pjeq¢ est obtenue :

Pheat - Pe - Popt (41)

4.2.2 Analyse de 'impact des facteurs d’influence par la simulation multi-
physique

En regardant la structure de la LED présentée dans la section précédente, cela nous permet
d’analyser et d’interpréter le chemin thermique en 3 dimensions sur LED grace a la simulation
multi-physique. Cette simulation est composée de 3 étapes : Géométries simplification ; Maillage
et Condition aux limites; Présentation des résultats.

a. Géométries simplification

La définition des matériaux dans tous les domaines de la LED est une étape importante pour
construire le modéle thermique dynamique dans I’environnement de simulation COMSOL. Nous
supposons que la bibliothéque de matériaux, qui fait partie du module thermique de COMSOL
répond au besoin de cette analyse, et offre ’ensemble des propriétés thermiques des sous-éléments
individuels [17]. Le Tableau 4.1 énumeére les matériaux utilisés dans les différents domaines.
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TABLE 4.1 — Données matériaux et valeurs de thermique

Matériaux Conductivité thermique(W/(m.K)) | Capacité thermique(J/(Kg.K))
Anode (P-AuSn) 60 160
Subtrate - Si 130 700
Métalique - Au 317 129
GaN 130 490
Aluminium - Al 155 893

Vis-a-vis des éléments de la LED avec leur caractérisation thermique mais aussi en discutant
avec des experts du CEA, I’élément métallique (Au) n’a pas été retenu dans la simulation, car il
présente un role mineur dans la dissipation des thermiques. La géométrie simplifiée de la LED
est présentée sur la Figure 4.4 et dans le Tableau 4.2.

Puce GaM [ = 10 pm)

| Substrate 5i [~ 90 pm] ‘ Anode P [AuSn - 3 um)]

PCB Al { ~ 1600 pm)

Support Al | ~ 30000 pm)

FIGURE 4.4 — Représentation de la coupe transversale de la géométrie simplifiée de la LED

TABLE 4.2 — Modéle géométrique retenu de la LED

Matériaux Dimensions dans la structure : X*Y*Z (um)
Puce (GaN) 980x980x10
Subtrate (Si) 980x980x90
Anode P (AuSn) 980x980x3
PCB (Al) 20000x20000x1600
Support (Al) 80000x80000x30000

b. Maillage et Condition aux limites

Dans 'étape suivante de la résolution de la simulation, il est nécessaire de créer le maillage
dans le modeéle géométrique simplifié. La vue du maillage est présentée a la Figure 4.5.
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FIGURE 4.5 — Vue d’ensemble du maillage de LED dans lair

Le premier maillage tétraédrique est effectué avec I'outil de maillage automatique de COM-
SOL. Les zones a forts gradients thermiques attendus sont évaluées comme zones sensibles (niveau
puce, brasure, collage) et sont remaillées, afin de garantir la présence d’au moins trois éléments
dans I’épaisseur de chacun des matériaux. Les maillages de cette structure sont illustrés en Fi-
gure 4.6.

o
o

J-'r-"",i:)?

AV 7
S AV
s s
T

s
SeAASTS

FIGURE 4.6 — Maille de LED; a) LED sur star (PCB); b) Puce LED

Les conditions aux limites consistent en 'application de deux contraintes thermiques. D’une
part, l'injection d’un flux thermique, la vitesse d’air est de 0,55 m/s selon consigne d’étuve, sur
la surface des puces définies et considérées comme générateurs thermiques parfaits. Le domaine
de la puce LED elle-méme est chargé de la puissance dissipée Ppeqr = 0,9W [126, 17]. Les autres
domaines ont la source de chaleur définie a zéro. Cela signifie qu’ils ne sont pas une source
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de chaleur. Les limites entre la LED et 'environnement sont fixées au flux d’air laminaire ce
qui présente ’avantage d’obtenir directement la valeur des résistances thermiques par le relevé
des températures aprés simulation. Nous avons imposé la température initiale a 298°K (25°C).
Les faces des éléments échangent la thermique avec environnement extérieur par la fonction
multiphysique - Flux laminaire.

c. Présentation des résultats

Comme mentionné ci-dessus, les limites entre la LED et I’environnement sont fixées au flux
d’air laminaire. Cela permet d’approcher au mieux les conditions réelles de la LED sur notre banc
de mesure. Puis, nous avons réalisé la simulation thermique en mode de solution stationnaire.
Le résultat de simulation est présenté dans la Figure 4.7.

Surface: Temperature (K} Arrew Line: Conductive heat flux

0.5 A& 305
x10% Hm !

0.5

02

x10* fm
z 01

00

¥ 198

FIGURE 4.7 — Résultat de la simulation en considérant que la LED est en bon état

Dans la Figure 4.7, nous pouvons voir la diode thermique dans les graphiques en couleur. En
effet, il y a une augmentation de 7 degrés sur la température de jonction de la LED. Le transfert
de chaleur de la puce vers la plaque en aluminium est visible sur le modéle, représenté par des
fléches en rouge. L’échelle indiquant la plage de température et les températures maximales et
minimales de 'objet simulé sont affichés & coté de 'objet simulé. De plus, le résultat de mesure
de la température sur le PCB et la plaque d’aluminium avec trois capteurs est confirmé par la
précision suffisante du résultat de la simulation.

Ensuite, en posant I’hypothése que la puissance électrique appliquée & la LED est constante
et que la puissance optique diminue dans le temps & cause de la dégradation, il y a donc une
augmentation de la puissance dissipée en regardant I'Equation (4.1). Une LED est considérée
comme défaillante lorsque sa puissance optique atteint un seuil critique, qui est d’environ 70%
de la valeur initiale de la puissance optique de la LED. La puissance dissipée augmente par
approximation de 30% de la valeur initiale, P; = 1,17W. Le résultat de simulation est présenté
a la Figure 4.8
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Surface: Temperature (K} Arrow Line: Conductive heat flux
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FIGURE 4.8 — Résultat de la simulation en considérant que la LED est en état dégradé

Ces résultats montrés en Figure 4.8, indiquent que la température de jonction de LED aug-
mente & cause de la dégradation de la puissance optique. L’augmentation de la température
de jonction peut étre donc divisée en deux parties : effet de puissance dissipée et impact de la
dégradation. En outre, 'augmentation de la température de la jonction peut accélérer encore le
taux de dégradation des LED. En résumé, il existe une boucle de stress thermique, soumise a
un auto-échauffement sur la LED, qui affecte le processus de dégradation de la LED dans le
temps. Ce constat nous permet d’envisager pour la suite de développer un modeéle de calcul de
la fiabilité au niveau élément en considérant ’auto-échauffement dans la section suivante.

4.3 Proposition d’un modéle de dégradation considérant I’'impact
de ’auto-échauffement

La dégradation de la puissance optique est I'un des principaux indicateurs de défaillance des
LED et a été étudiée dans divers travaux [121, 44, 61, 62, 68, 21, 69, 127]. Dans ces études, le
modele de dégradation conventionnel pour la LED est présenté comme dans ’équation (4.2). Les
détails sont déja présentés dans la section 3.2.2 du chapitre 3.

B(t) = ¢ x e + 5. B(1) (4.2)
ou,
— t : durée de fonctionnement en heures;
— ¢(t) : moyenne normalisée de l'intensité lumineuse au temps t, ¢(t) = %

— ¢, : constante initiale projetée dérivée de I’ajustement de la courbe des moindres carrés;
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— 7 : constante de vitesse de décroissance dérivée de ’ajustement de la courbe des moindres
carrés; n = a X exp (—%) ; oul «v est le facteur préexponentiel, 5 = E—;, E, est 'énergie
d’activation, kg est la constante de Boltzmann ;

— B(t) est un mouvement brownien standard

Cependant, les résultants dans la section 4.2.2 ont indiqué que la température de jonction

des composants augmentait durant les tests de vieillissement, du fait de ’apparition de défauts.
L’impact de 'auto-échauffement sur la température de jonction peut alors étre divisé en deux
parties liées a :

(a) La puissance dissipée : Lorsqu'un courant direct est appliqué & une LED, la jonction
de la LED génére de la chaleur, ce qui a pour effet d’augmenter la température de la
jonction de la LED. Cette chaleur dépend non seulement du courant direct, mais aussi de
la conception de la LED (li¢e & la résistance thermique).

(b) L’'impact de la dégradation : cela signifie que lorsque la dégradation se produit, elle
augmente la température de la jonction de la LED.

Cette variation de température de jonction n’est pas totalement prise en compte dans le processus
de dégradation conventionnel. Nous proposons ici de 'intégrer & nos modéles de dégradation en
considérant 'impact de 'auto-échauffement sur le processus de dégradation du composant.

Tout d’abord, comme l'intensité lumineuse normalisée diminue au cours du temps sous une

température de contrainte donnée, I'indicateur de dégradation de la LED est construit comme

suit :
Popt (t)

Popt (0)

Selon la théorie du taux de réaction d’Arrhenius [22], le taux de dégradation p(T}) sous la
température de contrainte T} peut étre formulé par :

X(t)=1- (4.3)

w(Ty) = a x exp <—£> (4.4)
J
Ou
— 7T; est la température de jonction.
— « et [ représentent les caractéristiques du mécanisme de défaillance du composant et les
conditions de test. La valeur de 8 peut étre exprimée comme suit

_Ee
-

B

4.3.1 Taux de dégradation modifié

Selon le phénoméne d’auto-échauffement, illustré par 'augmentation de la température de la
jonction, nous proposons ici un taux de dégradation modifié permettant de prendre en compte
I'impact de I'auto-échauffement, c’est-a-dire I'augmentation de la température de la jonction.
Ainsi, 'augmentation de la température de jonction, par rapport a la température de stress,
peut étre exprimée comme suit :

AT (t) =a+ f(X(t)) (4.5)

ou,
— a est un nombre réel non négatif et dépend du courant direct et des caractéristiques de la
structure et du matériau de la LED. Dans cette étude, nous supposons que a est constant
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si le courant direct est constant ; il peut étre estimé dans I’étape d’analyse, section 2.3.4
du chapitre 2.
— f(X(¢)) indique D'effet de I'état de dégradation, X (), sur le processus de dégradation de
la LED.
En générale, l'effet de I'état de dégradation, X(t), peut étre décrit par ’'Equation (4.6)

FX(1)) = b.X“(t) (4.6)

Cependant, pour un modéle simplifié, nous proposons que 'effet de ’état de dégradation peut
étre décrit comme I’équation suivante :

F(X(t) =b.X(t) (4.7)

ou b est un nombre réel non négatif qui qualifie 'influence de I’état de dégradation de la LED
sur son taux de dégradation accélérée. Une explication détaillée est présentée en Annexe A.
D’aprés les Equations (4.5) et (4.7), la température de jonction peut étre calculée par :

E:Tk—FAT:Tk-Fa-i—b.X(t) (4.8)

Ainsi, la formulation du taux de dégradation de la LED peut étre étendue en considérant
I’auto-échauffement comme suit :

p
Ty, t)=a xexp| — 4.9

(T, 1) p( Te+a+bX(t) (49)
Ce modéle indique en quelque sorte l'effet des impacts d’influence sur I’état du composant, c’est-
a~dire que I’évolution de la dégradation dépend du niveau de dégradation actuel [42, 106]. Ceci
nous permet & la suite de développer un modéle de dégradation en prenant en compte 'impact
d’auto-échauffement sur un élément isolé.

4.3.2 Modéle de dégradation modifié

A ce stade, nous modélisons I'impact du phénoméne d’auto-échauffement dans le processus
de dégradation accélérée de la LED. A partir du taux de dégradation, I'Equation (4.9), I'évo-
lution du processus de dégradation en tenant compte de I'impact de 'auto-échauffement doit
étre un modéle d’état & temps continu. Donc, en regardant le modéle physique donné dans la
section 3.2.1, nous proposons d’utiliser une équation différentielle stochastique (Stochastic diffe-
rential equation - SDE) modifiée, qui peut étre considérée comme un cas particulier des modéles
d’espace d’état a temps continu, pour modéliser le processus de dégradation [128]. L’avantage
d’utiliser le modéle SDE est qu’il fournit un modéle mathématiquement efficace pour décrire et
capturer les interactions entre les taux de dégradation des composants [42].

dX (t) = p(Ty, t).dt + 0.dB (%) (4.10)

ot B(t) est un mouvement brownien standard avec les propriétés suivantes :

— B(0) =0, ou B(t) € [0,00);

— Station et incréments indépendants, a savoir B(t + At) — B(t) ~ N(0, At);

— o est le paramétre de diffusion, o est une constante et o > 0.
Notons cependant que la détermination de la formulation analytique de X (t) basé sur 'Equa-
tion (4.9) et (4.10) est tres difficile & obtenir [128]. Afin de déterminer la formulation analytique
du modéle de dégradation et estimer des paramétres du modéle, nous proposons donc d’utiliser

86



4.8. Proposition d’un modéle de dégradation considérant l'impact de l’auto-échauffement

une approximation par la série de Taylor, auquel cas le taux de dégradation du composant peut
étre exprimé par :
8

W(Tht) = a. e< Té) b ji.e(_fé) x X (1) (4.11)
k

o, T,; =Tk +a.

Une comparaison des taux de dégradation entre I’approximation et la valeur exacte, qui a
été fait par la simulation, a montré qu’'une erreur relative a 5% lorsque la valeur de f(X(t)) est
moins de 15°C

En utilisant I'Equation (4.10), I'Equation (4.11) peut étre écrite comme suit :

dX(t) = X [k + X(t)] dt + 0.dB(t) (4.12)
ou,
_ T2
w= (4.13)
B B
A=bx ;’;2 .exp <_T,;> (4.14)

Ici, nous trouvons la solution explicite de 'Equation (4.12). Afin de résoudre 1'équation SDE,
nous introduisons alors certaines transformations comme suit :
— L’expression exp(—\.s) satisfait 1’équation suivante :

dexp(—\.s) = =\ X exp(—A.s)ds (4.15)

— Ensuite, nous considérons la différence de exp(—A.s) x X (s). En utilisant la formule d’Ito
[129], nous avons :

d(exp(—A.s) x X(s)) = —Aexp(—A.s).X(s).ds + exp(—A.s) x dX(s) (4.16)
— Alors, nous avons

d(exp(—A.s) x X(s)) = —A.exp(—A.s).X(s).ds
+ exp(—A.s) [A. [k + X(s)] ds + 0.dB(s)] (4.17)
= exp(—A\.8).A\.k.ds + o.exp(—A.s).dB(s)

— En intégrant les deux co6tés de 0 a t, nous avons :
t t
exp(—A.t) x X(t) — X(0) = / exp(—A.s).\.k.ds —I—/ o.exp(—N\.s).dB(s) (4.18)
0 0
— Donc,
t t
X(t) = exp(A\.t).X(0) + / exp [A.(t — s)] A.k.ds + / o.exp\.(t —s)].dB(s) (4.19)
0 0

Enfin, le modéle de dégradation du composant qui tient compte de I'auto-échauffement est trouvé
comme solution explicite de 'Equation (4.12), [42] :

X(t) = X(0).eM +x (e’\‘t —~ 1) + / t 0.eAt=9)dB(s) (4.20)
0

Dans le cas ou I'auto-échauffement n’est pas pris en compte, le modeéle de dégradation de I’élément
se construit a partir de 'Equation (4.2).
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4.3.3 Modéle de calcul de la fiabilité d’un élément optoélectronique

En regardant le processus de dégradation développé dans le section précédente, cela nous
permet de calculer la fiabilité d’un éléments isolé. Le temps de défaillance est défini comme
le temps de passage du processus de dégradation stochastique dépassant la valeur du seuil de
défaillance D. La fonction de distribution cumulative de la défaillance peut alors étre exprimée
comme suit :

F(t) = P(X(t) > D)
o (E(X(t)) - D) (4.21)
Var (X(t))

Puis, la fiabilité du composant en prenant en compte 'auto-échauffement peut étre évaluée
par :
R(t)=1-F(t)

—1- (E(X(t))_D> (4.22)
Var (X (t))

ou E(X(t)), Var (X(t)) sont respectivement l'espérance mathématique et la variance de

X(t).

E(X(t) =E (X(O).e’\'t tk (e/\'t - 1))
+E ( / t U.e)‘(t_s)dB(s).ds> 429

0

Notons que E (X(O).e)"t + K (e/\'t — 1)) sont des valeurs déterministes pour tous t donnés, alors
que F <f(f J.eA(t*S)dB(s).ds> = 0. Donc,

E(X(t) = X(0).eM+ (e’\'t - 1) (4.24)

La variance de X (t) peut étre exprimée comme suit :

Var (X(1)) = Var ( /0 oeap (At — ) dB(s).ds>

=02 x /Ot exp (2.\(t — s)) .ds (4.25)
2

_ 7
2.

(exp(2.M\.t) — 1)

4.3.4 Estimation des paramétres du modéle de dégradation

Le modeéle proposé sur I'Equation (4.20) de la section 4.3.2 est caractérisé par un ensemble de
paramétres 6 = {«, 5, a,b,0} qui doivent étre estimés a partir des données expérimentales grace
au banc d’expérimentation détaillé dans la section 2.3.1 du chapitre 2. Notons que ”a” peut étre
directement estimé avec 1'étape analytique décrite dans la section 2.3.4 [130]. Pour estimer les

paramétres restants (o, 8,b,0) a partir des données expérimentales, nous développons ici une
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approche d’estimation basée sur le maximum de vraisemblance discréte (DML) [131, 42]. En
effet, le niveau de dégradation au temps ¢t peut étre exprimé par :

X(t;) = X(tj_1) +~ (e)“At) - 1) + M X (t) 4 o*.dB(t;) (4.26)
ou,
2
w2 0 20t
(") = 5+ (e 1) (4.27)

Supposons que des signaux de dégradation soient surveillés a des instants séparés, et At = t; —
t(j—1) est la fréquence de mesure et At est suffisamment petit. Selon I'intégrale stochastique d’Ito
[129], la densité de probabilité conditionnelle d'une observation X (t;) étant donné I’observation
précédente X (t;_1), avec At étant le pas de temps, est donnée par

FXE)IX (1), 5, N, %) = %
() (4.28)
veap | - [X(tj) —k (EA.At _ 1) _ e)\.At.X(tjil)]Z .
2 (O’*)2

Ensuite, la fonction de log-vraisemblance d’une donnée d’observation peut étre la suivante :

K ng mg

a,B,b,0) =D D> In(F(X ()X (tj-1), 0, B8,b,0) (4.29)

k=11i=1 j=1

Les dérivations partielles pour 'estimation du maximum de vraisemblance sont requises et fixées
A zéro, c’est-a-dire,

ol(a, B,b,0) 0
Oa
(e, B,b,0) _0
08 (4.30)
9a,B,b,0) _
ob
(e, B,b,0) _0
do

En utilisant une méthode numérique pour les équations algébriques non linéaires, les paramétres
(a, B,b,0) peuvent étre obtenus en résolvant intégralement les équations aux dérivées partielles a
I’aide d’une procédure MATLAB de la méthode simplex de Nelder-Mead [132]. Un développement
mathématique détaillé de ’'Equation (4.30) est présenté dans 1’Annexe B.

Enfin, la fiabilité de 1’élément est calculé & partir la valeur des paramétres du modéle de
dégradation et I’'Equation (4.22).

4.4 Validation du modéle de dégradation proposé
Dans cette section, un plan de test accéléré (sans qu'il soit optimal) sur des LED est appliqué

pour évaluer pour évaluer leur fiabilité afin de valider le modéle de dégradation en considérant
I’auto-échauffement.
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Le choix des conditions de températures, T}, avec k = 1, 2, ont été choisies en restant dans les
gammes de températures de fonctionnement préconisées par le fabricant pour la LED [126]. Les
conditions des tests desquels sont issues les données sont indiquées dans le Tableau 4.3. Dans ce
cas, le courant d’alimentation est fixé a 350 mA pour tous les tests.

TABLE 4.3 — Conditions de test pour les LED Cree EZ1000

Termes Conditions du test
Durée du test 1500 h
Intervalle de collecte des données Minimum a toutes les 48h
Courant d’entrée 350mA
Température d’étuves
T 85°C(358°K)
T 100°C(373°K)
Taille de I’échantillon 9 LED sous T et 10 LED sous 15

4.4.1 Evaluation des mesures optiques au cours du vieillissement

Notre expérience a été réalisée pour 19 LEDs pendant 1500 heures avec deux niveaux de
stress de test (9 LEDs avec T} = 85°C' et 10 LEDs avec T» = 100°C'). La puissance optique,
notée Py (t), a été mesurée toutes les 48 heures. Pour mieux montrer I'évolution de la puissance
optique dans le temps, nous avons utilisé le normalisé (¢(¢)) qui est définie comme le rapport

entre la puissance optique (Pnorm(t)) et sa valeur initiale Pprm(0). Les résultats obtenus sont
présentés dans la Figure 4.9.
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FIGURE 4.9 — Dégradation de la puissance optique sous deux conditions de température; a)
Ty = 85°C'; b) Th = 100°C

Comme l'intensité lumineuse normalisée diminue sous une température de contrainte donnée,
I'indicateur de dégradation, X (¢), de la LED est un processus croissant, voir la Figure 4.10.
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FIGURE 4.10 — Indicateur de dégradation a deux conditions de stress; a) 71 = 85°C'; b) Ty =
100°C

Il est montré que sous une contrainte de température, la puissance optique diminue avec le
temps. Il est donc important de modéliser cette évolution afin de prédire le temps de défaillance
de la LED sous une température de contrainte donnée. Ainsi, une évaluation de la température
de jonction est présentée dans la partie suivante afin de développer le modéle de dégradation
pour le processus de la puissance optique.

4.4.2 Impact du courant d’alimentation sur la température de jonction

Nous analysons ici la variation de la température de jonction de la LED a l’aide d’une
caméra infrarouge. La Figure 4.11 indique I'image thermique en unité arbitraire (DLs) prise avant
(Figure 4.11.a) et aprés application du courant d’alimentation de 350 mA (Figure 4.11.b). Nous
pouvons constater un éclaircissement de la zone centrale de la puce avec 'application d’un courant
de 350 mA aux bornes de la LED, démontrant une augmentation de la température de la LED.
En effet, ce changement est converti en incrément de température en utilisant I'Equation (2.7)
(section 2.3.4). Le Tableau 4.4 rapporte les moyennes de la température converties pour 19
composants de LEDs dans notre expérimentation.

FIGURE 4.11 — Analyse thermique d’'une LED : a) sans courant direct et b) avec courant direct
a 350mA
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TABLE 4.4 — Augmentation de la température de la jonction due au courant d’alimentation

LED | AT [°C] [ LED | AT [°C]
1 12.0 11 8.9
2 10.9 12 11.3
3 8.3 13 8.4
4 11.0 14 8.5
5 12.3 15 8.8
6 10.7 16 7.6
7 115 17 12.0
8 11.0 13 10.5
9 9.6 19 9.0
10 10.4

Par conséquent, sur la base des résultats obtenus dans le Tableau 4.4, nous avons constaté une
augmentation de la température de jonction avec une moyenne de 10,14 degrés et un écart type de
1,14 degré. Ainsi, avec un courant d’alimentation de 350 mA, la température de jonction devient
95,14°C et 110, 14°C' lorsque les conditions de contrainte de 85°C' et 100°C', respectivement, sont
appliquées. L’'impact du courant d’alimentation sur sa température de jonction est modélisé et
présenté dans la section suivante.

4.4.3 Impact de la dégradation de puissance optique sur la température de
jonction

La Figure 4.12 présente les différentes images en unités (DL) fournies par la caméra infrarouge
a différents instants ¢ (avant le test d’accélération ¢ = 0, t = 576h, t = 720h et t = 1500h) pour
une méme LED. Il est montré que la température de jonction de la LED augmente pendant le
test d’accélération.
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FIGURE 4.12 — Analyse thermique d’'une LED avec un courant d’alimentation a 350 mA : a)
avant le test; b) & 576 heures; c¢) a 720 heures et d) & 1500 heures

En effet, & partir de ces images thermiques pour toutes les LEDs, 'augmentation de la tem-
pérature de jonction de la LED est évaluée en utilisant le protocole présenté dans la section 2.3.4
du Chapire 2. Les résultats obtenus sont reportés dans les Tableaux 4.5 et 4.6.
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TABLE 4.5 — Augmentation de la température de jonction due a la dégradation des LEDs sous
une contrainte de T = 85°C

AT() PC]
Composant | t =0h | t =576h | ¢ = 720h | ¢ = 1500h
1 0 2.4 34 5.7
2 0 2.5 3.6 7.0
3 0 2.7 3.8 7.2
4 0 1.6 2.6 9.9
5 0 2.0 3.0 6.2
6 0 2.4 3.4 6.0
7 0 2.5 3.3 5.7
8 0 2.2 3.9 7.0
9 0 2.3 3.7 5.3
Average 0 2.28 3.41 5.5

TABLE 4.6 — Augmentation de la température de jonction due a la dégradation des LEDs sous
une contrainte de T = 100°C'

AT(E) [°C]
Composant | t =0h | t =576h | £ = 720h | ¢ = 1500h
1 0 2.6 3.8 6.7
2 0 3.8 5.3 9.5
3 0 3.7 4.7 9.0
4 0 3.5 4.5 9.2
5 0 3.0 4.3 7.8
6 0 4.2 5.2 9.2
7 0 2.9 4.0 8.3
8 0 2.5 3.1 5.8
9 0 3.7 4.7 8.7
10 0 4.8 6.0 10.5
Average 0 3.47 4.56 8.47

Ensuite, en regardant la dégradation de puissance optique, voir Figure 4.9, ce résultat peut
étre considéré comme compatible avec le probléme mentionné ci-dessus concernant ’augmenta-
tion de la température de jonction due a la dégradation de la LED. La température est aussi
considérée comme un facteur d’influence d’importance qui affecte la dégradation de la LED;
donc, une augmentation de la température de jonction va forcément augmenter le stress de la
jonction et donc accélérer le vieillissement. Par conséquent, en raison de I'impact de la dégrada-
tion, il existe une boucle de stress thermique, soumise & un auto-échauffement sur la LED, qui
affecte le processus de dégradation de la LED dans le temps.

Dans les sections suivantes, nous analysons certains résultats obtenus en appliquant le modéle
de dégradation proposé (Equation (4.20)) & notre jeu de données expérimental.

4.4.4 Estimation des paramétres du modéle de dégradation

Précédemment, nous avons proposé un modéle de dégradation modifié qui tient compte de
I’auto-échauffement du composant. Ensuite, des données expérimentales ont montré qu’il existe
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une boucle de stress thermique, soumise & un auto-échauffement sur la LED. Donc, nous allons
chercher & estimer les paramétres du modéle de dégradation modifié en utilisant des données
expérimentales de la LED.

Tout d’abord, a peut étre estimé par le fait que le courant d’alimentation a4 350mA conduit &
une augmentation de 10 degrés de la température de jonction (voir la section 2.3.4 et 4.4.2), c’est-
a-dire, @ = 10. Les autres paramétres «, 3, b, o sont estimés par ’approche d’estimation présentée
dans la section 4.3.4. Les résultats obtenus sont reportés dans le Tableau 4.7. En particulier, le
taux de décroissance suivant la convention ADT sous deux contraintes de température 85°C et
100°C est trouvé a 3.5 x 1074, 5.7 x 1074, respectivement.

TABLE 4.7 — Paramétres d’estimation

Terms Paramétres
Moyenne  std

Qa 4.5 0.1

B(x10%) 3.6 0.2

a 10 2

b 16.78 2.72

o 0.002 -

4.4.5 Analyses comparatives

Suite aux paramétres estimés dans le Tableau 4.7, nous pouvons calculer la fonction de
distribution cumulative (CDF) et la comparer avec les données expérimentales.

Tout d’abord, la puissance optique des LED, voir Figure 4.9, s’est dégradée a 70% de sa valeur
initiale. Ainsi, les t179 de chaque LED sous deux niveaux de contrainte (77 = 85°C', Ty = 100°C')
sont données dans le Tableau 4.8 et le Tableau 4.9 respectivement.

TABLE 4.8 — Résultat du test d’accélération sous contrainte 77 = 85°C

Elément | t77 [h] | Incertitude [h]
1 867 [=38,+10]
2 916 [~ 14, +34]
3 939 [—28, +20]
1 997 (=37, +11]
5 1030 [—24, +24]
Get7 | 1135 [—22, +26]
8 1218 (=30, +18]
9 1569 [—17, +31]
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TABLE 4.9 — Résultat du test d’accélération sous contrainte To = 100°C'

Elément | t;70[h]) | Incertitude[h]
1 605 [—30, +18]
2 et 3 681 [—20, +28]
1 712 [—23, +25]
5 754 (=25, +23]
6 769 [—18,+30]
7 840 [—25, +23]
8 012 (=37, +11]
9et 10 | 1230 [—18, +30]

Selon 'Equation (4.21), la fonction de distribution cumulative (CDF) basée sur le modéle de
dégradation proposé est calculée en utilisant les paramétres estimés indiqués dans le tableau 4.7.

Les résultats obtenus sont ensuite comparés aux données expérimentales dans les tableaux 4.8
et 4.9, voir les figures 4.13 et 4.14.
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FIGURE 4.13 — Fonction de défaillance cumulée de la LED selon 'Equation (4.21) comparée aux
valeurs expérimentales sous contrainte a 85°C

On constate que la CDF basée sur le modéle de dégradation proposé, qui prend en compte
I’auto-échauffement, s’adapte bien aux valeurs expérimentales. Une erreur moyenne est de 57h
et 30h en comparant avec les valeurs expérimentales, pour la température a 177 = 85°C et
T5 = 100°C'. En revanche, sans tenir compte de 'auto-échauffement, le modéle conventionnel
ADT conduit & une erreur, de 133h et 110h sous les contraintes 177 = 85°C et 1o = 100°C,
notamment dans le calcul de la CDF.

De plus, la Figure 4.15 présente la fiabilité de la LED avec et sans considération de ’auto-
échauffement sous la température de contrainte & T3 = 85°C' et To = 100°C'. Les résultats obtenus
montrent que la non-prise en compte de 'impact de l'auto-échauffement dans le processus de
dégradation d’une LED conduit & une erreur significative dans 1’évaluation de la fiabilité de la
LED.
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_#4 Experimental data at T=100°C
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FIGURE 4.14 — Fonction de défaillance cumulée de la LED selon I'Equation (4.21) comparée aux
valeurs expérimentales sous contrainte a 100°C.
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FIGURE 4.15 — Fiabilité des LED sous contrainte a a) 85°C'; b) 100°C

4.4.5.1 Evolution de la température de jonction
A titre d’illustration, la Figure 4.16 présente les évolutions simulées de la température de

jonction en fonction du temps en utilisant le modéle proposé avec les parameétres estimés qui
sont reportés dans le Tableau 4.7.
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FIGURE 4.16 — Evolution simulée de la température de jonction avec a) T3 = 85°C' et b) Ty =
100°C.

Le Tableau 4.10 rapporte les incréments moyens simulés sur la température de jonction a
plusieurs points de temps ¢ (t = Oh, 576k, 720h, 1500h).

TABLE 4.10 — Incrément de la température de jonction obtenu a partir des simulations

AT(E) [°C]
Stress t=0h | t=2576h | t = 720h | t = 1500h
85°C Simulation 0 2,28 3,29 6,23
Expérimentation 0 2,28 3,41 9,9
100°C Simulation 0 3,43 5,53 8,37
Expérimentation 0 3,47 4,56 8,47

Ici, nous avons remarqué que les résultats simulés sont trés proches des résultats expérimen-
taux (voir Tableaux 4.5 et 4.6).

4.4.5.2 Analyse de sensibilité aux échantillons de données

Nous cherchons notamment a examiner 'impact de la durée de test (des échantillons de
données) sur 'évaluation de la fiabilité ou la fonction de probabilité cumulative de défaillance
(CDF) de la LED en gardant que la condition de test ne change pas pour les 19 LEDs. Pour ce
faire, des données de deux durées de test sont utilisées. Le premier est constitué des données de
0 a 576h, noté Y7, et le second de 0 & 720h, noté Y5.

En utilisant les données expérimentales Y7 et Yo, nous allons estimer le paramétre du mo-
déle de dégradation proposé. Ensuite, les figures 4.17 et 4.18 présentent la CDF du modéle de
dégradation proposé avec deux échantillons de données différents.
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FIGURE 4.17 — Fonction de défaillance cumulée estimée avec différents échantillons de données
sous contrainte a 85°C
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FIGURE 4.18 — Fonction de défaillance cumulée estimée avec différents échantillons de données
sous contrainte & 100°C

Les résultats indiquent que la CDF construite avec une durée de test de 720h est bien proche
des valeurs expérimentales, avec une erreur moyenne de 65h et 35h pour les contraintes & 17 =
85°C' et T = 100°C. Elle est également trés proche des résultats obtenus avec le jeu de données
complet (¢ = 1500h). Par ailleurs, une erreur significative est obtenue en utilisant les données
avec la durée de test de 576h. Ceci peut s’expliquer par le fait que les données avec une durée
de test de 576h ne sont pas suffisantes pour fournir de bons estimateurs alors qu’un jeu de
données accéléré jusqu’a t = 720h est tout a fait suffisant pour obtenir un bon estimateur qui
permet d’obtenir une bonne précision pour I’évaluation de la fiabilité de la LED. C’est un résultat
intéressant qui nous permet d’arréter le test accéléré a partir de ¢ = 720h tout en assurant la
précision de I’évaluation de la fiabilité du composant LED.
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4.5 Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons d’abord présenté ’architecture d’un élément optoélectronique
disponible qui une LED Cree EZ1000 (déja introduite dans le chapitre 2). Une analyse des
impacts d’influence a été mise en place ensuite. Au travers de nos études bibliographiques, des
résultats de la simulation multiphysique et des résultats des expérimentations, nous avons mis
en évidence qu’il y a un phénomeéne d’auto-échauffement dans la LED.

Ensuite, basé sur 'idée de 'auto-échauffement, nous avons d’abord modélisé mathématique-
ment le taux de dégradation de I’élément LED avec la relation d’Arrhenius. Dans ce taux de
dégradation, 'augmentation de la température de jonction du composant est proposée due a
la contrainte de test et au comportement de dégradation du composant. Un nouveau modéle
de dégradation accélérée a été proposé sur la base d’une équation stochastique différentielle. La
fiabilité d’élément étudié a été formulée. Une approche d’estimation est également proposée pour
estimer les paramétres du modéle développé. Les résultats obtenus, données réelles de 19 LEDs
Cree EZ1000, indiquent que le modéle de dégradation proposé s’adapte bien aux données expéri-
mentales. Il est également démontré que le fait de ne pas prendre en compte 1'auto-échauffement
peut conduire & une erreur significative dans I’évaluation de la fiabilité des éléments LED.

De plus, le développement d’un modéle de dégradation prenant en compte I’auto-échauffement
basé sur le modéle homogéne discuté au chapitre 3, le processus gamma, est notre priorité dans
le futur. Il s’agit d’une autre approche du probléme de la modélisation de la récession. En méme
temps, une approche basée sur les données peut étre appliquée pour estimer les paramétres du
modéle ainsi que la durée de vie de 1’élément.

Les résultats de ce chapitre montrent que nos modéles de dégradation sont bien adaptés pour
calculer la fiabilité des éléments en tenant compte du phénomeéne de I'auto-échauffement. Ceci
est une étape importante pour optimiser la procédure de plan de test. Sur la base des résultats,
nous développons dans le chapitre 6 la méthode de choix d’un plan de test optimal et de sa
réalisation.
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Chapitre 5

Extension du modéle de dégradation
proposé dans le chapitre précédent
pour calculer la fiabilité d’un
composant optoélectronique complexe
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5.1 Introduction

Le cinquiéme chapitre traite de ’extension du modéle de dégradation proposé dans le chapitre
4 pour calculer la fiabilité d’un composant optoélectronique "complexe". Ce chapitre propose par
conséquent deux contributions scientifiques : 'extension de la contribution C1 pour I'investigation
et la formulation des impacts de facteurs d’influence (I’auto-échauffement au niveau de 1’élément
et l'interaction d’états au niveau du composant) sur le processus de dégradation des éléments
(ex. diode laser, photodiode) d’un composant optoélectronique; et 'extension de chacun des
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modéles de dégradation proposés au niveau élément dans le chapitre 4 pour calculer la fiabilité
d’un composant optoélectronique complexe constitué a partir de ses éléments (contribution C3).

Pour souligner existence de l'influence d’'un composant sur un autre, la notion de com-
posant optoélectronique "complexe" est décrite dans la section 5.2. Suite & la description du
composant complexe et & la compréhension de ces propriétés, sur la base des études des flux
d’énergie et des interactions possibles entre éléments du composant étudié, il est proposé dans la
section 5.3 une modélisation et une quantification de l'effet des interactions sur la dégradation
d’autres éléments. Ensuite, dans la section 5.4, un modéle de dégradation prenant en compte
les interactions stochastiques entre éléments est développé pour chaque élément. Puis, le modéle
de calcul de la fiabilité pour les deux niveaux d’élément et de composant "complexe" est étudié
dans la section 5.5. Dans la section 5.6, un exemple numérique de calcul de la fiabilité sur un
composant optoélectronique complexe est réalisé pour illustrer la faisabilité et les avantages des
modéles proposés. Dans cette section, une ou, plusieurs analyses de sensibilité sont menées pour
étudier I'impact de différents facteurs sur le modéle proposé. Enfin, les conclusions du chapitre
sont données dans la Section 5.7.

5.2 Description d’un composant complexe

Pour I’évaluation de la fiabilité, le composant optoélectronique est généralement considéré
comme une fonction simple pour faciliter le développement de modéles mathématiques crédible.
L’évaluation de la fiabilité d’'un composant unique peut étre plus efficace en prenant en compte
différents modes de défaillance concurrents. Cependant, du fait des récents progrés liés a leur
intégration (hybridation, collage direct, TSV, etc.), les composants optoélectroniques deviennent
de plus en plus complexes. Cette complexité peut provenir du nombre d’éléments, mais aussi
de la structure des composants (par exemple, un émetteur-récepteur combine la diode laser, la
photodiode, le modulateur, etc.) [133, 134, 135, 136, 137]. Donc, un composant complexe peut
étre défini comme le composant qui se compose d’un certain nombre d’éléments en interaction,
considérés dans leur ensemble, pour prendre en charge une fonction prévue (voir le chapitre 1).

Vis-a-vis du calcul de la fiabilité, nous considérons un composant "complexe" comme com-
posé de L éléments interdépendants. Le diagramme de bloc de fiabilité (RBD) est illustré a la
Figure 5.1.

FIGURE 5.1 — Diagramme de blocs d’un composant complexe des L éléments

Compte tenu de cette composition complexe, trois aspects affectent la dégradation des élé-
ments :
— Les facteurs environnementaux comme des contraintes accélérées (facteurs de stress)
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— Les effets de la dégradation sur les éléments en eux méme et sur d’autres éléments.

— Enfin, une défaillance de n’importe quel élément peut entrainer une défaillance du com-

posant.

Comme mentionné chapitre 1 et chapitre 2, il existe actuellement deux approches pour com-
biner des éléments afin de créer un composant complexe : intégration monolithique et intégration
hybride. Dans notre étude, en regardant 'intégration hybride, les éléments sont intégrés sur sub-
strats en silicium sur isolant (SOI). Ce point d’intégration des éléments s’observe particuliérement
dans le domaine de la photonique, au travers de la photonique sur silicium, mais aussi dans les
domaines des télécoms, de la détection, de I’affichage. .. domaines dans lesquels les composants
associent dans un méme objet différents éléments actifs (puces LED ou laser, photodiodes. . .) et
passifs (lentilles, guides d’onde, éléments de conversion de couleur. . .). La Figure 2.15 présente le
schéma bloc de ce composant destiné & simuler une liaison optique simplifiée, et composé d’une
diode laser III-V, une photodiode PIN germanium et un guide d’onde silicium.

Dans ce cas, c’est une diode laser a réflecteur de Bragg distribué (DFB), ot le réseau DFB est
gravé le long du guide d’ondes en silicium de 500 nm d’épaisseur sous les couches actives III-V.
Les réseaux sont construits sous la zone de gain, dans le silicium également. Le guide d’onde en
silicium est constitué d’une nervure de 200 nm d’épaisseur sur une plaque de 300 nm d’épaisseur,
comme on peut le voir sur la coupe transversale du laser. En fonctionnement, la lumiére émise
par le laser passe par un guide d’onde en silicium et est collectée hors de la puce a I'aide d’'un
coupleur guide d’onde réseau de fibres. De plus, la lumiére de la diode laser passe par le guide
d’onde jusqu’au photodétecteur, dans lequel la photodiode agit comme un capteur qui surveille
le systéme.

5.3 Modélisation des impacts de ’interaction entre éléments

5.3.1 Flux d’énergie dans les composants optoélectroniques complexes

La Figure 5.2 présente le flux d’énergie entre les éléments des composants optoélectroniques.
Nous pouvons lister 3 types énergies existants sur les composants optoélectroniques, ce sont
I’électrique, la lumiére et les thermiques.

5 Energie lumineuse Energie électrique
Energie : =
électrique Emetteur Récepteur

Composant optoélectronique

FIGURE 5.2 — Distribution de I’énergie dans un composant optoélectronique

Sur la base du flux d’énergie dans le composant optoélectronique, les interactions et les effets
des différentes énergies sont résumés comme suit :
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— Interaction électrique : Du fait de la séparation entre deux composants par des ma-
tériaux isolants, ainsi que par leur éloignement, 'interaction liée au courant électrique
entre éléments du composant étudié a été négligée dans notre étude. Cependant, dans un
élément, le courant entraine une augmentation de la température de jonction de
P’élément.

— Interactions des rayonnements : Quand des ondes optiques pénétrent dans un maté-
riau, leur énergie peut étre partiellement ou totalement absorbée. L’ampleur et le méca-
nisme de I'absorption dépendent de I’énergie du photon hr. Aux faibles énergies photo-
niques, la lumiére est directement absorbée par le réseau cristallin (région de Reststrah-
len). Aux énergies photoniques typiques, I’absorption par les porteurs libres domine, ce
qui dissipe rapidement 1’énergie vers le réseau en raison des temps de diffusion intra-bande
trés courts. L’absorption de bande a bande donne lieu & de nouvelles paires électron-trou
(recyclage des photons), qui peuvent ou non générer de la chaleur par I'un des mécanismes
ci-dessus. En fonction du modéle global de I’élément, ’absorption de bande & bande peut-
étre exclue en tant que source directe de chaleur. En outre, certains effets de la
lumiére sur les éléments peuvent engendrer des effets d’ionisation, des dommages par
déplacement [138, 139, 140, 141, 142, 143|. Cependant, ces études ont été réalisées sous
I'influence de rayons X ou de rayons gamma, de sorte que ces effets n’ont pas été men-
tionnés dans cette thése car il n’y a pas ou moins de rayon X dans ce type composant
étudié.

— Interaction de thermique : Comme indiqué dans la section 4.2.2 du chapitre 4, 'effi-
cacité de conversion de puissance des optoélectroniques est généralement comprise entre
10% et 20%, et prés de 80% de la puissance est transformée en chaleur. En fonction
des différences de mécanismes de transfert, les sources de chaleur peuvent étre séparées
en chaleur Joule, chaleur de recombinaison électron-trou, chaleur de Thomson, et chaleur
provenant de ’absorption optique [144, 51|. Un grand nombre de chaleurs s’accumule dans
un élément si la chaleur n’est pas dissipée a temps, ce qui augmente la température de la
jonction de I’élément, diminue 'efficacité de la conversion de puissance et peuvent engen-
drer des effets d’ionisation, des dommages par déplacement finalement la fiabilité (comme
la durée de vie). Dans le méme temps, la température haute et la chaleur produisent
une interaction thermique avec un autre élément dans un composant optoélectronique, et
peuvent conduire & une série de problémes de fiabilité.

En général, l'effet du flux d’énergie sur et entre les éléments d’un composant optoélectronique est
exprimé en termes d’énergie thermique. En effet, les éléments optoélectroniques sont également
sensibles aux effets de la température pendant leur fonctionnement. Nous avons donc mis en
évidence dans cette thése qu’il y a une interaction de nature thermique entre éléments, sur notre
composant étudié. Ce constat nous améne pour la suite de la these, & étudier la gestion thermique
des composants optoélectroniques comme la contrainte majeure d’interaction a maitriser au
niveau composant.

5.3.2 Analyse de I'impact d’interaction entre éléments par la simulation multi-
physique

A partir de I’hypothése donnée dans la section 5.3.1, Ieffet du flux d’énergie sur et entre les
éléments du composant optoélectronique est exprimé en énergie thermique. Cette section vise
& construire un modéle thermique dynamique de certains composants optoélectroniques pour
I’environnement de simulation COMSOL. Ensuite, des détails sont donnés sur 'interaction de
nature thermique entre éléments de notre composant étudié.
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De plus, le modéle thermique dynamique est basé sur une application technique et réelle.
Ainsi, le modéle électrique et thermique assemblé du composant optoélectronique a été simulé
dans un processus dynamique de charge dans le programme de simulation COMSOL. La premiére
étape consiste & créer un modéle géométrique. La structure du composant est donc présentée a
la Figure 5.3 et les dimensions sont données dans la Table 5.1.

Photodetector Hybrid 111-V/Si DFB laser Si waveguide

Cuantum wells

[ —

[ muwr:tch Dustrib lﬂlwhg
I'Il ™~ Feed-back

500nm

FIGURE 5.3 — Structure du composant complexe

Ce composant simule une liaison optique simplifiée et qui est composé d’une diode laser III-V,
une photodiode PIN germanium et un guide d’onde silicium.

TABLE 5.1 — Dimensions de base du composant complexe

Localisation Facteur d’accélération
Taille de la puce 3500 x1500 pum
Taille du pad laser 500 x250 um
Taille du pad photodiode 100 x100 um
Distance "grating coupler" /pad laser 1800 um
Distance de la diode laser /photodiode 150 pm

En outre, la Figure 5.4 présente en détail la structure de la diode laser.
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InP {(n) 150nm
SCH 120nm
MQW (6X)

SCH 120nm
InP (p) cladding ~Z2um
InGaAs contact 300nm
Substrate

FIGURE 5.4 — Structure de la diode laser dans le composant complexe

a. Simplification de la géomeétrie

En utilisant le méme protocole de simulation par COMSOL que dans la section 4.2.2 du
chapitre 4, nous modélisons donc une structure simplifiée du composant présenté ci-dessus afin
de faciliter la simulation tout en minimisant les erreurs dans les résultats. Aprés avoir discuté
avec les experts du CEA, nous avons proposé une géométrie de simplification, tel que montré
dans la Figure 5.5 :

Puce Ge ( ~ 600 nm) e 2 l Gap de Si02 ( ~ 100 nm)

Guide d’onde Si (~ 500 nm)

Box Si02 ( ~ 700 nm)

Substrat Si ( ~ 90 um)

FIGURE 5.5 — Structure du composant complexe simplifiée

Les données de matériaux de conductivités thermiques utilisées sont celles du Tableau 5.2. Les
conductivités thermiques sont considérées comme isotropes et indépendantes de la température.
Ensuite, les conditions aux limites consistent en 'application de deux contraintes thermiques.
D’une part, I'injection d’un flux thermique sur la surface des puces définies et considérées comme
générateurs thermiques parfaits. Nous avons choisi d’injecter 0.17 W thermique sur la puce de
LD, ce qui présente I’avantage d’obtenir directement la valeur des résistances thermiques par le
relevé des températures aprés simulation. D’autre part, dans un souci de simplicité de calculs,
nous avons imposé la température de la face arriére de structure & 0°C. Cela constitue la référence
thermique.

106



5.8. Modélisation des impacts de linteraction entre éléments

TABLE 5.2 — Données matériaux et valeurs de thermique pour le composant complexe

Matériaux | Conductivité thermique(W/(m.K)) | Capacité thermique(J/(Kg.K))
Puce InP 69 310
Puce Ge 60 310
Box Si0O» 14 730
Substrat Si 131 700

b. Présentation des résultats

La simulation thermique en mode de solution stationnaire est réalisée de la méme maniére
que dans la section 4.2.2. Le résultat de la simulation est présenté dans la Figure 5.6. La structure
interne du composant conduit & une augmentation de la température de 41 degrés dans la diode
laser et de 4 degrés dans la photodiode. Donc, il y a un impact de thermique de la diode laser &
la photodiode.

Surface: Temperature (K) Contour: Temperature (K)

Gradient de /
temperature a
024K Diode laser il

Photodiode 310

v 298 ¥ 302

FIGURE 5.6 — Résultat de la simulation du transfert de chaleur avant le test de vieillissement

Ensuite, en supposant que la puissance électrique appliquée a la diode laser est constante
et que la puissance lumineuse diminue avec le temps en raison de la dégradation, la puissance
dissipée augmente donc avec le temps. Une diode laser est considérée comme défaillante lorsque
sa puissance optique atteint un seuil critique, qui est d’environ 70% de la valeur initiale de leur
puissance optique [28, 64]. C’est-a-dire que la puissance dissipée augmente d’environ de 30% de
la valeur initiale. Le résultat de simulation est présenté a la Figure 5.7.
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Surface: Temperature (K) Contour: Temperature (K)

Gradient de
temperature & Diode laser
306°K

Photodiode

FIGURE 5.7 — Résultat de la simulation du transfert de chaleur apres le test de vieillissement

Ce résultat montre que la diode laser, qui est alimentée par un courant d’alimentation, crée
toujours de I’énergie thermique. Lorsque la dégradation d’élément se produit, la chaleur dissipée
augmente en raison de la détérioration de ses performances. Cette chaleur influence la diode
laser elle-méme et les autres éléments (la photodiode). En particulier, lorsque nous appliquons
un niveau de contrainte supérieur & la condition normale, par réaction chimique ou physique, la
dégradation du composant est accélérée et crée davantage d’énergie thermique.

En complément, le Tableau 5.3 présente la température de la photodiode, avant et apreés
le test accéléré, en fonction de la distance entre les deux éléments. Ce résultat présente que
I’augmentation de la température de la photodiode est une équation linéaire pour la distance
entre la photodiode et la diode laser.

TABLE 5.3 — Impact de température sur la photodiode en fonction de la distance photo-
diode/diode laser

Température

Distance (um) | 200 | 100 | 50
Avant le test | 301 | 304 | 306
Apres le test | 304 | 307 | 309

Au global, ces simulations ont permis de montrer un échange thermique sur un composant
étudié. Il faut aussi souligner qu’il y a une possibilité d’interaction de nature thermique entre élé-
ments sur notre composant étudié. Ce constat nous permet d’envisager pour la suite de développer
un modéle de calcul de la fiabilité au niveau élément ainsi qu’au niveau composant complexe en
considérant 'interaction de nature thermique entre éléments et 'auto-échauffement.

5.4 Extension du modéle de dégradation considérant I’impact de
Pinteraction

Les études a priori des éléments et du composant complexe (voir la section 5.3) nous ont per-
mis de nous focaliser sur 'auto-échauffement et I'interaction de nature thermique entre éléments
du composant étudié. Le but de cette section est dans la continuité de développer le modéle
de dégradation d’'un composant complexe, qui doit étre associé & un modéle d’estimation de la
fiabilité du composant.
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5.4.1 Modéle de dégradation étendu au niveau élément

Il est évident que chaque composant et ses éléments peuvent se comporter différemment
lorsqu’ils sont utilisés. La structure du composant consiste en L éléments. Les éléments sont
interdépendants et affichent une interaction au niveau du taux de dégradation (Figure 5.1).
Grace aux études menées dans la section 5.3, il nous est permis de modéliser la dégradation au
niveau élément avec une interaction de nature thermique entre éléments du composant.

Ensuite, il est montré que la présence d’auto-échauffement et 'interaction thermique entre
éléments du composant étudié résultent d’une augmentation de la température de jonction des
éléments. L’augmentation de la température de jonction d’un élément peut alors étre divisée
en deux parties liées & la puissance dissipée et 'impact de la dégradation. De cette fagon, nous
supposons que le facteur d’influence a I’élément ¢ est 1ié & une augmentation de la température,
AT;(t), qui accélére la dégradation de I’élément. En cohérence avec I'explication donnée ci-dessus,
AT;(t) peut étre exprimée comme suit :

ATy(t) = a; + [(X(1)) (5.1)

— a; dépend de la conception et du matériau de I’élément ainsi que du courant appliqué.
Dans cette étude, nous supposons que a; est constant lorsque le courant appliqué est
constant ; cette hypothése peut étre validée a posteriori par analyse des caractérisations
thermiques.

— f(X(t)) indique I'impact de la dégradation de I’élément sur 'augmentation de la tempé-
rature, ou X (t) = [X1(t), Xa(t), -, X(t)] est le vecteur du processus de dégradation
des éléments du composant étudié.

Donc, selon la relation d’Ahrrenius, le taux de dégradation de 1’élément i peut étre exprimé par :

Ea,i
wi(T,t) = a; X exp <— kol + o + f(X(t))]> (5.2)

o, T}, est la température ambiante.
De plus, le taux de dégradation de I’élément 7 est présenté comme suit :

[(Tk, ) = a; X - o (53)
Hillk,t) = Qq X exp k[T + ai + f(Xi(t)) + Dy F(X5())] .

— (f(X;(t))) représente ’auto-échauffement de I’élément.

— D _vjzi [ (X;()) représente I'interaction d’effet thermique entre éléments du compo-

sant.

Dans le méme logique que celle développée dans le chapitre 4, nous appliquons un modeéle SDE
afin de décrire le processus de dégradation de ’élément sous chaque contrainte de température
[42, 128] :

dXZ(t) = Ni(Tlm t).dt + dBZ(t) (5.4)

ot B;(t) est un mouvement brownien standard avec les propriétés suivantes :
— B;(0) =0, ou B;(t) € [0,00),
— Station et incréments indépendants, a savoir B;(t + At) — Bi(t) ~ N(0, At.o?) , oil o; est
le paramétre de diffusion, o; est une constante et o; > 0.
Cependant, le déterminant de la formulation analytique de X (¢) basé sur les Equations (5.3)
avec le taux de dégradation de ’Equation 5.4 est trés difficile & obtenir [128]. Donc, nous propo-
sons d’utiliser une approximation par la série de Taylor, et le taux de dégradation de 1’élément

109



Chapitre 5. Extension du modéle de dégradation proposé dans le chapitre précédent pour calculer la fiabilité d’un com

peut étre exprimé par :

L

_ by _£
,ui(T,;,t) = Oéi-€< Tlg ) + ﬁg.e 7 > X f(X](t)) (55)
k

YE

j=1

o, T,; =T + a;.
Nous supposons que leffet de 1'état de dégradation, f(X(t)), a I’élément i peut étre décrit
par 'Equation (5.6) pour un modéle simplifié.

L

L
D FOGE) = biX;(0) (5.6)
j=1

=1

ott b € RI*L qualifie 'influence de I'état de dégradation de 'élément sur son taux de dégra-

dation accélérée.

b— | - Ce (5.7)
bri br2 ... brp

Donc, le modeéle de dégradation pour chacun des éléments du composant étudié peut étre
écrit comme suit :

dX(t) = [k + A x X(t)]dt + dB(t) (5.8)
o, X(t) = [X1(t), -+, Xr(t)], \,k et sont les vecteurs et la matrice de paramétrage; B(t) =
(Bi(t),---,Br(t)), ici By(t),---,Br(t) sont des processus indépendants de mouvement brow-
nien avec des paramétres de diffusion 0%, - - , 02, c’est-a-dire B;(t) ~ N(0,02t) pouri =1,--- , L.

En d’autres termes, B(t) ~ N(0,X.t), ot o = diag(o?, -+ ,0%).

L CtL- .
%) (%) %)
0‘7{? e\ "/ by a:;? e\ Tk/ by 0%?1 e\ "/ by
5\ : . . (5.10)
(D o D
fr e\ i/ by, % e\ &/ bry aLile\ /)b
k k k

Il nous faut ensuite trouver la solution explicite de 'Equation (5.8). Afin de résoudre I’équation
SDE, nous introduisons un facteur d’intégration exp(—t\), qui est une exponentielle de la matrice.
Rappelons que pour toute matrice A, ou A € R™ ™, I'exponentielle de la matrice exp(A) est
définie comme exp(A) = Y1 # AL Ici, exp(—tA) satisfait 'équation suivante :

d(—t\) = =\ x exp(—t\)dt (5.11)
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Ensuite, nous considérons la différentiation de exp(—t\) x X(t). Par la formule d’Ito en n di-
mensions, nous avons :

d(exp(—tA\) x X(t)) = d (exp(—tN)) x X (t) + exp(—t\)dX(t) (5.12)

Nous considérons ensuite les équations 5.8 et 5.11 pour les expressions d (exp(—t\)) et dX(t),
respectivement. Nous avons :

d (exp(—tA) X X (1)) = —\ x exp(—tA\) X ()dt + exp(—tA) {[k + A x X ()] dt + dB(t)}

(5.13)
= exp(—tA) X kdt + exp(—t\)dB(t)
En intégrant les deux cotés de 0 & t, nous avons
t t
exp(—tA) x X(t) — Xo = / exp(—sA) X Kkds —|—/ exp(—sA)dB(s) (5.14)
0 0

Notons que la matrice inverse de exp(tA) est exp(—tA). Nous multiplions les deux cotés par
exp(tA) et résolvons X(¢). Donc, le modeéle de dégradation pour un composant complexe en
considérant ’auto-échauffement et l'interaction de nature thermique entre éléments est donné
par I'Equation (5.15).

t t
X(t) =e? x X +/ (e(tfs))‘> X K.ds —i—/ e=INaB(s).ds (5.15)
0 0

5.4.2 Estimation des paramétres du modéle de dégradation

Dans cette section, nous supposons qu’il existe une base de données de dégradation du compo-
sant & partir des expérimentations, et nous présentons les procédures d’utilisation de ces données
pour estimer les paramétres de notre modéle. En particulier, nous dérivons les estimations de
maximum de vraisemblance discréte (DML) pour les parameétres du modéle, § = («, 5, a,b,0),
ona=la, - ,ar], B=1[6,,0L],a=a1, -+ ,ar], b=[b1, -+ ,br] qui sont les vecteurs de
paramétrage. Notons que a peut étre directement estimé avec ’étape analytique.

De maniére similaire a ce qui est utilisé dans la méthode DML, nous approximons X (t;)
comme suit :

X(tj) = X (1) + |5 + A Az(tj-1)] At + (B(t5) — B(tj-1) (5.16)

o, Az (tj—1) = X(t;) — X(tj-1)
Notons que X (t;)— X (t;—1) sont indépendants, chacun d’entre eux suit la distribution X (¢;)—

X(tj—1) ~ MVN ([5+ XAz(tj—1)] At,At2X), ou ¥ = diag{o}, - ,0%}/At. La fonction de

vraisemblance de (a, 3,b, o) s’exprime comme suit :

K np mg

L(a, B,b,0|Data) HHH [27rL/2]2|1/2

k=11=1j=1

exp {—; lyj =[5+ XAzy ()] 57 [y — [k + AAzy (1)) H

(5.17)

ou, y; = ﬁ [X(t;) — X (tj—1)]. Ensuite, la fonction de log-vraisemblance des données d’observa-
tion s’exprime sous la forme :

K np myg

a,f3,b,0) ZZZlog a, B,b,0|Data)) (5.18)

=11=1 j=1
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En utilisant une méthode numérique pour les équations algébriques non linéaires, a l'aide
d’une procédure MATLAB, les paramétres («, 3, b, o) peuvent étre obtenus en résolvant intégra-
lement les équations aux dérivées partielles qui sont fixées a zéro, c’est-a-dire :

ol(a, B,b,0) 0
Oa
dl(a, B,b,0) _0
96 (5.19)
(e, B,b,0) _g
ob
dl(a, B,b,0) _0
do

5.5 Evaluation de la fiabilité d’un composant optoélectronique

Le temps a la défaillance ¢y du composant est donc défini comme le moment ot I'un des L
processus de dégradation atteint son seuil de dégradation D; avec I = 1,--- | L. La fonction de
fiabilité du composant est alors donnée comme suit :

R(t) = Pr(X1(t) < Dy,--- , X1(t) < Dyp)
= ® (D1, , Dp;p*(t), £*(¢))
ou @ (D1, -+, Dr;p*(t),2*(t)) est la fonction de distribution cumulative (CDF) distribution

normale multivariée de L dimensionnels avec une moyenne p*(¢) et une matrice de covariance
¥*(t). De plus, nous avons :

(5.20)

t t
p(t)=FE [et)‘ x Xo +/ <e(t*8))‘> X K.ds +/ =N dB(s).ds (5.21)
0 0

Notons que e x Xj et fot (e(t_s))‘) X k.ds sont des valeurs déterministes pour toute t donné,
tandis que E [f(f e((t_S)A)dB(s).ds} = 0. Donc,

t
pr(t) = e x X, —I—/ (e(t_s)/\) X K.ds (5.22)
0

Et,

¢
Y*(t) = Cov </0 e((ts)A)dB(s).ds)

</Ot 6((t—s)>\)dB(3).dS> X </Ot 6((t_5))‘)dB(s).ds)/] (5.23)

t
- / =9 5 g 5 (=927 g
0

=B

5.6 Illustration du modéle de dégradation proposé par un exemple
numérique pour un composant complexe

A ce stade, notre objectif est de réaliser des tests accélérés sur un composant complexe
afin de valider le modéle de dégradation étendu au niveau élément avec ’auto-échauffement et
I'interaction thermique entre éléments du composant étudié.
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5.6. Illustration du modéle de dégradation proposé par un exemple numérique pour un composant complexe

Nous prenons comme composant complexe celui est représenté sur la Figure 2.15, avec la
diode laser et la photodiode. Donc, le nombre d’élément est L = 2, voir la Figure 5.8.

7/
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\\\Y
\| \ \ \ :

I
("
\ l“. \ / /“ ," /|

A
Y

I
I
Y

Laser diode

®

Photodiode

F1GURE 5.8 — Composant optoélectronique complexe

Dans le cas d'un composant optoélectronique tel que celui de la Figure 5.8 qui combine une
diode laser et une photodiode, les caractéristiques de performance, qui sont respectivement la
puissance optique de sortie et le courant d’obscurité, correspondent & la dégradation de la diode
laser et de la photodiode respectivement.

Cela signifie que l'indicateur de dégradation de la diode laser et photodiode s’expriment,
respectivement, par :

_ Popt(t)
=1 parg) 5.24
Idark:(t) ( ’ )

Dans cet exemple, nous appliquons un niveau de contrainte de température de T = 50°C
alors que le fonctionnement normal est de Ty = 25°C'. Les paramétres du modéle de dégradation
sont présentés dans le Tableau 5.4 et les équations (5.25), (5.26) présentent le facteur d’impact
entre deux éléments.

TABLE 5.4 — Parameétres du systéme

Paramétres | Diode laser | Photiode
A; 3 4.1010
FE; 0.35 0.95
o; 0.02 0.05

(5.25)

0 41 0
“\3 0
50 0
b= (15 0)
En regardant la valeurs des paramétres du modéle de dégradation, nous avons proposé qu’il
n’y ait qu'un impact thermique de la diode laser & la photodiode et & elle-méme :

(5.26)

ATy (t) =41+ 50. X (t — 1)

ATy(t) =3+ 15.X,(t — 1) (5.27)
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Chapitre 5. Extension du modéle de dégradation proposé dans le chapitre précédent pour calculer la fiabilité d’un com

5.6.1 Fiabilité du composant étudié & un niveau de température contrainte
donné

Avec ces paramétres définis ci-dessus, en utilisant les Equation (5.20), (5.22) et (5.23), nous
supposons que le fonctionnement normal est Ty = 25°C', le seuil de défaillance est Dy = 0.3,
Dy = 0.3 de la diode laser et de la photodiode, respectivement. Enfin, la Figure 5.9 représente
la dégradation et la fiabilité du systéme optoélectronique avec et sans interaction.

e
n

—— Degradation of laser diode — Without interaction at 323K
—— Degradation of Photodiode | ~——With interaction at 323K
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FIGURE 5.9 — Dégradation et fiabilité du composant sous la condition de température : a)
Ty, = 50°C'; b) Ty = 25°C

Les résultats numériques montrent que l'interaction entre les composants a un impact im-
portant sur la fiabilité du systéme et devrait étre intégrée dans le modéle de test de dégradation
accélérée. En outre, la Figure 5.10 présente les évolutions simulées de la température de jonction
en fonction du temps en utilisant le modéle proposé sous la contrainte de température de 50°C.
Le résultat correspond aux résultats obtenus par la simulation multi-physique.
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5.6. Illustration du modéle de dégradation proposé par un exemple numérique pour un composant complexe

% ' g 10
—— Heat impact on lase diode
58 — |—Heat impact on photodiode

I I I I

4
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Times (hours)

FIGURE 5.10 — Evolution de la température de LD et PD sous la condition de température
Ty = 25°C

Une analyse de sensibilité est ensuite réalisée pour évaluer I'impact de la thermique sur la
fiabilité du composant étudié.

5.6.2 Impacts des interactions sur la fiabilité du composant étudié

Les Figure 5.11 et Figure 5.12 présentent I’analyse de sensibilité de la fiabilité du compo-
sant étudié par rapport aux facteurs d’impact thermique (aj2,b12). Le facteur (ai2) indique la
dépendance a la conception du composant tandis que le facteur (bj2) présente la dépendance
stochastique.

Sensitivity analysis of a,,on R(t)
T T

1 — T T
—Without interaction at 323K

——With interaction, a12=0
With interaction, a12=4

——With interaction, a12=8

— With interaction, a12=15

Reliability
© o o o o
N w S o o
T T I I T

o
o
T

| | I |
500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000
Times (hours)

o
o

FIGURE 5.11 — Analyse de sensibilité de R(t) sur I'impact de la conception du composant com-
plexe
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Sensibility analysis of b12 on R(t)
T T

T T
——Without interaction at 323K
—With interaction, b12=0
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FIGURE 5.12 — Analyse de sensibilité de R(t) sur I'impact de la dépendance stochastique

Comme le montre les deux figures 5.11 et 5.12, lorsque (a12,b12) sont petits, la dépendance
de la dégradation a I'impact de la thermique est moindre, et un facteur élevé de (a12, b12) signifie
que la photodiode recoit plus de chaleur de la diode laser, ce qui entraine une détérioration plus
rapide. La comparaison entre les deux figures indique que la variabilité de (a12) exerce un impact
plus important sur la fiabilité du composant que la variabilité de (b12).

En outre, dans cette étude, les interactions entre les éléments sont modélisées par I'impact
thermique. Cependant, il existe également une dépendance entre les paramétres qui ameéne logi-
quement une étude sur la co-variance entre paramétres.

5.7 Conclusion

Ce chapitre a montré 'importance de développer un modéle de test de dégradation accé-
lérée pour ’évaluation de la fiabilité d’'un composant optoélectronique complexe. Ce modéle
tient compte non seulement de l'interaction entre éléments, mais aussi de la caractérisation du
composant, des facteurs de stress qui peuvent étre générés par un test accéléré.

Pour permettre d’évaluer la fiabilité d’'un composant étudié, nous avons présenté la description
de ce composant. Ensuite, se focalisant sur le flux d’énergie et 'interaction possible entre éléments
(les résultats de la simulation multi-physique), nous avons mis en évidence qu'il y a une possibilité
d’interaction de nature thermique entre éléments sur notre composant étudié. Ce constat nous
permet de proposer un modéle de calcul de la fiabilité au niveau élément ainsi qu’au niveau
composant complexe en considérant l'interaction de nature thermique entre éléments et ’auto-
échauffement.

Un exemple numérique pour ce composant a été développé. Les résultats numériques in-
diquent que l’interaction entre éléments a un impact important sur la fiabilité du composant
complexe et devrait étre intégrée dans le modéle de test de dégradation accélérée.

Le modéle de dégradation obtenu dans ce chapitre permet de compléter le modéle que nous
avons présenté au chapitre 4. Comme mentionné au chapitre 4, la construction d’un modéle
de dégradation pour des composants est une étape importante du processus de planification
d’un plan de test "optimal". Sur la base des résultats, nous développons par conséquent dans le
chapitre suivant la méthode permettant de choisir le plan de test "optimal" et de le réaliser.
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Chapitre 6

Plan optimisé de tests accélérés pour
des composants optoélectroniques

Sommaire

6.1 Introduction .. ... .. ... .. 117
6.2 Problématiques d’optimisation d’un plan de test accéléré ... . .. 118
6.2.1 Paramétres d’'un plandetest . . . . . .. ... .o 118
6.2.2 Spécification de test au CEALETI . . . . . . ... ... ... ...... 118
6.2.3 Formulation du probléme d’optimisation . . . . . . . .. ... ... ... 118
6.3 Optimisation d’un plan de test par I’approche bayésienne . . . . . . 119
6.3.1 Critére d’optimisation d’un plan de test basé sur 'approche bayésienne 120
6.3.2 Algorithme d’atteinte d’un point optimum . . . . . . . . ... ... ... 121

6.4 Un plan de test optimal pour la LED Cree EZ1000 : Approche
bayésienne . . . . . . . . L e e e e e e e e e e 123
6.4.1 Procédure d’optimisation . . . . . ... ... L oL 123
6.4.2 Validation du plan test optimal . . . . . .. .. ... oL 124
6.4.3 Analyse de sensibilité . . . . .. ... L oL L 127
6.5 Conclusion . . . . . . . . . @ i i i ittt e e e e e e e e e e 128

6.1 Introduction

Les résultats des chapitres précédents ont montré que le modéle de dégradation proposé est
bien adapté pour calculer la fiabilité des éléments et composants optoélectroniques en prenant en
compte des facteurs d’influences (I’auto-échauffement au niveau élément et U'interaction d’états
au niveau composant). En reprenant ces modeéles de dégradation, ce chapitre s’attaque a la
contribution C4 relative & I'optimisation d’un plan de test accéléré permettant de prendre en
compte les impacts de la dépendance entre éléments de composant optoélectronique. Un rappel
sur le plan de test accéléré et des constats du contexte CEA sont présentés dans la section 6.2.
Ceci a pour objet de formuler mathématiquement le probléme d’optimisation. Puis, la section 6.3
propose une approche permettant d’obtenir un plan de test optimal en référence aux limitations
des méthodes actuelles qui ont été présentées dans le chapitre 3. Ensuite, une validation de la
méthode proposée par des expérimentations est également réalisée dans la section 6.4. Enfin, les
conclusions sont données dans la section 6.5.
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Chapitre 6. Plan optimisé de tests accélérés pour des composants optoélectroniques

6.2 Problématiques d’optimisation d’un plan de test accéléré

L’objectif d’un plan de test est de juger des performances d’un composant vis-a-vis d’un cahier
des charges et d’une exigence de fiabilité souhaitée. Ainsi, & I'issue de l'essai, il est possible de
statuer sur la tenue de I'objectif de fiabilité avec un certain niveau de confiance. En effet, les
essais étant réalisés sur un nombre limité de composants, il est nécessaire de définir un critére
d’acceptation intégrant les intervalles de confiance.

6.2.1 Parameétres d’un plan de test

Un plan de test (en anglais, design of expérimentes ou DOE) est la suite ordonnée d’es-
sais/tests d’une expérimentation. Plus spécifiquement un plan de test accéléré est caractérisé par
les paramétres suivants :

— Nombre total d’échantillons a tester (Nyotar),

— Durée de test (ttotal) ;

— Nombre d’échantillons (ny) soumis au niveau de contrainte k (uniquement pour le constant) ;

— La durée de test (¢;) pour le niveau de contrainte k (uniquement pour « step stress») ;

ttk pour le « step ».
total

— Proportion relative (m) : m, = N:Lk pour le constant et 7 =

otal

6.2.2 Spécification de test au CEA LETI

En regard des travaux académiques sur ce sujet, le plan de test accéléré est souvent congu par
une fonction de cotit total qui est inférieur & une contrainte de budget donné (I’équation (3.31)
du chapitre 3). Cependant, dans le contexte du composant optoélectronique en recherche et
développement au CEA, plusieurs constats sont a mettre en évidence qui peuvent impacter la
difficulté d’établir le plan de test accéléré :

— Les composants testés sont des composants en R&D, il n’y a pas donc de REX relatif par
exemple & 'exploitation d’une flotte de ces composants (les résultats d’expérimentation
sont peu nombreux) ;

— Les composants étant de type R&D, un composant complexe (ou un élément) par rapport
a un autre composant de méme type n’a pas un comportement strictement identique
(maturité dans le développement) et peut donc présenter une variabilité importante ;

— Il n’existe qu’un nombre limité des composants & tester.

A partir de ces constats au CEA, le plan de test accéléré est donc établi & partir du nombre

des composants a tester, ainsi que de la durée de test donnée.

6.2.3 Formulation du probléme d’optimisation

Un plan de test accéléré dit optimal, est un plan de test permettant d’évaluer la fiabilité du
composant étudié avec un intervalle de confiance donné selon un ou plusieurs critéres d’optimi-
sation tout en respectant les contraintes des ressources disponibles (nombre total d’échantillons;
durée de test). Par rapport aux constats soulevés dans le cadre CEA, le premier d’objectif en
support du probléme d’optimisation est de développer des modéles de dégradation les plus adap-
tés pour chacun des éléments du composant étudié et des paramétres de ces modéles les plus
précis possibles tout en considérant la contrainte de limitation des ressources disponibles. Donc,
le critére D-optimal a été choisi comme celui & mettre en ceuvre dans cette thése.

De plus, parmi des profils de tests accélérés (contrainte constante, contrainte échelonnée,
etc.), le profil de la contrainte constante est celui le plus couramment appliqué dans les ADTs
[31, 32, 33]. Donc, nous retenons pour cette thése ce profil car la facilité d’application de la
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6.3. Optimisation d’un plan de test par ’approche bayésienne

contrainte et la disponibilité des modéles théoriques sont les principaux facteurs qui rendent
I'utilisation d’une charge a contrainte constante favorable pour cette thése.
Un plan de test accéléré dans cette thése est donc défini comme suit :

n= {Ntotal7ttotal7n17n2a'” y My * o ,'I’LK,Tl,TQ,"‘ 7Tk7"' 7TK} (61)

o, T}, est la valeur de stress au niveau de contrainte k.
Selon le critére d’optimalité, le probléme d’optimisation peut s’exprimer comme suit :

maximize det (1(n,0))

subject to  Tipin <11 <Th < -+ < Txg < Spaz,
0<m <1,k=1,2-- K, (6.2)

K
Zﬂ'k =1
k=1

D'ou, m, = #, Niotal €t tiora sont censés étre donnés en fonction du budget et de la
situation pratique et rester fixes tout au long du test.

6.3 Optimisation d’un plan de test par approche bayésienne

Vis-a-vis des travaux existants sur I’optimisation d’un plan de test accéléré, la formule du
critére d’optimisation est facile & obtenir, car le modéle de dégradation ne prend pas en compte
généralement des facteurs d’influence (I’auto-échauffement au niveau élément, linteraction de
stochastique entre éléments au niveau composant) [105]. En ce sens, ce critére d’optimisation ne
dépend que de la valeur donnée des paramétres du modéle de dégradation et les paramétres d’un
plan de test (références dans la Table 3.3 du chapitre 3).

D’autre part, en utilisant les modéles de dégradation proposés dans les chapitres 4 et 5, le
critére d’optimisation est généralement difficile & obtenir, car il ne dépend pas seulement de la
valeur des paramétres du modéle de dégradation, les paramétres d’un plan de test, mais aussi de
I’état de dégradation des éléments. Cependant, certaines informations a priori, par exemple les
résultats de test pour des éléments individuels/ composants similaires tels que des informations
sur le processus de dégradation et les paramétres du modéle, sont potentiellement disponibles.
Donc, 'approche bayésienne a été introduite pour résoudre le probléme du manque de données
de dégradation [108|.

En outre, selon Chaloner et Verdinelli [145], les différences entre le plan de test avec ’approche
bayésienne et celle non-bayésienne sont moins importantes si la taille de ’échantillon nyq; est
grand (plus de 60 composants). Lorsque nytq; est grand, la distribution a posteriori est déterminée
par les données et n’est pas sensible & la distribution a priori. Au contraire, lorsque ngopq €st
petit, la distribution a priori a plus d’influence sur la distribution a posteriori et le plan de test.
Par conséquent, en lien avec les contraintes de R&D des composants CEA utilisés, I’élaboration
d’un plan de test a base d’une approche bayésienne parait ’approche la plus logique et la plus
efficace.

Par I’approche bayésienne, nous proposons un processus d’optimisation d’un plan de test
accéléré, Figure 6.1, qui peut étre appliqué de maniére flexible & une grande classe de modéles
de dégradation, afin qu’'un cadre systématique puisse étre utilisable.
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Etape 3
Etape 1 EEpS s

P R Résoudre le probleme de la
Formuler un probleme

e conception d'un plan de test accélere
: ) —)  |'optimisation d’un plan de test » p‘ A P ;
dégradation pour chacun des R : a I'aide d’un algorithme
i i accéléré par I'approche ST # . ’
éléments du composant étudié e d’optimisation basé sur la simulation
bayésienne

Modéliser le modéele de

de Monte Carlo

F1GURE 6.1 — Conception d’un plan de ADT optimal avec la méthode bayésienne

Nous notons qu’une conception efficace de '’ADT doit toujours commencer par une bonne
compréhension des propriétés physiques du composant avant qu’une modélisation du modéle de
dégradation (étape 1) soit réalisée. Ensuite, le probléme d’optimisation d’un plan de test est
reformulé en regardant I’approche bayésienne (étape 2). Cela implique non seulement le choix de
distributions préalables pour les paramétres du modéle, mais aussi 'utilisation d’un algorithme
d’optimisation basé sur la simulation de Monte-Carlo pour résoudre efficacement le probléme
d’optimisation (étape 3).

Par conséquent, I’élément de base du processus d’optimisation d’un plan de test par I’approche
bayésienne est le modéle de dégradation des éléments constituants de composant étudié. Ensuite,
il traite les paramétres du modéle de dégradation comme des variables aléatoires, et attribue des
distributions a priori & ces paramétres du modéle en fonction des connaissances de 'expert.

6.3.1 Critére d’optimisation d’un plan de test basé sur ’approche bayésienne

Dans 'approche bayésienne, un plan de test optimal peut étre obtenu en maximisant la
fonction d’utilité attendue de I’expérience. Si un plan de conception 1 est choisi dans I’ensemble de
plans possibles P, une régle de décision h dans I’ensemble de régles de décision H est sélectionnée
avec les données x observées. Or, la fonction d’utilité peut étre désignée par U (h;n; x; 6). Un plan
de test optimal avec I'approche bayésienne est obtenu en maximisant :

V") = mag [ mag [ Uk 0)p(0le p(aln)dnda (63

ou p(z|n) représente la fonction de vraisemblance sous I'hypothése donnée par 7 et p(0|x,n)
représente la distribution a posteriori de 6 sous 'hypothése donnée de 7 et observée x. L’utilité
attendue a posteriori U(n) de la meilleure régle de décision est prise comme 'espérance dans
I’espace des paramétres © pour tenir compte de 'incertitude de I'inconnue 6 et dans I'espace des
échantillons €.

Comme D-optimal est choisi comme critére d’optimisation, selon des études de Chaloner and
Larnts [145], le critére D-optimal d’un plan de test par 'approche bayésienne peut étre écrit
comme suit :

¢(n) = EgEx [log (I(n,0))] = /log [det (I(n,0))] (0)do (6.4)

ou, I(n,0) est la matrice d’information de Fisher et le symbole "det" désigne le déterminant
de la matrice. L’élément de I(n, ) doit étre écrit comme suit :

100, = B | (gg-toaf (x.0)) (g-toas (. ) 0] (65)
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6.3. Optimisation d’un plan de test par ’approche bayésienne

Par exemple, rappelons le modéle de dégradation qui tient compte de ’auto-échauffement
pour notre cas d’étude de la LED :

t
X(t) = X(0).M + k(M= 1) + / 0.6 M= dB(s).ds (6.6)
0
o,
T;?
=35 (6.7)
A=bx exp <—5,> (6.8)
k Tk
et, T]; =Tk + a.

Donc, ce modéle proposé est caractérisé par un ensemble de paramétres § = {«, 3,a,b,0}.
la densité de probabilité conditionnelle d’une observation X (¢;) étant donné 'observation précé-
dente X (t;—1), avec At étant le pas de temps, est donnée par

_
27 (0%)?
(_ [(X(t;) — k(M —1) — e)"At.X(tjl)]2>

2 (0*)?

FX )X (1), 5, A, 0%) =

(6.9)

* eTp

Ensuite, la fonction de log-vraisemblance d’une donnée d’observation peut étre la suivante :

K ng myg

a,8,b,0) =D "> In(f(X ()X (tj-1), 0 B,b,0) (6.10)

k=11=1 j=1

La matrice d’information de Fisher pour la LED est exprimée comme suit :

d21(0) d2%1(6) d2%1(6) [ 8%1(0)]
E |:_ da? :| E |- dadf E |- dadb E |- dado
921(0) 921(0) [ 821(0)]
1(0) = |- dp? E- 82,88b E | 82,880_ (6.11)
- PRIC) d21(6) :
B =g E |~ 9bdo |
symétrique E —?92(2()02)

6.3.2 Algorithme d’atteinte d’un point optimum

En raison de la complexité des formules de I'Equation (6.5) et (6.11), il est difficile d’obtenir
un posteriori dans une forme analytique. Ainsi, le calcul numérique et la simulation sont les
principes connus de la théorie bayésienne. Lorsque des simulations de Monte-Carlo directes sont
utilisées, les échantillons doivent étre tirés de chaque plan et, par conséquent, nécessitent un
grand nombre d’itérations. Enfin, nous allons calculer numériquement la fonction objectif dans
I'Equation (6.4) afin de trouver une valeur maximum qui détermine le plan de test optimal. La
Figure 6.2 illustre les étapes de l'algorithme.
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Créer I'ensemble de R plans
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1
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Trouver la valeur maximale des ¢}
afin déterminer le plan de test optimal 17

FIGURE 6.2 — Organigramme des étapes de base pour ’algorithme d’optimisation d’un plan de
test accéléré avec la méthode bayésienne

Les étapes détaillées sont les suivantes :

— Créer un espace d’ensemble de plans P, de test qui contient R plans test réalisables gréace
aux contraintes des niveaux de stress, des échantillons de test et des temps de mesure.

— Etant donné un plan de test 5, r = 1,2,--- , R, simuler 6,, & partir de la distribution a
priori 7(0) pour W fois, w = 1,2,--- ;W (par exemple, W = 100000).

— Sur la base de 0, simulé, générer des données de dégradation x4 en fonction du modéle
de dégradation développé dans les chapitres 4 et 5 pour Q fois, ¢ = 1,2,--- ,Q (Q =
100000).

— Calculer les éléments de 'Equation (6.5) sur la base des valeurs tirées de 6,y €t Zpyyq.
Ensuite, calculer numériquement la valeur de I'Equation (6.4) sur la base de ¢(n,) =
o S 2 log [det (Iug(nr, 0ru))]

— Enfin, trouver la valeur maximale de ¢(7,) afin de déterminer le plan de test optimal 7}

122



6.4. Un plan de test optimal pour la LED Cree EZ1000 : Approche bayésienne

6.4 Un plan de test optimal pour la LED Cree EZ1000 : Approche
bayésienne

Pour illustrer la méthode proposée dans ce chapitre, nous avons utilisé des LED Cree EZ1000
déja présentées dans le chapitre 3.

De plus, les ressources disponibles et les hypothéses de base pour cette étude sont les sui-
vantes :

— 12 LED sont disponibles pour les tests, ngoiq; = 12,

— Durée de test est de 1500h, t;tq; = 1500,

— Intervalle de mesure est fixé & 48h, f = 48,

— La plage de température d’essai est de 40°C & 115°C avec un incrément de 15°C sur cette

plage, donc I'espace du niveau de stress en température, est :

T = {40°C, 55°C, 70°C, 85°C, 100°C, 115°C} (6.12)

D’apres les études faites dans le chapitre 4, les paramétres estimés obtenus par le maximum
de vraisemblance (MLE) sont considérés comme relativement précis; ainsi, nous définissons ces
distributions préalables comme indépendantes les unes des autres et leurs hyperparamétres sont
définis comme suit :

TABLE 6.1 — Distributions a priori ()

Paramétres « E, a b o
() N(4,5;0,1) N(0,31;0,01) N(10;2) N(16,78; 2,72) N(0,002; 0,0001)

6.4.1 Procédure d’optimisation

A partir de données d’entrées recensées dans les sections précédentes, I’algorithme d’optimi-
sation d’un plan de test accéléré est mis en oeuvre par :
— Création d’un ensemble des plans de test réalisables :
— En général, nous proposons que ce plan de test ait 2 niveaux de stress en température,
K = 2. Grace a la fonction nchoosek de Matlab, il existe 15 combinaisons des deux
niveaux de stress :

TABLE 6.2 — Les combinaisons possibles de deux niveaux de stress en température

T (°C) | T3 (°C)
40 55
40 70
40 85
55 100
55 115
70 85
85 115
100 115
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— L’association du nombre de LED pour chaque niveau de stress en regardant la contrainte
Zi:l Tr = 1, ou ny + ng = Nyotal ;

— Un ensemble de 165, R = 165, plans de test, n, = {T1,T,n1,na}, réalisables sont
obtenus :

TABLE 6.3 — Ensemble des plans de test réalisables
1d T1 T2 ny n9g
1 40 | 55 | 1 |11
40 | b5 | 2 | 10

47 1 40 |115 | 3 | 9

165 | 100 | 115 | 11 | 1

— Pour chaque plan de test, la valeur des paramétres du modéle de dégradation est obtenue
a partir de la distribution a priori issue de la Table 6.1, puis des données de dégradation
sont simulées grace a I'Equation (6.6).

— La fonction objectif pour chaque plan de test est calculée en utilisant les données simulées.

La Figure 6.3 présente la valeur de la fonction objectif en fonction du plan de test.

Paint d"optimum
0" = {40°C,115°C, 3,9}
12 ©

Fonction d'objectif

1] 20 40 60 BO 100 120 140 160
Indice du plan de test

FIGURE 6.3 — Valeur de la fonction objectif en fonction du plan de test

Cette figure montre que le plan de test n, = {40°C,115°C, 3,9} donne la valeur maximale
,0(n) = 12,1.10% sur la fonction d’objectif. Ce plan de test est dit le plan de test optimal. Nous
allons réaliser ce plan de test en réel afin de valider la méthode proposée.

6.4.2 Validation du plan test optimal

Suite au résultat de la section 6.4.1, notre expérience a été réalisée pour 12 LEDs pendant
1500 heures avec deux niveaux de stress de test (3 LEDs avec T} = 40°C et 9 LEDs avec
Ty = 115°C'). Les conditions des tests desquelles sont issues les données sont indiquées dans le
Tableau 6.4. Dans ce cas, le courant d’alimentation est fixé & 350 mA pour tous les tests.
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TABLE 6.4 — Plan de tests optimaux pour les LED Cree EZ1000

Termes Conditions du test
Durée du test 1500 h
Intervalle de collecte des données Minimum de 48h
Courant d’entrée 350mA
Température d’étuves
T 85°C'(358°K))
Ty 115°C(388°K)
Taille de I’échantillon 3 LED sous 17 et 9 LED sous Th

La puissance optique, notée Py (t), a été mesurée toutes les 48 heures. Les résultats obtenus
sont présentés dans la Figure 6.4.

Lumen degradation at T1=40°C Lumen degrdation at T, = 11 5°C
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FIGURE 6.4 — Dégradation de la puissance optique sous deux conditions de température; a)
Ty = 40°C'; b) Ty = 115°C

Considérant que sous une contrainte de température, la puissance optique diminue avec le
temps, il est donc important de modéliser cette évolution afin de calculer la fiabilité de la LED
sous une température de contrainte donnée.

Ensuite, une évaluation sur la température de jonction est réalisée a partir du protocole
donné dans la section 2.3.4 du chapitre 2. Les résultats obtenus montrent une augmentation de
la température de jonction de la LED.

— Une augmentation en moyenne de 9,1 degrés de la température de jonction avec un courant

d’alimentation de 350 mA. C’est & dire a = 9,1.

— Une augmentation de température en regardant la dégradation de puissance optique

d’aprés le test accéléré.

Ces résultats sont compatibles avec le probléme mentionné dans le chapitre 4 concernant
I’augmentation de la température de jonction due & la dégradation de la LED. Il est & noter
que l'augmentation de la température de jonction affecte la dégradation de la LED. Donc, en
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raison de l'impact de la dégradation, il existe une boucle de stress thermique, soumise & un
auto-échauffement sur la LED, qui affecte le processus de dégradation de la LED dans le temps.

Estimation du parameétre :

Le paramétre a, donc, peut étre facilement estimé par le fait que le courant d’alimentation
4 350mA conduit & une augmentation de 9,1 degrés de la température de jonction, c’est-a-dire,
a =9.1. Les autres paramétres «, 3, b, 0 sont estimés par ’approche d’estimation présentée dans
la section 4.3.4 du chapitre 4. Les résultats obtenus sont reportés dans le Tableau 6.5.

TABLE 6.5 — Paramétres d’estimation avec le plan de test optimal nx

Terms | Paramétres
& 4.732
B(x10%) 3.6
a 9,1
b 15,37
o 0.0023

Analyse comparative :

Afin d’avoir un point de comparaison, tout d’abord, nous prenons une partie des données
expérimentales mises en évidence dans le chapitre 4 sous la forme d’un plan de test n'= {85°C,
100°C, 6, 6}. A partir des données d’expérimentation du plan de test 7', les paramétres du modéle
de dégradation sont obtenus dans la Tableau 6.6.

TABLE 6.6 — Parameétres d’estimation avec le plan de test non optimal 7’

Terms | Paramétres
& 7,96
B(x10%) 3.78
a 10
b 22.87
1 0.0017

Ensuite, selon I’'Equation (4.21) du chapitre 4, la fonction de distribution cumulative (CDF)
basée sur le modéle de dégradation proposé pour la LED est calculée en utilisant les paramétres
estimés indiqués dans les Tableau 6.5 et Tableau 6.6. Les résultats obtenus sont ensuite comparés
aux données expérimentales dans les Tableaux 4.8 et 4.9 du chapitre 4, voir la Figures 6.5. Nous
avons constaté que la CDF basée sur le plan de test optimal, n+*, est bien adéquate avec les
données expérimentales. En revanche, le CDF tracé a partir du plan de test 1’ conduit a une
erreur en comparant au résultat obtenu du 7.
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FIGURE 6.5 — Fonction cumulative de la LED & partir du plan de test optimal n* comparée aux
valeurs expérimentales du chapitre 4; a) T =85°C; b) T= 100°C

6.4.3 Analyse de sensibilité

En pratique, il peut étre différent de sélectionner les distributions a priori des paramétres.
Par conséquent, une analyse de sensibilité a été effectuée pour étudier la robustesse a différentes
formes de distribution des paramétres.

Afin d’obtenir des modéles plus précis pour le modéle proposé, en plus des prieurs symétriques,
nous avons étudié également ces situations avec des prieurs asymétriques. Il a donc été choisi les
distributions normales et uniformes avec les différents paramétres pour (Eg(ouf3),a,b), voir la
Tableau 6.7.

— La premiére sélection de distributions a priori (Distribution I) est présentée dans le Ta-
bleau 6.1 et ses résultats optimaux correspondants sont considérés comme la base de
référence des comparaisons suivantes ;

— La deuxiéme sélection (Distribution II) prend des distributions normales pour E,, puisque
la moyenne et la variance de la distribution a priori suivent la norme GR-468-CORE; les
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autres distributions a priori pour a et b sont les mémes;
— La troisiéme sélection considére des a priori non informatifs pour les quatre paramétres;
ainsi, la distribution uniforme est utilisée.

TABLE 6.7 — Différentes distributions a priori des parameétres du modéle

Paramétres E, a b
Distribution I~ N(0,31; 0,01) N(10;2) N(16,78; 2,72)
Distribution I N(0,5; 0,2)  N(10; 2) N(16,78; 2,72)
Distribution IIT ~ U(0,2; 0,9) U(8; 15) U(15; 30)

Les plans optimaux et les valeurs correspondantes des objectifs obtenus avec les différentes
distributions a priori (présentés dans le Tableau 6.7) sont reportés dans le Tableau 6.8.

TABLE 6.8 — Résultat d’un plan de test optimal par différentes distribution a priori

Distribution a priori Plan de test »(n))
Distribution I (40°C, 115°C, 3,9) 12,1.10°
Distribution II (40°C, 115°C, 3, 9) 4,13.10°
Distribution III (40°C, 115°C, 3, 9) 3,48.10°

Sur les résultats obtenus, les distributions a priori exercent également un effet indispensable
sur la conception optimale. Les plans de test avec des a priori informatifs peuvent aboutir & des
résultats plus précis que ceux obtenus avec des a priori non informatifs. Des distributions a priori
bien dérivées et correctement incorporées peuvent augmenter considérablement la précision de
I’estimation de la fiabilité. De plus, les valeurs du D-optimal changent légérement avec différentes
distributions a priori, et le plan de test optimal ne change pas. En d’autres termes, le D-optimal
obtenu par approche bayésienne, n’est pas si sensible & la sélection de la distribution a priori.

6.5 Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons présenté la méthodologie pour 'optimisation d’un plan de test
accéléré. En ce sens, le critére d’optimisation est établi sur la base du modéle de dégradation
développé dans les chapitres 4 et 5. La durée totale de test et le nombre total d’échantillons
sont considérés comme la contrainte du probléme d’optimisation afin d’établir I’ensemble des
plans de test réalisables par la méthode exacte. Ensuite, la méthode d’optimisation bayésienne
de ’ADT est proposée pour résoudre le probléme des incertitudes liées aux paramétres du modéle
de dégradation, de la limitation de REX relatif aux composants en recherche et développement.
Dans 'approche bayésienne, la simulation Monte-Carlo est utilisée afin de créer les données de
dégradation des éléments constituants et trouver un plan de test optimal.

Enfin, nous nous sommes intéressés au suivi d’une réalisation de test sur la LED Cree EZ1000
afin de valider la méthode proposée. Les résultats obtenus, données réelles de 12 LEDs Cree
EZ1000, montrent que la méthode d’optimisation proposée nous permet d’estimer avec plus de
précision les paramétres du modéle de dégradation, puis de calculer la fiabilité du composant.
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La thése s’inscrit globalement dans le contexte d’étude de la fiabilité de composants électro-
niques complexes. Elle s’intéresse plus spécifiquement aux composants optoélectroniques fabri-
qués au sein du CEA LETI de Grenoble (objet de recherche).

L’objectif global de la thése est donc de développer une méthodologie (générique) d’optimisa-
tion de plan de test pour I’évaluation de la fiabilité de composants optoélectroniques complexes.
La notion de complexe est a rapprocher de la notion de systéme, & savoir un ensemble d’éléments
en interaction pour délivrer le service global attendu. Cette notion d’interaction se construit sur
différents types de dépendances qui sont, soit maitrisées dés la conception (ex. topologique, fonc-
tionnel, physique) ou soit émergentes dans le fonctionnement (ex. propagation de dégradations,
rayonnement). Sur la base de cette vision systéme, une des originalités de cette méthodologie en
regard des procédures actuelles de test est de combiner différents types de connaissances/analyses
pour optimiser la procédure de test a mettre en ceuvre et non plus de travailler uniquement par
tests de fiabilité empiriques. Dans la méme logique, une deuxiéme originalité est le développe-
ment de modéles de fiabilité de niveau systéme, & partir de ces connaissances, pour offrir un autre
moyen de calculer /vérifier une fiabilité avec un certain degré de confiance. De cette fagon, la thése
a abordé 3 questions scientifiques en relation avec la modélisation de dégradation de I’élément ou
composant complexe ; le calcul de leur fiabilité en prenant en compte I'interaction entre éléments,
et U'optimisation d’un plan de test accéléré. Ces trois questions sont : "Comment modéliser le
processus de dégradation d’éléments en premant en compte des facteurs d’influence 2", "Com-
ment calculer la fiabilité d’un composant en prenant en compte linteraction entre éléments ?" et
"Comment optimiser les plans de test accéléré tout en assurant la bonne précision sur le calcul
de fiabilité 2"

A partir de ces questions et des verrous scientifiques qui s’y référent, quatre contributions
sont développées :

- La premiére contribution est liée & la modélisation et formalisation des impacts de dépen-
dance entre les différents éléments du composant optoélectronique étudié (LED, diode laser DFB,
photodiode). A cette fin, nous nous sommes focalisés sur le flux d’énergie et l'interaction possible
entre éléments & partir de la simulation multi-physique. Un phénoméne d’auto-échauffement sur
des éléments isolés et une interaction de nature thermique entre éléments sur notre composant
étudié a été mis en évidence. Ces premiers résultats nous ont servis de base pour fonder les autres
contributions.

- La deuxiéme contribution est donc liée au développement d’'un modéle de test de dégradation
accélérée (ADT) tenant compte de I'impact de 'auto-échauffement dans le processus de dégrada-
tion du composant isolé. De cette facon, lorsque 'impact de I'auto-échauffement est quantifié, il
nous permet de le formuler sur le taux de dégradation modifié. Un modéle intégrant 'impact de
dépendance sur le processus de dégradation de I’élément est ensuite développé. La formulation
de la fiabilité de I’élément est finalement dérivée. Une approche d’estimation du maximum de
vraisemblance est également proposée pour estimer les paramétres du modéle proposé. Les résul-
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tats obtenus, données réelles des 19 LED Cree EZ1000 (exemple des émetteurs isolés), montrent
que le modéle de dégradation proposé s’adapte bien aux données expérimentales. Il est également
démontré que le fait de ne pas prendre en compte I'auto-échauffement peut conduire & une erreur
significative dans I’évaluation de la fiabilité des composants.

- En regardant le phénoméne d’auto-échauffement et une interaction de nature thermique
entre éléments, la troisiéme contribution concerne donc ’extention du modéle de dégradation
dans la deuxiéme contribution pour calculer la fiabilité d’'un composant complexe. Dans ce cas,
Iincrément du niveau de dégradation d’un élément peut étre affecté par lui-méme et par un
autre élément. Pour clarifier I'existence de l'influence d’'un élément sur un autre, nous avons
décrit en détail un composant optoélectronique "complexe". La compréhension des propriétés du
composant étudié nous a aidé & modéliser et & quantifier I'effet des éléments sur la dégradation
d’autres éléments. Puis, un modéle de dégradation prenant en compte les interactions stochas-
tiques entre éléments a été développé. Enfin, le modéle de calcul de la fiabilité pour les deux
niveaux d’élément et de composant complexe est étudié.

- La quatriéme contribution se focalise sur I'optimisation d’un plan de test accéléré ou le
modele de dégradation des éléments/composants est un des points importants. En ce sens, le
critére d’optimisation est établi sur la base du modéle de dégradation développé dans les chapitres
4 et 5. La durée totale de test et le nombre total d’échantillons sont considérés comme la contrainte
du probléme d’optimisation afin d’établir I’ensemble des plans de test réalisable par la méthode
exacte. Ensuite, la méthode d’optimisation bayésienne de ’ADT est proposée pour résoudre le
probléme des incertitudes liées aux paramétres du modéle de dégradation, de la limitation de
REX relatif aux composants en recherche et développement. Dans la méthode d’optimisation
bayésienne, la simulation de Monte-Carlo est adoptée afin de créer les données de dégradation
des éléments constituants et trouver un plan de test optimal. Enfin, les résultats obtenus, sur un
plan de test de 12 LED, ont montré que la méthode optimale proposée permet d’estimer plus
précisément les paramétres du modéle de dégradation, puis de calculer la fiabilité du composant.

Selon ces contributions, les principaux apports scientifiques revendiqués dans cette thése
sont la modélisation, formalisation des interactions entre éléments du composant complexe sur le
processus de dégradation pour chaque élément, et la proposition d’une méthode d’optimisation
d’un plan de test accéléré en prenant compte les impacts d’interaction. Les contributions sont
génériques et peuvent donc étre appliquées a différents types de composant complexe.

Par rapport aux hypothéses posées pour développer ces contributions, les perspectives a ces
travaux sont en autres :

— Des expérimentations supplémentaires & mener. La phase de validation n’a pas été
faite sur le véhicule de test prévu initialement (ex. Situation COVID, délai de fabrication
de certains éléments). Ainsi, les diodes laser utilisées, caractérisées dans Chapitre 2, sont
les premiéres diodes assemblées au CEA. Les résultats obtenus dans les tests accélérés
ne peuvent pas étre utilisés pour conclure totalement sur le niveau de validation de nos
propositions. Donc, les expérimentations pour ces types de composants ou d’autres sont
nécessaires. Cette phase de validation est cruciale vis-a-vis du sujet de thése puisque le
résultat majeur attendu par le CEA est bien 'obtention de modeles (a priori) & méme
d’évaluer la fiabilité des composants. Sans validation approfondie par passage a 1’échelle,
la qualité des modéles proposés ne peut étre totalement crédibilisée. Cependant, avec la
méthode générale proposée dans cette étude, nous espérons que I’approche optimale sera
utilisée lorsque le composant complexe sera fourni.

— Analyse de défaillance. Les informations obtenues & partir des performances et les
mécanismes de défaillance impliqués constituent une partie importante d’évaluation de
la fiabilité du composant. Dans nos travaux, nous nous sommes concentrés sur le modéle
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de dégradation sur la base des performances du composant pour prédire leur fiabilité.
Cependant, il est important de mettre en relation les mécanismes de défaillance avec
ceux générés par les évaluations de fiabilité et donc d’établir la valeur de ces évaluations.
Sans de bonnes techniques d’analyse des défaillances, le composant n’est qu'une boite
noire, et il est difficile, voire impossible, de savoir ce qui se passe & l'intérieur. Ensuite,
les composants électroniques, et les composants optoélectroniques en particulier, sont trés
simples & un certain niveau, la plupart n’ayant que deux contacts, mais la détermination
de la cause primaire est souvent complexe, car la cause primaire est souvent un élément
miniature et nécessite une résolution quasi atomique pour étre résolue. Afin de valider et
améliorer le modéle de dégradation, la prise en compte de I’étape d’analyse de défaillance
est nécessaire.

Modéles de dégradation plus généraux. Dans certains cas, des défaillances soudaines
peuvent se produire lorsque les composants sont soumis & un test. On peut utiliser un
modéle mixte pour modéliser les défaillances soudaines et les défaillances causées par
des dégradations graduelles. Le nombre de composants testés peut étre considéré comme
ayant deux parties, une partie pour la dégradation soudaine, une autre pour la dégradation
graduelle.

Plan de test. Ce travail futur considére un facteur de stress, en température, avec ses
effets. Plus de deux facteurs de contrainte seraient plus intéressants, car I'effet d’inter-
action entre les contraintes devient plus compliqué. De méme, ce travail a considéré un
processus de Wiener modifié avec des conditions de contraintes accélérées constantes. Dif-
férents types de contraintes, par exemple des contraintes de type échelonné ou progressif,
pourraient également étre mis en ceuvre pour approfondir les méthodes.

Sur une orientation perspective plus globale, il est aussi possible, & partir des résultants
obtenus, de proposer a terme une méthodologie, une premiére démarche scientifique appli-
cables pour le test accéléré de tous types de composants. Cette démarche se composerait de 4
étapes : Analyse a priori du composant et de ses éléments, Modélisation mathématique - Taux
de dégradation et Modéle de dégradation, Pré-détermination d’un plan de test accéléré optimal,
Expérimentations et Evaluation de la fiabilité.

1) Analyse a priori du composant et de ses éléments

L’objectif de cette étape est de connaitre les caractérisations de performances du composant
complexe étudié et de ses éléments, mais aussi des dépendances possibles entre éléments du
composant. Pour ce faire, il faut pouvoir faire :

a)

Une étude du « nominal » (fonctionnement, organisation . ..) : Analyse fonctionnelle pour
comprendre comment chaque élément intervient dans la réalisation des fonctions du com-
posant ; Analyse de flux / d’énergies (pour comprendre comment chaque élément /fonction
consomme, produit des énergies, d’autres flux, etc.); Analyse topologique (pour com-
prendre ’association de certains composants par rapport a de la série, du parallélisme, de
la proximité . ..).

Une étude du « non nominal » (dysfonction ...) se construisant a partir du « nominal
» : Analyse des défaillances de niveau fonctionnel, composant (technique); Analyse des
causalités directes et indirectes en regard de chacune des défaillances (par exemple en
exploitant la topologie, la transmission des flux/énergies); Analyse des champs pertur-
bateurs (stress) affectant des défaillances, ou générés a partir des défaillances (ex. une
montée en température d’'un composant vient modifier les propriétés physiques d’un com-
posant « proche » ; considération de la topologie) ; Analyse de dépendances (sur la base
des analyses précédentes mises en évidence et/ou synthése de dépendances fonctionnelles,
stochastiques ...); Analyse des connaissances fournies par le constructeur de chacun des
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composants (exploitation des taux de défaillance fournis) ; Analyse de connaissances par
analogie avec un systéme « proche » du systéme cible (se servir du REX de campagnes de
tests a priori) ; Mise en évidence des éléments dits critiques pour le composant : La notion
de critique est & considérer en regard de propriétés intrinséques au composant, mais aussi
extrinséques dans la vision systéme.

Les étapes (a) et (b) vont bien évidemment s’appuyer sur des études bibliographiques, en
sachant que les premiers éléments de I'étape (b) vont guider la bibliographie en lien avec «
mécanismes de défaillance connus », stress influengant la durée de vie d’élément /composant. Les
résultats de cette étape sont : Une premiére caractérisation des éléments dans une logique de
leur test de fiabilité a la fois en regard de leurs propriétés propres (ex. fonctionnel, matériau .. .);
mais aussi des interactions possibles vis-a-vis de leur implication au sein du composant.

2) Modélisation mathématique - Taux de dégradation et Modéle de dégradation

La caractérisation a priori des éléments et du composant complexe résultant de ’étape pré-
cédente nous permet a ce stade :

— De sélectionner les types de tests (de niveau élément et/ou composant complexe) les plus
pertinents & mettre en occuvre en lien avec les composants identifiés comme critiques.
L’objectif est ainsi de « réduire », par exploitation des connaissances a priori, ’espace
des tests prescrits initialement et qui auraient été menés dans une démarche purement
expérimentale,

— De sélectionner les stress les plus pertinents (crédibilité du stress vis-a-vis de son influence
sur la durée de vie du composant et/ou du systéme) a& mettre en ceuvre au niveau des
tests,

— De modéliser et formuler les impacts des interactions entre éléments sur des modéles de
dégradation pour chacun des éléments du composant étudié.

Chaque type de modéle nécessitera ensuite une étape de définition/estimation de ces para-

metres.

3) Pré-détermination d’un plan de test accéléré optimal

Sur la base des modéles de dégradation obtenus pour chacun des éléments en prenant en
compte des facteur d’influences (résultats de I'étape 2), Pobjectif des travaux a ce stade a été
de pré-déterminer un plan de test accéléré optimal. En général, le probléme se pose sur le calcul
de la fonction objectif (le déterminant de la matrice de Fisher). Mais, grace aux études des
étapes précédentes, nous pouvons connaitre la valeur a priori des paramétres des modéles de
dégradation proposés pour chacun des éléments du composant étudié. Donc, il est possible de
proposer un algorithme qui permet de chercher un plan de test accéléré optimal en utilisant
I’approche bayésienne. L’intérét de cet algorithme est de s’appliquer pas seulement au niveau
élément, mais aussi au niveau composant complexe. Pour travailler sur chacun de ces niveaux, il
suffit simplement de changer la matrice de Fisher d’un niveau d’élément & un niveau composant.

4) Expérimentations et Evaluation de la fiabilité

Sur la base des éléments sélectionnés dans 1’étape précédente, I’'objectif de cette étape est de
réaliser le plan de test accéléré optimal et d’évaluer la fiabilité du composant.

Les résultats d’expérimentations sont ensuite traités dans une phase d’analyse des données.
Vis-a-vis des modéles, les données d’expérimentation (en lien avec les caractérisations définies)
vont permettre au départ d’estimer /d’apprendre les différents paramétres des modéles au plus
précis, puis si besoin de recaler ces paramétres pour que le modéle soit toujours le plus proche
de la réalité. La fiabilité du composant sera également calculée.

La phase d’analyse des données doit aussi permettre de valider, de raffiner, de remettre en
cause . .. la caractérisation définie apres les phases (a) et (b) de I’étape 1. Cela peut donc impacter
cette caractérisation et amener une nouvelle itération & partir de I'étape 2.
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Annexe

Annexe A. Augmentation de la température de jonction due a
I'impact de ’auto-échauffement

En tant que dispositif semi-conducteur qui émet de la lumiére, I’énergie électrique consommeée
par la LED se transforme principalement en lumiére et en dissipation de chaleur.

Pe:Popt+Pheat (1)

Ensuite, [146, 147] montre la relation entre la température de jonction de la LED et 'intensité
lumineuse, la tension directe suivant I’équation ((2)).

T; = Ty + Ry.(1.V; — P)

2
VfZA—l-B.Tj ()

ol, T} est la température ambiante, Ry, est la résistance thermique, 1.V est la puissance élec-
trique d’entrée, et P est I'intensité lumineuse ; A et B représentent le coefficient constant.

— Lorsque t = 0, en raison de la dissipation de chaleur, la température de la jonction
augmente d’environ a.

— Ensuite, la relation entre l'intensité lumineuse et la température de la jonction dans le
temps selon ’équation suivante :

Pout(t) - ]Pj)(((t))) =c+ de(t)
X(0) = 1= Poult) = 5200 @
AT () = ”‘lfj(()).xu) —b.X (1)

Ainsi, 'augmentation de la température de jonction affectant la dégradation de la LED
peut étre modélisée comme ’Equation. 4.7.
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Annexe B. Déviation premiére ordre de la fonction de log-vraisemblance

_B 2
T/
afBe k fb
12 T/
T e k —1
-8 -8 Eo|€
B 2a8e k fb_ B afBe k fb
5 _F 5 T/ T/ T/2
2aB%e "k fbie k Bl X(t;)—e k X(tj—1) — 75
9l(a, B, b, o)
= 2
Ja -£
208e "k fb
’
o2 e Tk 1
B 2
-5
aBe 'k fb
2 !
8 e Tk 1
-5
B afBe k fb
*? T/2 —g
e Eb| X(t;) —e k X(t;_1) — B 2afe fo
B (t5) (tj—1) Bb s 2.5 2|, = .
8 2a8e S fb_ B
L4 2¢ S o2 fe 52 S x
S _
afe b P 250
- _ T _B
7 2a8e” S fb
2ape k fb 25202 | e 52 —1|~«
Tliza'2 e Ty -1
_B8
T/
afe k fb
2 ’7
—% _ _ B T],c e T —1
aBe 'k fb ! T/
B 72 P aBe 2k fo_ B aBe 2k fb
Y b K kX (t;_ ! T !
2a8e Thp | =PI — Wim) oy Ty k X(t;)—e Tk X(tj_1) - 5
Ty
- _ B
T/
2afe k fb
/
%62 e Tk -1
(4)

134



2
- 7
aBe "k fb
12 T/
T k —1
-5 - £ k |€
- B -8 2aBe "k fb aBe "k fb
— T T / 72
T 2 kfb 2 k fb T T
afe “kb xe f afe 7 f e k X(tj) —e k X(tj_1) — 35
T, T
k k
ol(a, B,b,0)
= 2
B ,%
2a08e "k fb
12
2 T
2 : _
T, e k 1
_B 2 -8 2
7
aBe Tk fb aBe Tk fb
7 /7
2 p 2
8 e Th -1 8 7o e Tk -t
T i 7
aBe "k fb 8 aBe "k fb
e a 7 I ’
T T T T
aBe Thb| X(t;) —e k X(tj_1) — 55 ae “kb|X(t;)—e k X(tj—1) — B
+ B -
- 7
2aB8e "k fb 2aBe "k fb
3 T/ /2 7!’
Tk' o2 |e k —1 Tk o2 |e k -1
-5
-7 aBe "k fb
_ _B8_ Be ‘K fb ’2 !
5 5 aBe i o 1
5 s = T/2 ae "k fb_aBe "k fb|, T
T, ae k fb afe k fb T . i
2a3e kb | — P - 73 e k X(tj—1) — Bb + B82b
k k
- 7
2a8e "k fb
12
2
T]; o2 |e Ty -1
-5
afBe k fb
’2 T/2
_B Lo e F -t
7
aBe Tk fb
T/
X | X(t;) —e k X(tj—1)—
;) (tj-1) i
_B8 _
T/ |
*7 B 2ae k fb B 2a e k fb
-8 -8 208e __k fb, B v ! r2 7] .
. = = afe +ﬁ TheTh o2 e T —1|n 1 TR e T 1=
™, 52| 2ae kfb72aﬁcl3k fo |, Ty, k x
-2 T T
afe kb =Fb + aBb - aBZb
_B
T/
2aBe "k fb
72
2
2T]:7 o2 | e Ty — 1|
(5)




Anneze

8 2
-4
afBe k fb
72 T/2
T K 1
- B/ -5 k e
B 2afe k fb B aBe k b
-B ] :
T, T T, T
2a282¢ k fbe k k X(t;) —e L X(t;_1) — -
ola, B,b,0)
ob ﬁ/ =
208 Tk fb
12
T1240_2 e T —1
B 2 5
- 2
ade g dt 8 2a8e "k fb
D Y R 8 i
? 2
8 e Tk -1 8 R B
-B . - :
aBe T, fb 5 2afe Y B8
,Tﬁl LR Z o, 7 2, T 77
’ j . e a“fe P
afe E| XU X(t—1) = B afe “kb 5 aph?
-5 - _il
2, | 2aBe Tk s sase Th o
T, o e S2 -1
’ 2T}/9202 e T 1| =
_B
T A
aBe 2k fb ase 2k 1
2 4 R .
T - T;C e 7 -1 B T}; . T .
7
k ko p=
5 n/[faT/ fb % aﬁeT fb ’153/ o T
/ 2
T, aBfe k ks afe & . - |
2aBe kb — v 0 + 5172 X(tj)—e k X(tj_1) — -
k
7
2afe k fb
T,;QO'2 e Ty -1
(6)
2
T
2 12
8 e Tk 1
T’
B aBe "k fb
T )
2afe “kb| X(tj) —e k X(tj_1) — 55
Ol(e, B, b, o) _ ) l .
do 7£] -
2a8e k fb
T12203 e Ty —1

136




Production scientifique personnelle

Revue JCR

[R1] Truong, M. T., Do, P., Mendizabal, L., & Iung, B. (2022). An improved accelerated
degradation model for LED reliability assessment with self-heating impacts. Microelectronics
Reliability, 128, 114428.

Congreés internationaux

[C1] Minh-Tuan Truong, Phuc Do, Laurent Mendizabal, Benoit Tung. Reliability assessment
of optoelectronic systems with stochastic interactions under accelerated degradation testing.
IEEE 4th International Conference on System Reliability and Safety (ICSRS2019), Rome 25-26
October 2019.

[C2] Minh-Tuan Truong, Laurent Mendizabal, Phuc Do Benoit Iung. A novel degradation
model for LED reliability assessment with accelerated stress and self-heating consideration. IEEE
71st Electronic Components and Technology Conference (ECTC 2021), Digital Event June — July
2021.

137



Production scientifique personnelle

138



1]
2]
3]
4]
15]

[6]
7]
18]

19]
[10]

[11]
[12]
[13]

[14]

[15]

Bibliographie

R. A. Soref, “Silicon-based optoelectronics,” Proceedings of the IEEE, vol. 81, no. 12,
pp. 1687-1706, 1993.

S. Fathpour, “Emerging heterogeneous integrated photonic platforms on silicon,” Nanopho-
tonics, vol. 4, no. 2, pp. 143-164, 2015.

0. Wada, “Optoelectronic integration-overview,” Optoelectronic Integration : Physics, Tech-
nology and Applications, pp. 1-16, 1994.

D. Inniss and R. Rubenstein, Silicon Photonics : Fueling the next information revolution.
Morgan Kaufmann, 2016.

M. Du Plessis, H. Aharoni, and L. W. Snyman, “Silicon leds fabricated in standard vlsi
technology as components for all silicon monolithic integrated optoelectronic systems,”
IEEE Journal of Selected Topics in Quantum FElectronics, vol. 8, no. 6, pp. 1412-1419,
2002.

T. Ferrotti, Design, fabrication and characterization of a hybrid I1I-V on silicon transmitter
for high-speed communications. PhD thesis, Université de Lyon, 2016.

S. Z. Fatemi, Planification des essais accélérés : optimisation, robustesse et analyse. PhD
thesis, Université d’Angers, 2012.

A. Birolini, Reliability engineering : theory and practice. Springer Science & Business
Media, 2013.

B. Hamon, Fiabilité des LED : mécanismes et modélisation. PhD thesis, Grenoble, 2014.

M.-H. Chang, D. Das, P. Varde, and M. Pecht, “Light emitting diodes reliability review,”
Microelectronics Reliability, vol. 52, no. 5, pp. 762-782, 2012.

H. Duprez, From design to characterization of III-V on silicon lasers for photonic integrated
circuits. PhD thesis, Lyon, 2016.

L. A. Coldren, S. W. Corzine, and M. L. Mashanovitch, Diode lasers and photonic integrated
circuits. John Wiley & Sons, 2012.

P. W. Epperlein, Semiconductor laser engineering, reliability and diagnostics : a practical
approach to high power and single mode devices. John Wiley & Sons, 2013.

J. Stokoe, P. Putland, and R. Sutherland, “A review of reliability evaluation techniques ap-
plied to ingaas pin photodiodes, germanium apds and ingaas apds,” Quality and reliability
engineering international, vol. 5, no. 4, pp. 319-329, 1989.

S. Rauch, D. Lee, A. Vert, L. Jiang, and B. Min, “Reliability failure modes of an integrated
ge photodiode for si photonics,” in 2020 Optical Fiber Communications Conference and
Ezhibition (OFC), pp. 1-3, IEEE, 2020.

139



Bibliographie

[16]

[17]

[18]

[19]
[20]

[21]

22]
[23]

[24]

[25]
[26]
[27]
[28]
[29]
[30]
[31]
[32]
[33]

[34]

140

M. Fukuda and T. Ikegami, “Reliability and degradation mechanism of ingaasp/Inp se-
miconductor lasers,” in Annales des télécommunications, vol. 45, pp. 625-629, Springer,
1990.

R. Baillot and Y. Deshayes, Reliability Investigation of LED Devices for Public Light Ap-
plications. Elsevier, 2017.

N. Trivellin, M. Meneghini, E. Zanoni, K. Orita, M. Yuri, T. Tanaka, D. Ueda, and G. Me-
neghesso, “A review on the reliability of gan-based laser diodes,” in 2010 IEEFE International
Reliability Physics Symposium, pp. 1-6, IEEE, 2010.

O. WADA, “Advances in optoelectronic integration,” International Journal of High Speed
Electronics and Systems, vol. 1, no. 01, pp. 47-71, 1990.

M. Rausand and A. Hoyland, System reliability theory : models, statistical methods, and
applications, vol. 396. John Wiley & Sons, 2003.

B. Sun, X. Jiang, K.-C. Yung, J. Fan, and M. G. Pecht, “A review of prognostic tech-
niques for high-power white leds,” IEFE Transactions on Power Electronics, vol. 32, no. 8,
pp- 6338-6362, 2016.

W. Nelson, Accelerated testing : statistical models, test plans, and data analysis, vol. 257.
Wiley-Interscience, 1990.

J. A. McLinn, “Understanding accelerated degradation,” in 2016 Annual Reliability and
Maintainability Symposium (RAMS), pp. 1-8, IEEE, 2016.

S. Limon, O. P. Yadav, and H. Liao, “A literature review on planning and analysis of accele-
rated testing for reliability assessment,” Quality and Reliability Engineering International,
vol. 33, no. 8, pp. 23612383, 2017.

A. Christou and B. Unger, Semiconductor device reliability, vol. 175. Springer Science &
Business Media, 2012.

I. Mackintosh, “The reliability of integrated circuits,” Microelectronics Reliability, vol. 5,
no. 1, pp. 27-37, 1966.

L. Negre, Caractérisation et modélisation de la fiabilité des transistors MOS en Radio
Fréquence. PhD thesis, Grenoble, 2011.

“Generic reliability assurance requirements for optoelectronic devices used in telecommu-
nications equipment (GR-468-CORE).”

E. A. Elsayed, “Overview of reliability testing,” IEEFE Transactions on Reliability, vol. 61,
no. 2, pp. 282-291, 2012.

G. Yang, “Accelerated life tests at higher usage rates,” IEEE Transactions on Reliability,
vol. 54, no. 1, pp. 53-57, 2005.

W. Nelson, “Analysis of performance-degradation data from accelerated tests,” IEEE Tran-
sactions on Reliability, vol. 30, no. 2, pp. 149155, 1981.

G.-B. Yang, “Optimum constant-stress accelerated life-test plans,” IEEE transactions on
reliability, vol. 43, no. 4, pp. 575-581, 1994.

Y. Zhu and E. A. Elsayed, “Design of accelerated life testing plans under multiple stresses,”
Naval Research Logistics (NRL), vol. 60, no. 6, pp. 468478, 2013.

R. Miller and W. Nelson, “Optimum simple step-stress plans for accelerated life testing,”
IEEE Transactions on Reliability, vol. 32, no. 1, pp. 59—65, 1983.



[35] H.-Y. Xu and H.-L. Fei, “Planning step-stress accelerated life tests with two experimental
variables,” IEEFE transactions on reliability, vol. 56, no. 3, pp. 569-579, 2007.

[36] W. B. Nelson, Accelerated testing : statistical models, test plans, and data analysis. John
Wiley & Sons, 2009.

[37] D.-G. Chen, Y. Lio, H. K. T. Ng, and T.-R. Tsai, Statistical modeling for degradation data.
Springer, 2017.

[38] J. M. van Noortwijk, “A survey of the application of gamma processes in maintenance,”
Reliability Engineering & System Safety, vol. 94, no. 1, pp. 2-21, 2009.

[39] X.-S. Si, W. Wang, C.-H. Hu, D.-H. Zhou, and M. G. Pecht, “Remaining useful life estima-
tion based on a nonlinear diffusion degradation process,” IEEE Transactions on reliability,
vol. 61, no. 1, pp. 50-67, 2012.

[40] N. Rasmekomen and A. K. Parlikad, “Condition-based maintenance of multi-component
systems with degradation state-rate interactions,” Reliability Engineering € System Safety,
vol. 148, pp. 1-10, 2016.

[41] P. Do, P. Scarf, and B. Tung, “Condition-based maintenance for a two-component system
with dependencies,” IFAC-PapersOnlLine, vol. 48, no. 21, pp. 946951, 2015.

[42] L. Bian and N. Gebraeel, “Stochastic framework for partially degradation systems with
continuous component degradation-rate-interactions,” Naval Research Logistics (NRL),
vol. 61, no. 4, pp. 286-303, 2014.

[43] B. Chambion, Ftude de la fiabilité de modules & base de LEDs blanches pour applications
automobile. PhD thesis, Université de Bordeaux, 2014.

[44] R. Tuttle, K. Haraguchi, M. Hodapp, J. Jiao, C. Miller, Y. Ohno, T. Pulsipher, E. Radkov,
E. Richman, and D. Szombatfalvy, “Projecting long term lumen maintenance of led light
source,” Illuminating Engineering Society, 2012.

[45] L. Mendizabal, Fiabilité de diodes laser DFB 1, 55 um pour des applications de télécom-
munication : Approche statistique et interaction composant-systéme. PhD thesis, Ph. D,
Université Bordeaux 1, Bordeaux, 2006.

[46] G. Pedroza, Fvaluation de la fiabilité de composants optoélectroniques pour des applications
spatiales : Apport des caractérisations et des modélisations électro-optiques. PhD thesis,
Bordeaux 1, 2011.

[47] M. Fukuda, “Reliability testing of semiconductor optical devices,” in Materials and Relia-
bility Handbook for Semiconductor Optical and Electron Devices, pp. 3—17, Springer, 2013.

[48] A. K. Mallik, “Photodiode,” Himalayan Physics, vol. 4, pp. 95-98, 2013.

[49] “FLIR Systems | Imagerie thermique, vision nocturne et systémes de caméras infrarouges
| FLIR Systems.”

50] A. Lannoy and H. Procaccia, Fvaluation et maitrise du vieillissement industriel. Editions
Yy
Tec & doc, 2005.

[51] C. J. Lasance, A. Poppe, et al., Thermal management for LED applications. Springer,
2014.

[52] H.-L. Ke, L. Jing, J. Hao, Q. Gao, Y. Wang, X.-x. Wang, Q. Sun, and Z.-J. Xu, “Analysis
of junction temperature and modification of luminous flux degradation for white leds in a
thermal accelerated reliability test,” Applied optics, vol. 55, no. 22, pp. 5909-5916, 2016.

[53] C. J. Lu and W. O. Meeker, “Using degradation measures to estimate a time-to-failure
distribution,” Technometrics, vol. 35, no. 2, pp. 161-174, 1993.

141



Bibliographie

[54]
[55]

[56]

[57]
[58]
[59]

[60]

[61]

[62]

[63]

[64]

[65]

[66]

[67]
[68]

[69]

[70]

142

A. J. Lemoine and M. L. Wenocur, “A note on shot-noise and reliability modeling,” Ope-
rations Research, vol. 34, no. 2, pp. 320-323, 1986.

M. Nikulin, L. Gerville-Réache, and V. Couallier, «Statistique des essais accélérésy by M.
Nikulin, L. Gerville-Reache, V. Couallier. HERMES : London, 2007.

S.-T. Tseng, N. Balakrishnan, and C.-C. Tsai, “Optimal step-stress accelerated degradation
test plan for gamma degradation processes,” IEEE Transactions on Reliability, vol. 58,
no. 4, pp. 611-618, 2009.

F. Guérin, M. Barreau, F. Coadou, and R. Idrissi, “Estimation de la fiabilité par des essais
de dégradation,” Proc. QUALITA, 20009.

A. J. Lemoine and M. L. Wenocur, “On failure modeling,” Naval research logistics quarterly,
vol. 32, no. 3, pp. 497-508, 1985.

G. Whitmore, “Estimating degradation by a wiener diffusion process subject to measure-
ment error,” Lifetime data analysis, vol. 1, no. 3, pp. 307-319, 1995.

L. Trevisanello, M. Meneghini, G. Mura, M. Vanzi, M. Pavesi, G. Meneghesso, and E. Za-
noni, “Accelerated life test of high brightness light emitting diodes,” IEEE Transactions on
Device and Materials Reliability, vol. 8, no. 2, pp. 304-311, 2008.

T.-R. Tsai, C.-W. Lin, Y.-L. Sung, P.-T. Chou, C.-L. Chen, and Y. Lio, “Inference from
lumen degradation data under wiener diffusion process,” IEEE Transactions on Reliability,
vol. 61, no. 3, pp. 710-718, 2012.

J. Huang, D. S. Golubovi¢, S. Koh, D. Yang, X. Li, X. Fan, and G. Zhang, “Degradation
modeling of mid-power white-light leds by using wiener process,” Optics express, vol. 23,
no. 15, pp. A966-A978, 2015.

X. Fu and J. Yang, “Reliability assessment of solid state lasers based on step stress accelera-
ted degradation test,” in 2017 2nd Joint International Information Technology, Mechanical
and Electronic Engineering Conference (JIMEC 2017), pp. 621-624, Atlantis Press, 2017.

W. Wu, Y. Wang, D. Yu, H. Fu, K. Wang, and M. Wang, “Reliability prediction of high
power laser diodes for space application considering the effect of temperature drift,” in 2018
Prognostics and System Health Management Conference (PHM-Chongging), pp. 517-521,
IEEE, 2018.

Y. Wang, Z.-S. Ye, and K.-L. Tsui, “Stochastic evaluation of magnetic head wears in hard
disk drives,” IEEF transactions on magnetics, vol. 50, no. 5, pp. 1-7, 2013.

J. Zhou, J. Yao, Y. Song, and H. Hu, “The step-down-stress accelerated storage testing
evaluation methods of small sample electronic products based on arrhenius model,” in 2014
10th international conference on reliability, maintainability and safety (ICRMS), pp. 908—
912, TEEE, 2014.

L. Wang, H. Zhang, and H. Xue, “Life prediction based on degradation amount distribution
using composite time series analysis,” Iert Procedia, vol. 1, pp. 217-224, 2012.

S. H. Park and J. H. Kim, “Lifetime estimation of led lamp using gamma process model,”
Microelectronics Reliability, vol. 57, pp. 71-78, 2016.

M. S. Ibrahim, J. Fan, W. K. Yung, Z. Wu, and B. Sun, “Lumen degradation lifetime
prediction for high-power white leds based on the gamma process model,” IEEE Photonics
Journal, vol. 11, no. 6, pp. 1-16, 2019.

Z.-S. Ye and M. Xie, “Stochastic modelling and analysis of degradation for highly reliable

products,” Applied Stochastic Models in Business and Industry, vol. 31, no. 1, pp. 16-32,
2015.



[71]
[72]

73]

[74]

[75]

[76]

[77]

(78]

[79]

[80]

[81]

[82]

[83]

[84]

[85]

[36]

L.-C. Tang, G. Yang, and M. Xie, “Planning of step-stress accelerated degradation test,” in
Annual Symposium Reliability and Maintainability, 2004-RAMS, pp. 287292, IEEE, 2004.

S.-T. Tseng and Z.-C. Wen, “Step-stress accelerated degradation analysis for highly reliable
products,” Journal of Quality Technology, vol. 32, no. 3, pp. 209-216, 2000.

T.-R. Tsai, Y. Lio, and N. Jiang, “Optimal decisions on the accelerated degradation test
plan under the wiener process,” Quality Technology & Quantitative Management, vol. 11,
no. 4, pp. 461-470, 2014.

C.-M. Liao and S.-T. Tseng, “Optimal design for step-stress accelerated degradation tests,”
IEEE Transactions on Reliability, vol. 55, no. 1, pp. 59—66, 2006.

X. Wang, N. Balakrishnan, and B. Guo, “Residual life estimation based on a generalized
wiener degradation process,” Reliability Engineering & System Safety, vol. 124, pp. 13-23,
2014.

X. Wang, B. Guo, and Z. Cheng, “Residual life estimation based on bivariate wiener degra-
dation process with time-scale transformations,” Journal of Statistical Computation and
Simulation, vol. 84, no. 3, pp. 545563, 2014.

A. Molini, P. Talkner, G. G. Katul, and A. Porporato, “First passage time statistics of
brownian motion with purely time dependent drift and diffusion,” Physica A : Statistical
Mechanics and its Applications, vol. 390, no. 11, pp. 1841-1852, 2011.

R. Harman and F. Stulajter, “Optimality of equidistant sampling designs for the brownian
motion with a quadratic drift,” Journal of Statistical Planning and Inference, vol. 141,
no. 8, pp. 2750-2758, 2011.

X.-S. Si, W. Wang, C.-H. Hu, M.-Y. Chen, and D.-H. Zhou, “A wiener-process-based de-
gradation model with a recursive filter algorithm for remaining useful life estimation,”
Mechanical Systems and Signal Processing, vol. 35, no. 1-2, pp. 219-237, 2013.

7.-Q. Wang, C.-H. Hu, W. Wang, and X.-S. Si, “An additive wiener process-based pro-
gnostic model for hybrid deteriorating systems,” IEEE Transactions on Reliability, vol. 63,
no. 1, pp. 208-222, 2014.

Z. Huang, Z. Xu, W. Wang, and Y. Sun, “Remaining useful life prediction for a nonli-
near heterogeneous wiener process model with an adaptive drift,” IEEE Transactions on
Reliability, vol. 64, no. 2, pp. 687700, 2015.

X. Yang, B. Sun, Z. Wang, C. Qian, Y. Ren, D. Yang, and Q. Feng, “An alternative lifetime
model for white light emitting diodes under thermal—electrical stresses,” Materials, vol. 11,
no. 5, p. 817, 2018.

Z. Tu, Z. Zhou, and X. Wang, “Reliability characterization of silicon-based germanium
waveguide photodetectors,” Optical Engineering, vol. 53, no. 5, p. 057103, 2014.

J. J.-S. Huang, Y.-H. Jan, H. Chang, C.-J. Ni, E. Chou, S.-K. Lee, H.-S. Chen, and J.-W.
Shi, “Nanoscale iii-v semiconductor photodetectors for high-speed optical communications,”
Chapter, vol. 3, pp. 49-73, 2018.

M. C. O. Keizer, S. D. P. Flapper, and R. H. Teunter, “Condition-based maintenance
policies for systems with multiple dependent components : A review,” Furopean Journal of
Operational Research, vol. 261, no. 2, pp. 405-420, 2017.

R. P. Nicolai and R. Dekker, “Optimal maintenance of multi-component systems : a review,”
Complex system maintenance handbook, pp. 263-286, 2008.

143



Bibliographie

[87]

[33]
[89]

[90]

[91]

92]

193]

[94]
[95]
[96]
197]
98]
[99]
[100]
[101]

[102]

[103]

[104]

144

R. Assaf, P. Do, P. Scarf, and S. Nefti-Meziani, “Wear rate-state interaction modelling for
a multi-component system : Models and an experimental platform,” IFAC-PapersOnlLine,
vol. 49, no. 28, pp. 232-237, 2016.

R. B. Nelsen, An introduction to copulas. Springer Science & Business Media, 2007.

P. Wang and D. W. Coit, “Reliability prediction based on degradation modeling for systems
with multiple degradation measures,” in Annual Symposium Reliability and Maintainability,

2004-RAMS, pp. 302-307, IEEE, 2004.

P. Jaworski, F. Durante, W. K. Hardle, and T. Rychlik, Copula theory and its applications,
vol. 198. Springer, 2010.

Z. Pan, N. Balakrishnan, Q. Sun, and J. Zhou, “Bivariate degradation analysis of products
based on wiener processes and copulas,” Journal of Statistical Computation and Simulation,
vol. 83, no. 7, pp. 1316-1329, 2013.

Z. Yang, J. Zhao, C. Guo, and L. Li, “Degradation and reliability modeling of two-
component system with degradation rate interaction,” International Journal of Perfor-
mability Engineering, vol. 14, no. 11, p. 2711, 2018.

H. Wang, Y. Zhao, and X. Ma, “Mechanism equivalence in designing optimum step-stress
accelerated degradation test plan under wiener process,” Ieee Access, vol. 6, pp. 4440-4451,
2018.

A. Heavens, “Generalisations of fisher matrices,” Entropy, vol. 18, no. 6, p. 236, 2016.

H. Guo and R. Pan, “D-optimal reliability test design for two-stress accelerated life tests,”
in 2007 IEEE International Conference on Industrial Engineering and Engineering Mana-
gement, pp. 1236-1240, IEEE, 2007.

Y. Yu, C. Hu, X. Si, and J. Zhang, “Modified bayesian d-optimality for accelerated degra-
dation test design with model uncertainty,” IEEE Access, vol. 7, pp. 4218142189, 2019.

H. Lim and B.-J. Yum, “Optimal design of accelerated degradation tests based on wiener
process models,” Journal of Applied Statistics, vol. 38, no. 2, pp. 309-325, 2011.

M. Boulanger and L. A. Escobar, “Experimental design for a class of accelerated degradation
tests,” Technometrics, vol. 36, no. 3, pp. 260-272, 1994.

H.-F. Yu and S.-T. Tseng, “Designing a degradation experiment,” Naval Research Logistics
(NRL), vol. 46, no. 6, pp. 689-706, 1999.

S.-J. Wu and C.-T. Chang, “Optimal design of degradation tests in presence of cost
constraint,” Reliability Engineering € System Safety, vol. 76, no. 2, pp. 109-115, 2002.

H.-F. Yu and C.-H. Chiao, “An optimal designed degradation experiment for reliability
improvement,” IEEE Transactions on Reliability, vol. 51, no. 4, pp. 427-433, 2002.

H.-F. Yu, “Designing an accelerated degradation experiment by optimizing the estimation
of the percentile,” Quality and Reliability Engineering International, vol. 19, no. 3, pp. 197—
214, 2003.

H. Wang, Y. Zhao, X. Ma, and Z. Wang, “A novel pseudo-maximum likelihood estimation
method for accelerated degradation tests under wiener process,” Quality and Reliability
Engineering International, vol. 35, no. 1, pp. 304-317, 2019.

G. Jin and D. Matthews, “Measurement plan optimization for degradation test design based
on the bivariate wiener process,” Quality and Reliability Engineering International, vol. 30,
no. 8, pp. 1215-1231, 2014.



[105] Z.-q. PAN, J.-1. ZHOU, and B.-h. PENG, “Optimal design for accelerated degradation tests
with several stresses based on wiener process,” Systems FEngineering-Theory € Practice,
vol. 29, no. 8, pp. 64-71, 2009.

[106] R. Assaf, P. Do, S. Nefti-Meziani, and P. Scarf, “Wear rate-state interactions within a multi-
component system : a study of a gearbox-accelerated life testing platform,” Proceedings of
the Institution of Mechanical Engineers, Part O : Journal of Risk and Reliability, vol. 232,
no. 4, pp. 425-434, 2018.

[107] C.-C. Tsai, C.-T. Lin, and N. Balakrishnan, “Optimal design for accelerated-stress ac-
ceptance test based on wiener process,” IEEE Transactions on Reliability, vol. 64, no. 2,
pp. 603-612, 2015.

[108] X. Li, M. Rezvanizaniani, Z. Ge, M. Abuali, and J. Lee, “Bayesian optimal design of step
stress accelerated degradation testing,” Journal of Systems Engineering and Electronics,
vol. 26, no. 3, pp. 502-513, 2015.

[109] X. Li, Y. Hu, J. Zhou, X. Li, and R. Kang, “Bayesian step stress accelerated degrada-
tion testing design : A multi-objective pareto-optimal approach,” Reliability Engineering
& System Safety, vol. 171, pp. 9-17, 2018.

[110] H.Zhang, Y. Chen, and R. Kang, “Optimal design of step stress accelerated degradation test

and reliability assessment for quartz flexible accelerometers,” in 2010 Proceedings-Annual
Reliability and Maintainability Symposium (RAMS), pp. 1-6, IEEE, 2010.

[111] S.-I. Sung and B.-J. Yum, “Optimal design of step-stress accelerated degradation tests
based on the wiener degradation process,” Quality Technology & Quantitative Management,
vol. 13, no. 4, pp. 367-393, 2016.

[112] J.-R. Zhang, T.-M. Jiang, X.-Y. Li, and L.-Z. Wang, “Optimization of step stress accele-
rated degradation test plans,” in 2010 IEEE 17Th International Conference on Industrial
Engineering and Engineering Management, pp. 947-951, IEEE, 2010.

[113] C.-H. Hu, M.-Y. Lee, and J. Tang, “Optimum step-stress accelerated degradation test for
wiener degradation process under constraints,” Furopean Journal of Operational Research,
vol. 241, no. 2, pp. 412-421, 2015.

[114] Z. Pan and N. Balakrishnan, “Multiple-steps step-stress accelerated degradation mode-
ling based on wiener and gamma processes,” Communications in Statistics-Simulation and
Computation, vol. 39, no. 7, pp. 1384-1402, 2010.

[115] C.-C. Tsai, S.-T. Tseng, and N. Balakrishnan, “Optimal design for degradation tests based
on gamma processes with random effects,” IEEFE Transactions on Reliability, vol. 61, no. 2,
pp- 604-613, 2012.

[116] M. Amini, S. Shemehsavar, and Z. Pan, “Optimal design for step-stress accelerated test
with random discrete stress elevating times based on gamma degradation process,” Quality
and Reliability Engineering International, vol. 32, no. 7, pp. 2391-2402, 2016.

[117] F. Duan and G. Wang, “Optimal step-stress accelerated degradation test plans for inverse
gaussian process based on proportional degradation rate model,” Journal of Statistical
Computation and Simulation, vol. 88, no. 2, pp. 305-328, 2018.

[118] H. Wang, G.-j. Wang, and F.-j. Duan, “Planning of step-stress accelerated degradation test
based on the inverse gaussian process,” Reliability Engineering & System Safety, vol. 154,
pp. 97-105, 2016.

[119] S. Sung, “Optimal design of ramp-stress accelerated degradation tests based on the wiener
process,” Microelectronics Reliability, vol. 100, p. 113393, 2019.

145



Bibliographie

[120]
[121]

[122]

[123]

[124]

[125]

[126]
[127]

[128]
[129]

[130]

[131]

[132]

[133]

[134]

[135]

146

Q. Li, Accelerated degradation test planning and optimization. PhD thesis, The University
of Arizona, 2002.

M. Fukuda, “Reliability and degradation of semiconductor lasers and leds,” Artech House,
pp. 325-333, 1991.

M. Meneghini, A. Tazzoli, G. Mura, G. Meneghesso, and E. Zanoni, “A review on the
physical mechanisms that limit the reliability of gan-based leds,” IFEE Transactions on
Electron Dewvices, vol. 57, no. 1, pp. 108-118, 2009.

L.-R. Trevisanello, M. Meneghini, G. Mura, C. Sanna, S. Buso, G. Spiazzi, M. Vanzi,
G. Meneghesso, and E. Zanoni, “Thermal stability analysis of high brightness led during
high temperature and electrical aging,” in Seventh International Conference on Solid State
Lighting, vol. 6669, p. 666913, International Society for Optics and Photonics, 2007.

F. G. Della Corte, G. Pangallo, R. Carotenuto, D. lero, G. Marra, M. Merenda, and S. Rao,
“Temperature sensing characteristics and long term stability of power leds used for vol-

tage vs. junction temperature measurements and related procedure,” IEEE Access, vol. 8,
pp- 43057-43066, 2020.

M. Buffolo, C. De Santi, M. Meneghini, D. Rigon, G. Meneghesso, and E. Zanoni, “Long-
term degradation mechanisms of mid-power leds for lighting applications,” Microelectronics
Reliability, vol. 55, no. 9-10, pp. 1754-1758, 2015.

C. E. L. D. Sheet, “Cree’s ezbright leds,” 2007.

M. S. Ibrahim, J. Fan, W. K. Yung, A. Prisacaru, W. van Driel, X. Fan, and G. Zhang,
“Machine learning and digital twin driven diagnostics and prognostics of light-emitting
diodes,” Laser & Photonics Reviews, vol. 14, no. 12, p. 2000254, 2020.

P. E. Protter, “Stochastic differential equations,” in Stochastic integration and differential
equations, pp. 249-361, Springer, 2005.

B. Oksendal, Stochastic differential equations : an introduction with applications. Springer
Science & Business Media, 2013.

M. Meneghini, N. Trivellin, K. Orita, M. Yuri, D. Ueda, E. Zanoni, and G. Meneghesso,
“Analysis of the role of current, temperature, and optical power in the degradation of ingan-
based laser diodes,” IEEFE transactions on electron devices, vol. 56, no. 2, pp. 222—-228, 2009.

D. Florens-Zmirou, “Approximate discrete-time schemes for statistics of diffusion pro-
cesses,” Statistics : A Journal of Theoretical and Applied Statistics, vol. 20, no. 4, pp. 547—
557, 1989.

J. C. Lagarias, J. A. Reeds, M. H. Wright, and P. E. Wright, “Convergence properties of the
nelder-mead simplex method in low dimensions,” SIAM Journal on optimization, vol. 9,
no. 1, pp. 112-147, 1998.

H. Duprez, A. Descos, T. Ferrotti, C. Sciancalepore, C. Jany, K. Hassan, C. Seassal, S. Me-
nezo, and B. B. Bakir, “1310 nm hybrid inp/ingaasp on silicon distributed feedback laser
with high side-mode suppression ratio,” Optics express, vol. 23, no. 7, pp. 8489-8497, 2015.

T. Ferrotti, B. Blampey, C. Jany, H. Duprez, A. Chantre, F. Boeuf, C. Seassal, and B. B.
Bakir, “Co-integrated 1.3 pum hybrid iii-v/silicon tunable laser and silicon mach-zehnder
modulator operating at 25gb/s,” Optics express, vol. 24, no. 26, pp. 30379-30401, 2016.

S. Forrest, “Monolithic optoelectronic integration : A new component technology for light-
wave communications,” IEEE Transactions on Electron Devices, vol. 32, no. 12, pp. 2640—
2655, 1985.



[136] B. Huang, X. Zhang, W. Wang, Z. Dong, N. Guan, Y. Gui, and H. Chen, “A monolithic
integration optoelectronic integrated circuit in standard cmos technology,” in 7th IEEE
International Conference on Group IV Photonics, pp. 117-119, IEEE, 2010.

[137] M. Hamacher, R. Kaiser, H. Heidrich, P. Albrecht, B. Borchert, K. Janiak, R. Loffler,
S. Malchow, W. Rehbein, and H. Schroeter-Janssen, “Monolithic integration of lasers, pho-
todiodes, waveguides and spot size converters on gainasp/inp for photonic ic applications,”

in Conference Proceedings. 2000 International Conference on Indium Phosphide and Rela-
ted Materials (Cat. No. 00CH37107), pp. 21-24, IEEE, 2000.

[138] T.-P. Ma and P. V. Dressendorfer, “Ionizing radiation effects in mos devices and circuits,”
1989.

[139] M. B. El Mashade, M. Ashry, S. M. Eladl, and M. Rageh, “Experimental measurements of
some optoelectronic devices before and after gamma irradiation,” Journal of Microwaves,
Optoelectronics and Electromagnetic Applications (JMOe), vol. 3, no. 6, pp. 1-12, 2004.

[140] P. Yannakopoulos, A. Skountzos, and M. Vesely, “Influence of ionizing radiation in electronic
and optoelectronic properties of iii—v semiconductor compounds,” Microelectronics journal,
vol. 39, no. 5, pp. 732-736, 2008.

[141] V. T. Tsakiri, A. Skountzos, P. Yannakopoulos, and E. Verrelli, “Effects of ionizing radiation
on optoelectronic devices,” Optoelectronic Devices and Properties, p. 103, 2011.

[142] A. H. Johnston, “Radiation effects in optoelectronic devices,” IEEE Transactions on Nu-
clear Science, vol. 60, no. 3, pp. 2054-2073, 2013.

[143] A. Lay-Ekuakille, A. Massaro, S. P. Singh, 1. Jabtonski, M. Z. U. Rahman, and F. Spano,
“Optoelectronic and nanosensors detection systems : A review,” IEEE Sensors Journal,
2021.

[144] J. Piprek, Semiconductor optoelectronic devices : introduction to physics and simulation.
Elsevier, 2013.

[145] K. Chaloner and I. Verdinelli, “Bayesian experimental design : A review,” Statistical Science,
pp. 273304, 1995.

[146] L. Jayasinghe, T. Dong, and N. Narendran, “Is the thermal resistance coefficient of high-
power leds constant 7,” in Seventh international conference on solid state lighting, vol. 6669,
p. 666911, International Society for Optics and Photonics, 2007.

[147] D. Chu, M. Touzelbaev, K. E. Goodson, S. Babin, and R. F. Pease, “Thermal conductivity
measurements of thin-film resist,” Journal of Vacuum Science & Technology B : Microe-

lectronics and Nanometer Structures Processing, Measurement, and Phenomena, vol. 19,
no. 6, pp. 28742877, 2001.

147



	Méthodologie d’optimisation de plan de test pour l’évaluation de la fiabilité de composants optoélectroniques
	Table des matières
	Table des figures
	Liste des tables
	Glossaire des notations et abréviations
	Production scientifique personnelle

	Introduction générale
	Chapitre 1. Problématique de l’évaluation de la fiabilité des composants optoélectroniques
	1.1 Introduction
	1.2 Évolution des composants électroniques
	1.3 Méthodes d’évaluation de la fiabilité d’un composant optoélectronique
	1.4 Conclusion et problèmes posés

	Chapitre 2. Caractérisation des composants optoélectroniques étudiés et Plateforme d’expérimentation
	2.1 Introduction
	2.2 Composants optoélectroniques étudiés
	2.2.1 Élément émetteur - LED
	2.2.2 Élément émetteur - Diode laser
	2.2.3 Élément récepteur - photodiode
	2.2.4 Composant complexe - véhicule de test

	2.3 Plateforme d’expérimentation
	2.3.1 Caractérisation des LEDs
	2.3.2 Caractérisation des diodes laser
	2.3.3 Caractérisation des photodiodes
	2.3.4 Banc de mesure thermique à l’aide de la caméra infrarouge

	2.4 Conclusion

	Chapitre 3. État de l’art sur l’évaluation de la fiabilité et l’optimisation d’un plan de test accéléré pour un composant optoélectronique
	3.1 Introduction
	3.2 Modélisation du processus de dégradation d’un élément optoélectronique
	3.2.1 Modélisation de la dégradation
	3.2.2 Modèles de dégradation existants

	3.3 Évaluation de la fiabilité d’un composant optoélectronique avec facteurs d’influence multiples
	3.3.1 Fiabilité d’un composant optoélectronique
	3.3.2 Interaction de dégradation entre éléments

	3.4 Optimisation d’un plan de test
	3.4.1 Critères d’optimisation
	3.4.2 Formulation du problème d’optimisation

	3.5 Conclusion

	Chapitre 4. Modèle de dégradation d’un élément optoélectronique
	4.1 Introduction
	4.2 Analyse de l’impact des facteurs d’influence par la simulation multi-physique sur l’élément étudié
	4.2.1 Structure de la LED
	4.2.2 Analyse de l’impact des facteurs d’influence par la simulation multiphysique

	4.3 Proposition d’un modèle de dégradation considérant l’impact de l’auto-échauffement
	4.3.1 Taux de dégradation modifié
	4.3.2 Modèle de dégradation modifié
	4.3.3 Modèle de calcul de la fiabilité d’un élément optoélectronique
	4.3.4 Estimation des paramètres du modèle de dégradation

	4.4 Validation du modèle de dégradation proposé
	4.4.1 Évaluation des mesures optiques au cours du vieillissement
	4.4.2 Impact du courant d’alimentation sur la température de jonction
	4.4.3 Impact de la dégradation de puissance optique sur la température de jonction
	4.4.4 Estimation des paramètres du modèle de dégradation
	4.4.5 Analyses comparatives

	4.5 Conclusion

	Chapitre 5. Extension du modèle de dégradation proposé dans le chapitre précédent pour calculer la fiabilité d’un composant optoélectronique complexe
	5.1 Introduction
	5.2 Description d’un composant complexe
	5.3 Modélisation des impacts de l’interaction entre éléments
	5.3.1 Flux d’énergie dans les composants optoélectroniques complexes
	5.3.2 Analyse de l’impact d’interaction entre éléments par la simulation multiphysique

	5.4 Extension du modèle de dégradation considérant l’impact de l’interaction
	5.4.1 Modèle de dégradation étendu au niveau élément
	5.4.2 Estimation des paramètres du modèle de dégradation

	5.5 Évaluation de la fiabilité d’un composant optoélectronique
	5.6 Illustration du modèle de dégradation proposé par un exemple numérique pour un composant complexe
	5.6.1 Fiabilité du composant étudié à un niveau de température contrainte donné
	5.6.2 Impacts des interactions sur la fiabilité du composant étudié

	5.7 Conclusion

	Chapitre 6. Plan optimisé de tests accélérés pour des composants optoélectroniques
	6.1 Introduction
	6.2 Problématiques d’optimisation d’un plan de test accéléré
	6.2.1 Paramètres d’un plan de test
	6.2.2 Spécification de test au CEA LETI
	6.2.3 Formulation du problème d’optimisation

	6.3 Optimisation d’un plan de test par l’approche bayésienne
	6.3.1 Critère d’optimisation d’un plan de test basé sur l’approche bayésienne
	6.3.2 Algorithme d’atteinte d’un point optimum

	6.4 Un plan de test optimal pour la LED Cree EZ1000 : Approche bayésienne
	6.4.1 Procédure d’optimisation
	6.4.2 Validation du plan test optimal
	6.4.3 Analyse de sensibilité

	6.5 Conclusion

	Conclusion générale et Perspectives
	Annexes
	Annexe A. Augmentation de la température de jonction due à l’impact de l’auto-échauffement
	Annexe B. Déviation première ordre de la fonction de log-vraisemblance

	Bibliographie



